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Typeniibersicht

Fotoelemente (Planar-Technologie)
(sortiert nach GroBe der bestrahlungsempfindlichen Flache)

Typ Chip- Bestrahlungs- | Foto- Bauform Seite

Abmessungen | empfindliche | empfindlichkeit

Flache (Normlicht A;
T = 2856 K)

LxB A S

mm mm? nA/Ix
BPY 11 PIV 2,15 x 4,65 8,7 60 (=28) Chip mit Drahten | 71
BPY 11 PV 2,15 x 4,65 8,7 60 (=28) Chip mit Drahten | 71
BPX 79 5,0x5,0 20 170 (=100) Chip mit Litzen 67
BPY 64 P 6,2 X 6,2 36 250 (=180) Chip mit Litzen 85
BPY 48 P 6,2 x 12,6 74 500 (=350) Chip mit Litzen 78
BPY 63 P 10,0 x 10,0 96 650 (=450) Chip mit Litzen 81
TP 60 P Sechseck 130 1000 (=700) Gehause 88
TP61P Sechseck 130 1000 (=700) Chip mit Litzen 92
BPY 47 P 10,0 x 20,0 193 1400 (=900) Chip mit Litzen 75




Typeniibersicht

Silizium-Fotodioden, Metall-Gehause (mit Filter)

Typ Foto- Bestrahlungs- | Gehauseform, Seite

empfindlichkeit empfindliche Eigenschaften,

(Normlicht A, Flache Technologie

T = 2856 K) (LxB)

S A

nA/Ix mm
BPW 21 10 (5,5) 2,71 x 2,71 TO 5, Planar 109

A =555 nm
Sperrstromarm

Silizium-Fotodioden, Metall-Geh&duse (ohne Filter)
(sortiert nach GroBe der bestrahlungsempfindlichen Flache)
Typ Foto- Bestrahlungs- | Gehauseform, Seite

empfindlichkeit empfindliche Eigenschaften,

(Normlicht A, Fléche Technologie

T = 2856 K) (LxB)

S A

nA/Ix mm
BPX 63 10 (=8) 0,985 x 0,985 TO 18; Planar, Sperrstromarm | 154
BPX 65 11 (=5,5) 0,985 x 0,985 | TO 18; PIN-Planar 159
BPX 66 11 (5,5) 0,985 x 0,985 | TO 18; PIN-Planar 164
SFH 219 7 (=5) 0,985 x 0,985 TO 18; Planar, Sperrstromarm | 239
SFH 212 25 (220) 0,985 x 0,985 TO 18; Planar, Sperrstromarm | 224
SFH 216 50 (=35) 0,985 x 0,985 | TO 18; PIN-Planar 229
BPX 60 70 (=35) 2,71 x2,71 TO 5; Planar, Sperrstromarm | 144
BPX 61 70 (=50) 2,71 x2,71 TO 5; PIN-Planar 149
SFH 221 24 (=15) 2mal 2,2 x 0,7 | TO 5; Planar, Differential 243
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Typeniibersicht

Silizium-Fotodioden, Plastik-Gehause (mit Filter)
(sortiert nach GroBe der bestrahlungsempfindlichen Flache)

Typ Foto- Bestrahlungs- Technologie, Seite

empfindlichkeit empfindliche Flache Eigenschaften

(A = 950 mm; (LxB)

0,5 mW/cm?)

S A

pA mm
SFH 217 F 3(=1,8) 0,985 x 0,985 PIN-Planar 234
SFH 2030 F 25 (=15) 0,985 x 0,985 PIN-Planar 258
BPX 90 K 13 (=8) 1,65 x 3,05 Planar 174
BP 104 17 (212,5) 22 x22 PIN-Planar 99
BP 104 BS 25 (=15) 2,71 x2,71 PIN-Planar 104
BPW 34 F 25 (=15) 2,71 x2,71 PIN-Planar 134
SFH 205 25 (=15) 2,71 x2,71 PIN-Planar 207
SFH 205 Q2 25 (=15) 2,71 x2,71 PIN-Planar 211
SFH 206 25 (=16) 2,71 x2,71 PIN-Planar 215
SFH 230 26 (=16) 2,71 x2,71 PIN-Planar 248
SFH 230 F 24 (=15) 2,71 x2,71 PIN-Planar 248
SFH 248 F 7,5 (Z4) 2mal 2,2 x 0,7 Planar, Differential | 253

11



Typeniibersicht

Silizium-Fotodioden, Plastik-Geh&duse (ohne Filter)

(sortiert nach GroBe der bestrahlungsempfindlichen Flache)

Typ Foto- Bestrahlungs- | Technologie, Seite

empfindlichkeit | empfindliche Eigenschaften

(Normlicht A, Flache

T = 2856 K) (LxB)

S A

nA/Ix mm
SFH 217 9,5 (=5) 0,985 x 0,985 | PIN-Planar 234
SFH 2030 80 (=50) 0,985 x 0,985 | PIN-Planar 258
BPW 32 10 (27) 0,985 x 0,985 Planar, Sperrstromarm 114
BPX 92 9,5 (Z4) 0,82 x1,27 Planar 183
SFH 200 20 (=14) 1,0 x20 Planar, Sperrstromarm 198
BPX 90 45 (=25) 1,65 x 3,05 Planar 169
BPW 33 75 (=35) 2,71 x2,71 Planar, Sperrstromarm 119
BPX 91 B 65 (=35) 2,71 x2,71 Planar, hohe Blauempfindlichkeit | 179
BPW 34 80 (=50) 2,71 x2,71 PIN-Planar 124
SFH 206 K 80 (=50) 2,71 x2,71 PIN-Planar 219
BPW 34 B 75 (=50) 2,71 x2,71 PIN-Planar, Blauempfindlichkeit 129
BPY 12 180 (=100) 4,47 x 4,47 PIN-Planar 188
SFH 100 175 (=150) 8,7 x27 Planar, Sperrstromarm 193
SFH 204 0,13 (=0,08) 4mal 0,1 x 0,1 Planar, 4 Quadranten 202
BPX 48 24 (=19) 2mal 2,2 x 0,7 | Planar, Differential 139
SFH 248 24 (=15) 2mal 2,2 x 0,7 | Planar, Differential 253
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Typeniibersicht

Fototransistoren, Metall-Gehause
(NPN-Planar-Technologie)

Typ Fotostrom Bauform Halbwinkel Seite
(1000 Ix;
Normlicht A,
T = 2856 K)
1, ¢
mA Grad
BP 103 11" 0,25...0,5
BP 103 HI" 0,4...0,8 TO 18; Plastik-Linse + 55 265
BP 103 IV" =0,63
BPX 38 II" 0,63...1,25
BPX 38 " 1,0...2,0 TO 18 + 40 272
BPX 38 IV" =1,6
BPX 43 II" 25...5,0
BPX 43 1II" 4,0...8,0 TO 18 + 20 277
BPX 43 V" =6,3
1)
BPY 62 Il 2,0...4,0 T018 + 8 290
BPY 62 III" =3,2

" mit BasisanschluB
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Typeniibersicht

Fototransistoren, Plastik-Gehduse, Epoxy (mit Filter)
(NPN-Planar-Technologie)

Typ Fotostrom Bauform Halbwinkel Seite
(A =950 nm;
0,5 mW/cm?)
I, o)
mA Grad
SFH 303 F" 2 T1%; @ 5mm + 20 295
SFH 309 F 1,5 T1; @3 mm +16 304
SFH 317 FY 0,2 T1%; @ 5 mm + 60 309
Fototransistoren, Plastik-Geh&ause, Epoxy (ohne Filter)
(NPN-Planar-Technologie)
Typ Fotostrom Bauform Halbwinkel Seite
(1000 Ix;
Normlicht A,
T = 2856 K)
I, o}
mA Grad
BP 103 B I 2,5...5,0
BP 103 B Il 4,0...8,0 T1%; @ 5 mm + 16 269
BP 103 B IV =6,3
BPX 81 117 1,0...2,0
BPX 81 lil 1,6...3,2 Miniatur + 18 282
BPX 81 IV =25
SFH 303" 13 T 1%; @ 5 mm +20 295
SFH 305 I =2,0 Sub-Miniatur + 20 300
SFH 305 I =1,6
SFH 309 5 T1; 9 3mm + 20 304
SFH 317" 1,8 T1%; @ 5 mm + 60 309

" mit BasisanschluB, ? auch als Zeile mit 2...10 Transistoren lieferbar, sieche Seite 286
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Typeniibersicht

Foto IC
Typ Foto- Bestrahlungs- Technologie, Seite
empfindlichkeit empfindliche Eigenschaften
(Normlicht A, Flache
T = 2856 K) (LxB)
S A
pA/IX mm
TFA 1001 W 5 1,4 x 1,35 Fotodiode mit Verstarker 315
in bipolarer Technik
Kundenspezifische Optoelektronische Multichiparrays (KOM)
Typ Fotostrom Bestrahlungs- Technologie, Seite
(1000 Ix; empfindliche Eigenschaften
Normlicht A, Flache
T = 2856 K) (LxB)
Zy A
pA mm
KOM 0622033 A | 26,5 (=15) 1x25 Universal-
6fach-Fotodioden- 324
array fur Winkelkodierer
KOM 0622045 18 (=12) 1,25 x 2 Universal-
8fach-Fotodioden- 326
abtastzeile
KOM 0622059 2,5 (=1,8) 0,12 x 1 Universal-
64fach-Fotodioden- 328
Kreisdetektorarray
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Typeniibersicht

GaAs-IREDs, Epoxy-Gehaduse (e, = 950 mm)

Typ Strahistarke Halbwinkel Gehé&useform Seite

(Ir = 100 mA;

t,=20ms; Q = 0,01 sr)

L P

mW/sr Grad
LD 261 V" 2...42

” Leiterbandgehduse,
LD 261V 3,2...6,3 +30 Epoxy-GieBharz 338
LD 261 VI =52
— 3,
LD 271 15 (210) e T 1% (@ 5 mm) 348
LD 271 H =16 Epoxy-GieBharz
= 3

LD 271 L 15 (=10) . E 1% (@ 5 mm) 353
LD 271 LH =16 poxy-GieBharz
LD 273 =25 + 25 @ 5mm 358
LD 274 60 (=30) + 10 T 1% (2 5 mm) 363
SFH 405 1l 1,6...3,2 +16 Lelterbangehause 383
SFH 405 1li =259 Epoxy-GieBharz
SFH 409 15 (=6) + 20 T1 (3 3mm) 388
GaAs-IREDs, Metall-Gehduse (\,c,x = 950 mm)
Typ Strahlstarke Halbwinkel Gehduseform Seite

(Ir = 100 mA;

t,=20ms; Q = 0,01 s

Le Lo

mW/sr Grad
LD 242 1I 4...8 i TA AR Ee o e nnn

T 4U 1V 10, EPOXYIINnse I33

LD 242 1l =6,3
SFH 400 I 20...40 + 6 TO 18, Glaslinse 368
SFH 400 Il =32
SFH 401 1 10...20 +15 TO 18, Glaslinse 373
SFH 401 1l =16
SFH 402 11 25...50 + 40 TO 18, Glaslinse 378
SFH 402 I =4

" Auch als Zeilen mit 2...10 IREDs lieferbar, siehe Seite 343

2 I, =50 mA, ¥ I; = 40 mA

16



Typeniibersicht

GaAlAs-IREDs, Plastikgehduse ()., = 880 mm)

Typ Strahlstarke Halbwinkel Gehauseform Seite

(Zr = 100 mA,

t, = 20 ms,

Q =0,01sr)

I, ¢

mW/sr Grad
SFH 484 100 (=50) + 8 T 1%, @ 5mm 408
SFH 485 40 (=16) + 20 T1%, @ 5mm 413
SFH 485 P 6 (= 3 + 40 @ 5 mm 418
SFH 487 30 (=12,5) +20 T1, 23 mm 423
SFH 487 P 4(= 2) + 65 @ 3 mm 428
GaAlAs-IREDs, Metall-Gehduse (L, = 880 mm)
Typ Strahlstérke Halbwinkel Gehauseform Seite

(Zr = 100 mA,

t; =20 ms,

Q =0,01sn

L 9

mW/sr Grad
SFH 480 50 (=25) + 6 TO 18, Glaslinse 393
SFH 481 20 (=10) +15 TO 18, Glaslinse 398
SFH 482 6(= 3 + 30 TO 18, Glaslinse 403
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Symbolverzeichnis

)"peak

xsmax

NEP
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Bestrahlungsempfindliche Flache
Basis

Kollektor

Kapazitat

Kapazitat bei Uz = 0 V

Kapazitat bei Uz = 10 V
Kollektor-Basis-Kapazitéat
Kollektor-Emitter-Kapazitat
Emitter-Basis-Kapazitat

Sperrschichtkapazitat

Tastarad T Impulsdauer
astgrad = "1~ = " periodendauer
Nachweisgrenze

Emitter

Bestrahlungsstarke (mW/cm?)
Beleuchtungsstarke (Lux)

Frequenz

Grenzfrequenz

Quantenausbeute

Basisstrom

Kollektorstrom
Kollektor-Emitter-Reststrom
Kollektorspitzenstrom
Emitter-Basis-Reststrom (bei offenem Kollektor, /¢ = 0)
Strahlstarke (W/sr)

DurchlaBstrom

StoBstrom

KurzschluB3strom

KurzschluBstrom bei Ty = 25 °C
Fotostrom

Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
Fotostrom des Fototransistors

Stromverstarkung

Sperrstrom, Dunkelstrom

Relative spekirale Emission

Lichtstérke (cd oder mcd)

Wellenlange (nm)

Spektrale Halbwertsbreite

Wellenlange des emittierten Lichtes (Strahlung bei (1,2,
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Noise equivalent power, rauschaquivalente Strahlungsleistung
Raumwinkel

Verlustleistung

Halbwinkel (Offnungskegel = 2 ¢)

GesamtstrahlungsfluB



Symbolverzeichnis

R, Lastwiderstand

Rive Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehéause

Ringu Warmewiderstand zwischen Sperrschicht (Warmequelle) und ruhender umgebender Luft
Fotoempfindlichkeit

Sk Spektrale Fotoempfindlichkeit
Siax Maximale Fotoempfindlichkeit
Sl Relative spektrale Fotoempfindlichkeit
T Periodendauer

T Temperatur

t Zeit

Ts Betriebstemperatur

t Abfallzeit

t Anstiegszeit

Ts Gehausetemperatur

T Sperrschichttemperatur

TK; Temperaturkoeffizient flr Apea
TK Temperaturkoeffizient fur /x
TKy Temperaturkoeffizient fur U_

T Lottemperatur

Tir Lottemperatur bei Tauchldtung
Tik Lottemperatur bei Kolbenlétung
Ts Lagertemperatur

Ty Umgebungstemperatur

T Impulsdauer

Uge Basis-Emitter-Spannung

Ugr Durchbruchspannung

Uce Kollektor-Emitter-Spannung
Ucs Kollektor-Basis-Spannung

Uceo Kollektor-Emitter-Sperrspannung (bei offener Basis, /g = 0)
Ucesat  Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung

Ugs Emitter-Basis-Spannung

Ueso Emitter-Basis-Sperrspannung (bei offenem Kollektor, /; = 0)
Ur DurchlaBspannung, Vorwéartsspannung

U, Leerlaufspannung

Ulos Leerlaufspannung bei Ty = 25 °C

Ur Sperrspannung

Siehe auch »Technische Erlauterungen«, Abschnitt 5: Begriffe, Definitionen, Normen.
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Technische Erlauterungen

1. Allgemeines

Optoelektronische Bauelemente haben in der modernen Elektronik und damit in fast allen
Bereichen unseres Lebens weiten Eingang gefunden. Sie sind in hohem MaBe an dem
UmstellungsprozeB von Mechanik auf Elektronik beteiligt und haben, aufgrund ihrer Funktion als
Wandler optischer Signale oder Energie in elekirische Signale oder Energie, viele moderne
elektronische Problemldsungen erst méglich gemacht.

Lichtschranken zur Produktionskontrolle und als Schutzvorrichtungen, Lichtkontroll- und Regel-
gerate wie Dammerungsschalter, Feuermelder und Einrichtungen zur Glutiiberwachung, Lochkar-
ten- und Lochstreifen-Abtastung, Positionierung von Werkzeugmaschinen (zur Langen-, Winkel-
und Positions-Messung), Kontrolle von optischen Geraten und Ziindvorgangen, Signalibertra-
gung bei galvanischer Trennung von Ein- und Ausgang, sowie Umwandlung von Licht in
elektrische Energie sind nur einige Beispiele der klassischen Anwendungen.

In der Fotoindustrie sind Blenden- und Belichtungssteuerung in Steh- und Laufbildkameras sowie
Computer-Blitzgerate schon Standard. Automatische Entfernungsmessung und -einstellung,
verfeinerte Belichtungsmessung durch differenzierte Messung der Helligkeit von Bildmitte und
Bildrandern sind neuere Tendenzen. Infrarot-Tonlbertragung und Infrarot-Fernsteuerung haben
nicht nur in der Rundfunk- und Fernsehindustrie Einzug gehalten, sondern auch bei Simultan-
Dolmetscheranlagen fir Konferenzen und zur Fernbedienung von Maschinen, Garagentoren,
Beleuchtungseinrichtungen, usw. Besonders vorteilhaft ist hierbei, daB die Steuerfunktion der
Infrarot-Fernsteuerung durch die Méglichkeit der Codierung (Modulation) gegen unberechtigte
Bedienung gesichert werden kann.

Ob Fotoelemente'), Fotodioden oder Fototransistoren am besten geeignet sind, entscheidet der
jeweilige Anwendungsfall.

Werden groBere lichtempfindliche Flachen bendtigt, wie z. B. in der Papier- und Textilindustrie zur
Kontrolle breiter Bahnen auf Fehlerfreiheit, so sind Fotoelemente zu empfehlen. Kommt es auf
Schnelligkeit und Linearitat Gber weite Bereiche der Beleuchtungs- bzw. der Bestrahlungsstarke
an, sind Fotodioden sowohl im Element- als auch im Diodenbetrieb geeignet. Fir digitale
Anwendungen, und wenn hdhere Verstdrkungen bei kieinstem Platzbedarf gefordert werden,
erweisen sich Fototransistoren als die beste Losung.

Zu den einzelnen Gebieten werden im folgenden nahere Erlauterungen gegeben, die auf
Technologie, spezielle Eigenschaften und Anwendungsmoglichkeiten eingehen. Es folgt ein
Kapitel Gber MeBtechnik optoelektronischer Bauelemente, verbunden mit den wesentlichsten
Tabellen und Arbeitsdiagrammen. AbschlieBend folgen Angaben zur Qualitat, sowie Einbau- und
Latvorschriften.

1) Des besseren Verstandnisses wegen verwenden wir in diesem Buch nicht die griechische Schreibweise mit »Ph« bei
Photoelement usw., sondern die heutzutage weitgehend benutzte Version mit »F« bei Fotodiode usw.
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Technische Erlauterungen

2. Empfanger (Bestrahlungsempfindliche Bauelemente)

2.1. Ladungstrager-Erzeugung in einer Fotodiode

Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau einer planaren Silizium-Fotodiode mit abruptem pn-
Ubergang. Zwischen dem p*- und n-Gebiet baut sich wegen der unterschiedlichen Tragerkonzen-

Photonen verschieder Wellenlange

blau rot infrarot Kontakt
optische P*l-Gebiet
Verglitung /Ode
l'——”—'_;jl § T, 7, 7, 7,
1 iy |
\ Lé% r w aum!adungszone RLZ
NN SN B N SR v -
N-Gebiet
N*-Gebiet .
Bild 1
IR Metal I kontak t Planare Si-Fotodiode (Schema)

'eglmhnn Trqnnrn freie Feldzone, die Rallmlndlmgszon

ev e
-Ubergang nur in das n-Gebiet hineinreicht. Fir die Breite der

b+ U
W~ (1)

Dabei steht U, fur Diffusionsspannung, U fiir &uBere Spannung und np fir Donatorenkonzentration

(RI 7) if, die bei

Qe OO

auf
RLZ gilt:

auf der n-Seite. Fur die Sperrschichtkapazitat C, ~ 17 mit w aus Gleichung (1) erhalt man:

C 1\ ___QD_ o
1 Up+ U @

Dringen Photonen mit einer Energie hv ZE in die Diode ein, so werden zu beiden Seiten des pn-
Ubergangs Elektron-Loch-Paare erzeugt. Die Energiedifferenz (hv—E) wird in Form von Warme an
das Gitter abgegeben. Das elektrische Feld in der RLZ stoBt die Majoritatstrager ab und zieht die
Minoritatstrager jeweils auf die andere Seite (also Locher aus der n-Seite zur p-Seite, und
umgekehrt Elektronen aus der p-Seite zur n-Seite). Auf diese Weise erfolgt eine Trennung der
Ladungstragerpaare, und es flieBt Gber einen duBeren Kreis auch ohne zusatzliche Spannung ein
Fotostrom (photovoltaischer Effekt). Trager, die in der RLZ entstehen, werden aufgrund des dort
herrschenden Feldes sofort abgesaugt. Die Trager aus den Ubrigen Gebieten mussen erst zur RLZ
diffundieren, um getrennt zu werden. Rekombinieren sie vorher, gehen sie fiir den Fotostrom
verloren. Der Fotostrom 7, setzt sich also aus einem Driftstrom /p der RLZ und aus einem
Diffusionsstrom /I aus den Ubrigen Gebieten zusammen.
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Technische Erlauterungen

s 1 . )
Fur den Fall, daB die p*-Zone sehr viel diinner als die Eindringtiefe o (o, = Absorptionskoeffi-

zient) der Strahlung ist, kann der Fotostrom aus dem p*-Gebiet vernachldssigt und fiir den
Fotostrom 7, die Beziehung abgeleitet werden

e—u?.w
1p=qcbo[1———- ] @)

1+ oL

L, ist die Diffusionsléange der Lécher im n-Gebiet, g die Elementarladung und @, der Strahlungs-
fluB. Der Absorptionskoeffizient a, ist die einzige GréBe der Gleichung, die von der Wellenldnge
abhéangt. Er bestimmt vorwiegend den spektralen Verlauf der Fotoempfindlichkeit der Diode. Die
Raumladungsbreite w héngt nach Gleichung (1) von der Spannung und Dotierung ab, die neben
der Kristallqualitat auch Ly beeinfluBt. Hohe Empfindlichkeit erreicht man mit groBen Werten von w
und/oder Lp.

Von der elektrischen Betriebsweise her unterscheidet man den Diodenbetrieb (mit Vorspannung)
und den Elementbetrieb (ohne Vorspannung). Im Elementbetrieb wirkt die Diode als Stromgenera-
tor, der die Strahlungsenergie in elektrische umwandelt. Der Zusammenhang zwischen Strom und
Spannung 148t sich, wenn man die Fotodiode als Stromquelle mit dem Fotostrom 7, auffaBt und
parallel zum Lastwiderstand R eine Diode mit gleicher Polaritdt schaltet (idealisiertes Ersatz-
schaltbild), formelmaBig wie folgt fassen:
u
I=1I[en Ur—1]-1,. 4)

Dabei ist 7, der Fotostrom, I der Sattigungsstrom, U die Spannung zwischen p- und n-Kontakt,
Uy das Spannungséquivalent der Temperatur und n der Diodenfaktor. Bei /, = 0 reduziert sich
Gleichung (4) zur normalen Diodengleichung und beschreibt die Kennlinie bei Dunkelheit (E, = 0).
Bei Beleuchtung verschiebt sich die Kennlinie entsprechend der Beleuchtungsstéarke nach unten.
Zu I = 0 (R = ») gehort die Leerlaufspannung

ID
U =nUidn| 1+ 7 5)
S

und zu U = 0 (Re = 0) gehdrt der KurzschluBstrom Iy = —1,,.

Zwischen Beleuchtungsstirke E, und Fotostrom I, besteht, je nach Diodentyp, iber viele
Zehnerpotenzen (8 und mehr) ein linearer Zusammenhang. Zwischen Leerlaufspannung U_ und
Beleuchtungsstarke E, dagegen besteht wegen I, ~ E, und I, >I; ein logarithmischer Zusam-
menhang. Der zur Leerlaufspannung U, gehorige FluBstrom /¢ ist gleich dem eingeprégten
der angelegten Spannung geringfligig andern. Dies erklart sich aus der Spannungsabhingigkeit
der RLZ. Der Dunkelstrom [1. Term in Gleichung (4)] spielt bei Silizium-Fotodioden erst bei extrem
niedrigen Beleuchtungsstarken (im Milliluxbereich) eine Rolle.
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2.2. Detektoren

2.2.1. Spektrale Empfindlichkeit

Bild 2 zeigt den spektralen Verlauf der Fotoempfindlichkeit einer Silizium- und einer Germanium-
Fotodiode. Zusétzlich eingetragen sind die Lagen der Emissionsmaxima der wichtigsten Leucht-
dioden und die Empfindlichkeit des menschlichen Auges.
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Die beiden Fotodioden {iberdecken den Wellenldngenbereich von etwa 300 bis 1800 nm. Dabei ist
die Siliziumdiode von gréBerer Bedeutung; sie tiberdeckt den sichtbaren Bereich und ist mit inrem
Empfindlichkeitsmaximum im nahen Infrarotgebiet gut an die GaAs-Lumineszenzdiode angepaBt,
deren bekanntestes Anwendungsgebiet IR-Fernsteuerungen und -Lichtschranken sind.

Die Empfindlichkeitsgrenze von Halbleiterdetektoren im langwelligen Spektralbereich A4 wird
durch den Bandabstand (Energiellicke) E, bestimmt.
h-c 1,24

Lg [nm] =4§ = ?gfé\_/]—

Den Verlauf der spektralen Empfindlichkeitskurve im ubrigen Wellenbereich bestimmen der
Absorptionskoeffizient u,, sowie die Rekombinationsverhéltnisse im Innern und an der Oberfldche
des Halbleiters (Tagerverlust). Der Abfall der Kurve zu kirzeren Wellenlangen hin folgt aus der
starkeren Absorption fiir kurzwellige Strahlung; es werden daher nur in den oberflichennahen
Bereichen Tragerpaare erzeugt, die aber wegen der dort herrschenden hohen Rekombinationsrate
groBtenteils fiir den Fotostrom verlorengehen.
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2.2.2. Fotodioden (PN- und PIN-Dioden)

Fotodioden lassen sich durch die Wahl der Betriebsweise und durch geeigneten inneren Aufbau
optimal dem jeweiligen Anwendungszweck anpassen. Neben dem schematischen Aufbau der
einzelnen Dioden zeigt Bild 3 den Dotierungs- und Feldverlauf sowie den Bereich, in dem bei
genligend hoher Spannung der Lawineneffekt stattfindet (lonisationsbereich). Bei der PN-
Fotodiode wird die in der Regel senkrecht zur p*-Zone einfallende Strahlung wegen der schmalen

PN -Diode PIN-Diode
e W
Dotierungsverlauf [Np-N,| [Np-N,|
102‘]‘7 1020+
cmS em-3
1015A
[ 1013_
X X
Feldverlauf E E
5-105 1 5-10%4
V/em [JEdx=U Vicm JEdx=U
L] X X
r-RLZ fe— RLZ —=f

Bild 3 Dotierungs- und Feldverlauf von Fotodioden

RLZ in der Hauptsache im quasineutralen p- und n-Gebiet absorbiert; also besteht der Fotostrom
vorwiegend aus einem Diffusionsstrom. Da die Diffusion der Trager verhaltnismaBig langsam vor
sich geht, werden PN-Dioden haufig dort verwendet, wo es weniger auf hohe Geschwindigkeiten
als auf niedrige Dunkelstréme ankommt. (Ein Elektron braucht zum Durchdiffundieren einer 5 pm
dicken p-Schicht 3 ns, ein Loch fir die gleiche Strecke im n-Gebiet 15 ns.) So findet man Si-PN-
Dioden in Belichtungsmessern, die noch bei Sternenlicht einwandfrei arbeiten; dies setzt
Dunkelstrome kleiner ais etwa 107" A/mm? voraus. Solarelemente gehdren ebenfalls zur Gruppe
der PN-Fotodioden.

Bei PIN-Fotodioden wird im Gegensatz zur PN-Diode das meiste Licht in der RLZ absorbiert. Sie
werden meist dort eingesetzt, wo es auf hohe Geschwindigkeit ankommt. Damit eine groBe RLZ
erreicht wird, muB nach Gleichung (2) méglichst eigenleitendes (Intrinsic ) Halbleitermaterial (meist
schwach n- oder schwach p-dotiert) als Grundmaterial eingesetzt werden, in das von der einen
Seite eine p*- und von der anderen Seite eine n*-Zone eindiffundiert wird. Man erhélt eine P*IN*-
Struktur (»sandwich«-Struktur).
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Infolge der groBen RLZ der PIN-Diode wird nach Gleichung (3) die Sperrschichtkapazitat C,
niedrig. Man arbeitet mit Werten von C, zwischen einigen Picofarad bis zu einigen Zehntelpicofa-
rad. Das Produkt aus C; und R, (Lastwiderstand) ergibt die Zeitkonstante des MeBkreises.

Um mdglichst »schnelle« PIN-Dioden zu erhalten, erhéht man die Spannung so weit, daB die
Trager mit Sattigungsgeschwindigkeit v, durch die RLZ driften. In Silizium und Germanium wird
bei Feldern von etwa 2 - 10* V/cm die Sattigungsgeschwindigkeit v.,; von 5 - 10° bis 1 - 10" cm/s
erreicht. Zum Durchdriften einer 5 um dicken Zone braucht ein Trager demnach etwa 50 ps.

2.2.3. Fotoelemente

Fotoelemente sind aktive Zweipole, die optische in elektrische Energie umsetzen, ohne eine
auBere Spannungsquelle zu bendtigen.

Die Eigenschaften eines Fotoelements werden im wesentlichen durch die Leerlaufspannung und
den KurzschluBstrom gekennzeichnet. Im KurzschiuBfall (U = Q) ist der Strom Ik eine lineare
Funktion der Beleuchtungsintensitdt und damit auch proportional zur bestrahlten Flache. Die
Leerlaufspannung U, steigt anfangs logarithmisch mit der Lichtintensitat an.

Diese ist von der ElementgroBe unabhéngig und betragt bei 1000 Ix etwa 0,5V. Um einem
Fotoelement die maximale Energie zu entziehen, muB der Belastungswiderstand R_ in der
GroBenordnung von R, = U, /I liegen. Der Innenwiderstand R, einer Fotozelle sollte mdglichst klein
sein, um unndtige Verluste zu vermeiden.

Flir Messungen der Lichtintensitét ist die Proportionalitéat zwischen optischem und elektrischem
Signal wichtig, in der Praxis gilt diese bis zu einem Belastungswiderstand von R; = U, /21.

Fotoelemente konnen durch Anlegen einer Spannung in Sperrichtung prinzipiell auch im
Diodenbetrieb verwendet werden. Diese Spannung darf natirlich die maximale Sperrspannung
nicht Uberschreiten.
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2.2.4. Fototransistoren

Im Prinzip entspricht ein Fototransistor einer Fotodiode (Kollektor-Basis-Diode) mit nachgeschal-
tetem Transistor als Verstarker. Der Fototransistor ist das einfachste integrierte fotoelektronische
Bauelement. Bild 4 zeigt eine praktische Ausflhrung eines bipolaren Fototransistors (Schnitt und
Draufsicht) mit Emitter (n*), Basis (p) und Kollektor (n); letzterer ist meist in ein schwachdotiertes n-

Si0, Emitter  Basis Siz Ny

et e
D= EE i

RLZ |

A S e G

Bestrahlte
Flache

0.2 mmZN

- ~ Bild 4
Bipolarer Fototransistor

und ein hochdotiertes n*-Gebiet unterteilt. Da die Diffusionslange L, der Locher im n*-Gebiet
aufgrund der hohen Dotierung klein ist, liefern den groBten Beitrag zum priméren Fotostrom /g
der Kollektor-Basis-Diode nur der p- und n-Bereich. Dies erklart auch die im Vergleich zu
Fotodioden geringere Fotoempfindlichkeit von epitaktischen Transistoren im langwelligen Bereich.
Ein GroBteil der langwelligen Strahlung wird im n*-Gebiet absorbiert, da der n-Bereich wegen der
Forderung nach kleinen Bahnwiderstadnden meist sehr diinn (10...20 pum) ausgebildet wird. Die
Draufsicht des Transistors zeigt eine groBflachig ausgefiihrte Basis, bei der der Emitter- und auch
der BasisanschluB seitlich angebracht sind; dadurch wird eine mdglichst gleichmaBige Flachen-
empfindlichkeit erreicht. Die Verstarkung von Fototransistoren liegt tblicherweise zwischen 100
und 1000. Abweichungen der Verstarkung von der Linearitat und damit vom linearen Zusammen-
hang zwischen Beleuchtungsstarke und Fotostrom betragen (lber etwa vier Zehnerpotenzen des
Fotostroms [, von einigen 100 nA bis zu einigen mA) weniger als 20%, meist unter 10%. Im
dynamischen Verhalten sind Fototransistoren unglinstiger als Fotodioden, da zu den Sammel- und
Ladevorgangen in Fotodioden noch die Verzbgerung durch den Verstarkungsmechanismus
(Millereffekt) hinzukommt. Zur Anstiegs- und Abfallzeit ¢, und & kommt beim Transistor noch die
Verzogerungszeit ty hinzu. Dies ist die Zeit, die vergeht, bis der Fotostrom nach Einschalten eines
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optischen Rechteckimpulses 10% seines Endwertes erreicht hat. Fir die Anstiegs- bzw. Abfallzeit
eines Fototransistors gilt folgender Zusammenhang:

1\°? ‘
t”=\/(‘2—> +a(R-Cgx- V)2
\ Zfp

Dabei ist f; die Transitfrequenz, R der Lastwiderstand, Ccg die Kollektor-Basis-Kapazitat, V die
Verstarkung und a eine Konstante, deren Wert zwischen 4 und 5 liegt. Die Anstiegs- bzw.
Abfallzeiten von Ublichen Fototransistoren reichen bei 1 kQ Lastwiderstand von 1 bis etwa 30 ps.
Daher eignen sie sich besonders zum Einsatz im Frequenzbereich bis zu einigen 100 kHz, der fir
wichtige Anwendungen wie Lichtschranken, Lochstreifen- bzw. Lochkartenleser ausreichend ist.

3. Sender (Strahlung aussendende Bauelemente & Emitter)
3.1. Lumineszenzdioden (IRED)

3.1.1. Definitionen

Lumineszenzdioden sind Halbleiterdioden, die bei StromfluB in DurchlaBrichtung elektromagneti-
sche Strahlung emittieren. Im Gegensatz zu einer Glilhlampe ist das Spektrum der Strahlung auf
einen schmalen Wellenldngenbereich begrenzt. Die Wellenlange der emittierten Strahlung wird im
wesentlichen durch das verwendete Halbleitermaterial bestimmt.

Lumineszenzdioden auf Galliumarsenid(GaAs)-Basis oder auf Galliumaluminiumarsenid(GaAlAs)-
Basis emittieren im nahen infraroten Bereich des Spektrums (IRED). Sie werden in Lichtschranken,
Lochkartenlesern, in der Infrarot-Fernsteuerung, der IR-Entfernungsmessung und in Optokopplern
eingesetzt. Als Empfanger dienen Si-Fotodetektoren, deren Empfindlichkeit gut an das Emissions-
spektrum der IRED-Dioden angepaft ist.

Die Vorteile dieser Halbleiterstrahlungsquellen sind im wesentlichen niedrige Betriebstemperatu-
ren, hohe mechanische Stabilitat, d. h. Unempfindlichkeit gegen mechanische Erschitterungen
oder Schwingungen, kleine Abmessungen und nicht zuletzt die leichte Modulierbarkeit der
Emission. Ein weiterer Vorzug ist ihre TTL-Kompatibilitat.
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3.1.2. Wirkungsweise und Materialien

Lumineszenzdioden arbeiten nach dem Prinzip der Injektionslumineszenz. Uber einen in FluBrich-
tung betriebenen pn-Ubergang werden UberschuB-Ladungstrager in das neutrale n- und p-Gebiet
injiziert, wo diese zum Teil strahlend unter Aussendung eines Photons der Energie hv = hc/A=E,
(h = Plancksche Konstante, v = Frequenz, ¢ = Lichtgeschwindigkeit, 1 = WeIIenlér_wge, E, =
Bandabstand) rekombinieren. Dies ist in Bild 5 am Energieschema fir einen pn-Ubergang
dargestellt.

Elektronen eUD\F _____ Leitungsband
5 0 0 6y o ~——————-—- Zwischenniveau

Band-

Eq abstand XY ? Valenzband
T Raum- : Lacher
| ladungs-|
@ n I zone | p
Lt
@ ohne dufere Spannung. | { ) s
(@ mit duherer anliegender ellUp-Ug) o °
Spannung. Diode in =
FluBrichtung (12 direkte ©® O_GL/——-__ 1
Rekombination. 2 2 in- —_—t L AZ L
direkte Rekombination) P

@ @ ® @
@ @@/

Bild 5 Der pn-Ubergang einer Leuchtdiode

Die Wahrscheinlichkeit fir strahlende Rekombination héngt wesentlich von dem Bandstrukturtyp
des betreffenden Halbleitermaterials ab. Bei den direkten Halbleitern mit GaAs als dem
wichtigsten Vertreter kann ein Elektron direkt aus dem Leitungsband in einen freien Zustand im
Valenzband (Loch) fallen, wobei die freiwerdende Energie als Photon abgegeben wird (vgl. Bild 6
links). Bei den sogenannten indirekten Halbleitern mit Si, Ge und GaP als den wichtigsten
Vertretern dagegen ist dieser Ubergang mit einer Impulsinderung des Elektrons verbunden. Die
Rekombination ist dann nur unter Beteiligung dritter Partner, wie z. B. Phononen oder Storstellen
méglich. Diese missen fiir den Impulsausgleich sorgen. Die bei dem Ubergang freiwerdende
Energie wird hauptséachlich als Warme an das Gitter abgegeben. Dies fuhrt dazu, daB in indirekten
Halbleitern die Wahrscheinlichkeit fur strahlende Rekombination um GréBenordnungen geringer
ist als in direkten. Trotzdem kann in einigen indirekten Halbleitern effektive strahlende Rekombina-
tion erzeugt werden. Dies gelingt durch Dotierung mit isoelektronischen Stérstellen. Die beiden
effizientesten isoelektronischen Storstellen in GaP sind das Stickstoffatom und das Zink-
Sauerstoff-Paar. Die strahlende Rekombination kommt dann Uber den Zerfall eines an die
isoelektronische Storstelle gebundenen Elektron-Loch-Paares (Exciton) zustande (vgl. Bild 6).
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Voraussetzung fir die Erzeugung effektiver strahlender Rekombination ist eine hohe Kristallper-
fektion, da Kristalldefekte als Zentren fiir nichtstrahlende Rekombination wirken. Deswegen
werden die aktiven Schichten von Lumineszenzdioden epitaktisch bei Temperaturen weit
unterhalb des Schmelzpunktes des Halbleitermaterials hergestellt.

GaAs \ GaP

Leitungsband

hwv hy

=— Exziton
Valenz-
band
- I - !
-k 0 +k -k 0 +k

Bild 6 Abhangigkeit der Energiezustdnde vom Wellenzahlvektor k bei direkten (GaAs)- und
indirekten (GaP)-Halbleitern

Als Materialien fur Lumineszenzdioden kommen llI-V-Verbindungshalbleiter und deren Mischun-
gen in Frage, da sich deren Bandabstidnde Uber ein breites Spektrum erstrecken und die
Bandstruktur, im Gegensatz zu den klassischen Halbleitern Si und Ge, die Erzeugung effektiver
strahlender Rekombination ermdglicht. Praktische Bedeutung haben vor allem die Halbleiter GaAs
und GaAlAs.

3.1.3. Infrarot-Lumineszenzdioden (IRED)

IR-Lumineszenzdioden basieren auf GaAs, dessen Bandabstand bei 1,43 eV liegt, was einer
Emission bei ca. 900 nm entspricht. Mit ihnen lassen sich héhere externe Quantenwirkungsgrade
erzielen als bei Lumineszenzdioden fur den sichtbaren Bereich. In Bild 7 ist links der schematische
Aufbau fir den Diodenkorper einer siliziumdotierten GaAs-IRED gezeigt. Die aktive Schicht von
hoher Kristallperfektion kann durch schmelzepitaktische Abscheidung (LPE = liquid phase epitaxy)
auf einem GaAs-Substrat aufgewachsen werden. Wegen des amphoteren Charakters der
Siliziumstorstelle bildet sich der pn-Ubergang wahrend des Abscheidevorgangs von selbst.
Aufgrund der Siliziumdotierung liegt die Emission bei 950 nm und damit so weit unterhalb der
Bandkante, daB die erzeugte Strahlung im Diodenkdrper nur wenig absorbiert wird. Ein Teil der
Strahlung verlaBt den Diodenkorper auf direktem Weg durch die nahe Oberflache. Aber auch die in
Richtung Substrat emittierte Strahlung ist nutzbar. Dazu wird die Riickseite des Diodenkorpers
verspiegelt und dient als Reflexionsfléche.
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IR (900nm) IR (820-880nm)
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Epitaxie LPE
pn-Ubergang LPE
Technologie  GaAs- IRED
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Bild 7 Aufbau der Diodenkorper fiir IRED

IREDs sind in Plastikgehdusen oder

in hermetisch dichten Glas-Metallgehdusen montiert.

Bei den Plastikbauformen (3 und 5 mm) kommt dem transparenten Kunststoffkdrper neben der
notwendigen Schutzfunktion im Gegensatz zu anderen Halbleiterbauelementen noch zusatzlich

die Funktion der Strahlauskopplung

System /—\/

Reflektorwanne

Kathode

.
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Zum einen wird durch den Kunststoff der Grenzwinkel der Totalreflexion fur den aus dem
Diodenkdrper austretenden Strahl herabgesetzt und damit die Strahlungsauskopplung erhdht;
zum anderen wirkt die gekrimmte Kunststoffoberflache wie eine Linse und beeinfluBt damit die
Abstrahlcharakteristik.

Wesentlich fiir den Anwender ist die Abstrahicharakteristik. Verwendet man die Lumineszenzdi-
oden in Anordnung ohne optische Linsen, wie z.B. in einem Lochstreifenlesekopf, soll der
Offnungswinkel der Strahiung kiein sein.

In Verbindung mit optischen Linsensystemen bevorzugt man Bauformen, bei denen die Strahlung
durch ein Planfenster austritt.

Die Zeilenbauformen eignen sich flir verschiedenste Anwendungen, da sie beliebig aneinander-
gereiht werden konnen.

Die Weiterentwicklung der Si-dotierten Schmelzepitaxie-IRED zielt auf Erweiterung des Wellenlan-
gen-Bereiches. Der amphotere Charakter der Si-Dotierung bleibt in dem ternéren Mischkristall
(GaAlAs erhalten, in dem durch den Al-Anteil der Bandabstand verandert werden kann. Daraus
ergibt sich die Mdglichkeit, Emissionswellenldngen im Bereich zwischen 850 und 900 nm zu
erzeugen und die Sendedioden auf das Maximum der Detektorempfindlichkeit abzustimmen. Mit
selektiv empfindlichen Detektoren kénnte man dann Ubertragungssysteme mit zwei (oder mehr)
optisch getrennten Kanalen aufbauen.

3.1.4. Elektrisch-optische Eigenschaften von IREDs

In Bild 9 ist die Lage des Emissionsspektrums der IRED relativ zur Empfindlichkeitskurve der
Si-Fotodiode dargestellt.
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Die emittierte Strahlung andert sich bei den GaAs-Dioden und bei den GaAlAs-Dioden im
normalen Betriebsbereich annahernd linear mit dem DurchlaBstrom.

Ist der DurchlaBstrom sehr hoch, nahert sich die Kurve asymptotisch einem Grenzwert. Ursache
dafir ist eine starke Erwarmung des Halbleitersystems. Der Linearitatsbereich 4Bt sich erweitern
durch Ubergang vom statischen zum Impulsbetrieb. Bei kleinen DurchlaBstrémen tritt ebenfalls
eine Nichtlinearitat auf. Sie wird durch nicht zur Strahlung beitragende Stromanteile verursacht,
die der Anwender nicht beeinflussen kann. Die Strahlungsleistung in Abhangigkeit vom DurchlaB- .
strom ist in Bild 10 dargestelit.

Die Strahlstarke nimmt bei einem festen eingepragten Strom mit zunehmender Temperatur ab. Der
Temperaturkoeffizient ist fir GaAs —0,7% und fir GaAlAs ca. —-0,5% pro Grad Celsius. Dies ist fiir
viele Anwendungen vernachlassigbar. Wenn die Temperaturabhéngigkeit stdrt, kann man sie mit
Kompensationsschaltungen weitgehend eliminieren.

Bei Lumineszenzdioden nimmt die emittierende Strahlungsleistung mit zunehmender Betriebs-
dauer ab (»Alterung«). Bei IRED betragt die mittlere Lebensdauer, in Abhangigkeit von Betriebs-
strom und Umgebungstemperatur, etwa 10° h (extrapoliert aus Dauerversuchen). Siehe Bild 11.
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Abhangigkeit vom DurchlaBstrom Abhéngigkeit von der Betriebsdauer
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4. MeBtechnik

Optoelektronische Halbleiter-Bauelemente, Fotoelemente, Fotodioden, Fototransistoren etc. sind
spezielle, auf ihren Verwendungszweck hin entwickelte Ausfihrungsformen normaler Halbleiter-
Bauelemente. lhre MeBtechnik beinhaltet die libliche und bekannte MefBtechnik von Dioden und
Transistoren und baut auf dieser weiter auf. Hinzu tritt erganzend die spezielle optoelektronische
MeBtechnik. Gleichgliltig, ob es sich bei den zu messenden Objekten um strahlungsempfindliche
(Empféanger) oder strahlungsaussendende (Sender) Bauelemente oder um die Kombination von
beiden (Optokoppler) handelt, das MeBsystem Strahler-Empfanger bleibt das gleiche, nur das
MeBobjekt wechselt seinen Platz. Der wesentliche Unterschied zur blichen MeBtechnik liegt in
der Breitbandigkeit des MeBsystems und den ausgeprédgten spektralen Eigenschaften von
Strahlern und Empfangern und dem Problem der exakten Beschreibung dieser Eigenschaften und
ihrer Reproduzierbarkeit, um jederzeit und an jedem Ort zu Ubereinstimmenden MeBergebnissen
zu kommen. Das erfordert die Beachtung der nachfolgenden Hinweise.

4.1. Empfanger (Bestrahlungsempfindliche Bauelemente)

Bestrahlungsempfindliche Halbleiter-Bauelemente dienen der Umsetzung von Strahlungsenergie
in elektrische Energie. Strahlungsenergie kann dem Bauelement in vielféaltiger Form angeboten
werden, je nachdem, welche Strahlungsquelle benutzt wird. Fir MeBzwecke kommen nur
Strahlungsquellen in Frage, die in ihrer spektralen Energieverteilung gut erfaBbar und reproduzier-
bar sind. Das sind thermische Strahlungsquelien wie die Wolfram-Fadenlampe, die zumindest in
dem hier interessierenden Wellenlangenbereich dem schwarzen Strahler sehr nahe kommt, und
monochromatische Strahler, die nur Strahlung einer Wellenldnge oder zumindest eines sehr engen
Wellenlangenbereiches abgeben, also vor allem Lumineszenzdioden und die Kombination von
beliebigen Strahlern mit schmalbandigen Filtern. Speziell fir die Anwendung mit Infrarot
emittierenden Dioden (IRED) gewinnt diese Messung der spektralen Fotoempfindlichkeit mehr und
mehr an Bedeutung und I0st die integrale Messung mit Normlicht A ab.

Die Wolfram-Fadenlampe wird wegen ihrer hohen Energie vor allem fir die Messung der
Strahlungsempfindlichkeit bei Einstellung auf eine »Farbtemperatur« von 2856 K, entsprechend
Normlichtart A nach IEC 306-1 Teil 1 und DIN 5033 benutzt, wéhrend Lumineszenzdioden wegen
der Moglichkeit, sie bis zu hohen Frequenzen zu modulieren bzw. zu pulsen, vor allem fir
Grenzfrequenz- und Schaltzeitmessungen verwendet werden. An dieser Stelle muB noch auf
folgendes hingewiesen werden. Die Definition der »Farbtemperatur« (siehe Abschnitt 5.1) zeigt,
daB diese Angabe im Grunde fir die optoelektronische MeBtechnik nur sehr beschrankt,
gewissermaBen als HilfsgroBe, brauchbar ist. Sie hat sich aber leider eingeburgert. In der Praxis
geschieht die Kalibrierung der Lampen auch nicht auf Farbtemperatur, sondern auf »Verhaltnis-
temperatur im sichtbaren Bereich«, meistens auf ein Griin-Rot-Verhaltnis. Eine Erweiterung auf ein
Grin-Rot-Infrarot-Verhéltnis und damit eine Anndherung an die fir unsere MeBtechnik einzig
richtige »Verteilungstemperatur«, im Wellenlangenbereich 350...1200 nm oder besser
300...1800 nm, ist erstrebenswert. Sie stdBt derzeit aber noch auf Schwierigkeiten bei den
Lampenherstellern wegen der hierzu erforderlichen Erweiterung der Kalibrier-Vorrichtungen und
der relativ kleinen Stlickzahl bendtigter Lampen.

Die fiir MeBzwecke verwendeten Wolframlampen missen auf eine relative spektrale Energievertei-
lung eingestellt werden, die der des schwarzen Strahlers bei einer Temperatur von Ublicherweise
2856 K zumindest im Wellenlangenbereich 350...1200 nm entspricht, und unter sehr konstanten
Bedingungen betrieben werden. Hierzu ist es erforderlich, die Lampe mit konstantem Strom zu
betreiben, wobei die Abweichung vom Sollwert kleiner als +0,1% gehalten werden muB. Diese
Forderung scheint sehr hoch, doch ist zu beriicksichtigen, daB eine Schwankung des Lampen-
stroms um 0,1% eine Anderung der Strahlungsintensitdt um 0,7% und eine Anderung der
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Farbtemperatur von 2 Kelvin zur Folge hat. Selbstverstandlich kann die Lampe auch mit
konstanter Spannung betrieben werden, doch ist dies wegen der unvermeidlichen und sich
verandernden Ubergangswidersténde in der Lampenfassung in der Praxis schwerer zu realisieren,
so daB ein Betrieb mit konstantem Strom vorzuziehen ist. Eine gleichzeitige Kontrolle der
Lampenspannung erlaubt eine Uberwachung der Lampe auf Veranderungen ihrer Eigenschaften,
z.B. durch Abdampfen von Glihfadenmaterial, und gibt damit einen Hinweis, wann die Lampe fir
MeBzwecke nicht mehr geeignet ist und ausgetauscht bzw. neu kalibriert werden muB. Diese
Kontrolle ist vor allem bei den als Normal fur Farbtemperaturen und Strahl- bzw. Lichtstarke
benutzten »Normlampen« zu empfehlen.

Fir allgemeine MeBzwecke, vor allem bei Serienmessungen, kommen die von der PTB bzw. den
Herstellern ausgemessenen Normlampen wegen der Kosten, vor allem der Kalibrierung, in der
Regel nicht in Frage. Deshalb werden die Gebrauchslampen durch Vergleich mit diesen
Normlampen auf die vorgegebenen Werte eingestellt. Dies geschieht folgendermaBen:

4.1.1. Einstellen der Farbtemperatur

Die Normlampe wird auf Strom und/oder Spannung entsprechend Werkpriifschein eingestelit. Um
exakte und reproduzierbare Werte zu erhalten, muB die Lampenfadenflache auf +1° genau in die
Senkrechte eingestellt werden. Nach einer Einbrennzeit von ca. 30 Minuten wird der Fotostrom
eines linearen Empféngers, Ublicherweise der KurzschluBstrom eines Fotoelements, hinter jeweils
einem schmalbandigen Filter mit einer DurchlaBwellenldnge von ca. 500 nm bzw. 900 nm
gemessen. Es ist darauf zu achten, daB die Filter keinen weiteren DurchlaBbereich haben. Das
Verhéltnis dieser beiden MeBwerte charakterisiert die spektrale Energieverteilung des schwarzen
Strahlers bei der gegebenen Temperatur. Nun wird der Lampenstrom der zu kalibrierenden Lampe
so lange verandert, bis das Verhaltnis der hinter den beiden Filtern gemessenen Fotostrome dem
vorher an der Normlampe gemessenen entspricht. Damit hat die Gebrauchslampe die gleiche
Farbtemperatur (genauer gesagt: Verhaltnistemperatur) wie die Normlampe. Es sei hier noch
erwahnt, daB die Kalibrierung der Lampe in dem Gehduse erfolgen muB, in dem sie spater
betrieben werden soll, da gednderte Warmeverhiltnisse und Reflexionen im Gehéduse zu
erheblichen Anderungen in den Strahlungseigenschaften der Lampe filhren kénnen.

4.1.2. Einstellen der Normlampe
(zum Prifen der Bestrahlungsstéarke)

Im Werkprifschein der Normlampe ist lblicherweise die Strahl- (I) bzw. Lichtstarke (1,) fur die
Richtung senkrecht zur Glihfadenflaiche angegeben. Bei hinreichend groBem Abstand des
MeBobjekts zum Gliihfaden, mindestens dem 10fachen der maximalen Glihfadenabmessung, gilt
fir die Bestrahlungsstérke E, (in mW/cm?) bzw. fiir die Beleuchtungsstérke E, (in Lux):

E = I/R?, woraus sich nach R = \/I/E'der Abstand fiir den gewlinschten Wert von E errechnen |aBt.
Bild 13 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Nun wird der Fotostrom des Fotoelements in diesem Abstand von dem Giliihfaden der Normlampe
gemessen und anschlieBend der Abstand zur Gebrauchslampe mit dem Fotoelement eingestellt,
bei dem der gleiche Fotostrom flieBt. Ist ein genligend genaues Luxmeter (z. B. Osram-Centra-V;-
Si-Fotoelement) bzw. ein Leistungsmesser mit genligender Bandbreite vorhanden, so kann
natlrlich die Einstellung auch hiermit erfolgen. Bei MeBgeraten fur die Bestrahlungsstarke ist zu
beachten, daB im allgemeinen nicht der gesamte Bereich der spektralen Energieverteilung des
(schwarzen) Strahlers erfaBt wird, z.B. wegen Einbau des Thermoelements hinter einem
Quarzfenster. Auf diese Weise ist die gemessene Bestrahlungsstarke E, gegeniiber dem schwar-
zen Strahler zu gering. Dies flihrt dazu, daB das MeBobjekt bei Einstellung von E, mit diesem Gerit
bei einer zu hohen Bestrahlungsstérke gemessen wird (verkirzter Abstand zum Strahler), obwohl
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es selbst fir den im StrahlstarkemeBgerat ausgefilterten Spektralbereich unempfindlich ist. Das
kann zu Fotostromdifferenzen bis zu 20% fiihren. Bei der Bestrahlungsstarke muB daher das
benutzte MeBgerat genannt werden, um MeBergebnisse vergleichen zu konnen (spektrale
Empfindlichkeitskurve, Fenstermaterial usw.). AuBerdem muB fir die Farbtemperatur des Strahlers
der Korrekturfaktor angegeben werden, der auf den schwarzen Strahler bezogen ist.

Die in diesem Buch angegebenen Bestrahlungsstérken sind mit dem LeistungsmeBgerat RK 5100,
MeBkopf RKP 545 der Fa. Laser Precision Corp. gemessen.

Von der PTB bzw. den Lampenherstellern werden Normlampen z. Z. nur auf Farbtemperatur bzw.
Verhéltnistemperatur im sichtbaren Bereich ausgemessen. Bedingt durch den Aufbau der
Normlampen, besonders durch ungleichmaBige Temperaturverteilung tber die Glihfadenflache
(Wéarmeableitung durch Aufhangung), garantieren diese Ausmessungen, selbst bei Lampen des
gleichen Typs, keinen gleichartigen Verlauf der spektralen Energieverteilung im Infrarot, in dem die
zu messenden Bauelemente Uiberwiegend ihr Maximum haben. Dies auBert sich in Fotostromun-
terschieden bei gleichen MeBbedingungen (z.B. E, = 100 Ix und T = 2856 K) von einigen % bis
(iber 10%, je nach Lampentyp. Lampen mit Wendel bzw. Doppelwendel zeigen dieses Verhalten
besonders stark. Lediglich die neue Ausflihrung der Wi41G von Osram mit freistehendem
Gliihfaden bildet hier eine Ausnahme mit Streuungen von Lampe zu Lampe von einigen Promille,
wie Messungen an einer groBeren Zahl von Lampen gezeigt haben, so daB sie als Normlampe im
Zusammenhang mit Halbleiter-Fotobauelementen empfohlen werden kann.

4.1.3. Fotoempfindlichkeit

Zur Messung der Fotoempfindlichkeit (Fotostrom bzw. Fotospannung) werden die zu messenden
Bauteile an die fiir die jeweilige Bestrahlungsstérke ermittelte Stelle gebracht und dort so gefat,
daB die bestrahlungsempfindliche Flache des Halbleiter-Chips senkrecht zur Lichtrichtung steht.
Zylindrische Bauteile, wie z. B. in TO-18- bzw. TO-5-Gehé&usen oder &hnlichen Plastikgeh&dusen,
werden so gehalten, daB die Gehauseachse bzw. die Achse der Anschllisse mit der Strahlungs-
richtung zusammenfélit. Dies ist vor allem bei Bauteilen mit stark bilindelnder Linse wichtig. Eine
Halterung geméaB Bild 12 mit beweglich gehaltener (schwimmender) Fassung flir die AnschluB-
dréhte hat sich hierfur bewahrt.

* gefedert

Blendenschirm

verschiebbar
Bild 12 I.-MeBplatz fiir Optobauelemente
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4.1.4. Raumwinkel

Der Raumwinkel ist ein Teil des Raumes. Er wird begrenzt von all den Strahlen, die von einem
Punkt (Strahlungsquelle) kegelformig ausgehen und auf einer geschlossenen Kurve im Raum
enden. Wenn diese geschlossene Kurve auf der Einheitskugel liegt (Radius R =1 m) und eine
Flache von 1 m? umschlieBt, und wenn alle Strahlen vom Mittelpunkt der Einheitskugel ausgehen,
dann hat der Raumwinkel die Einheit 1 Sterad (sr).

Quelle mit Strahlstarke I ‘
bzw. Lichtstarke I
\ ] ‘ S

aumwinkei (1 Steradj

w
=
-—h
»
b

4.1.5. KurzschluBform

Bei der Messung des KurzschluBstromes i von Fotoelementen ist darauf zu achten, daB der
Innenwiderstand des verwendeten MeBgeréts klein gegen den Innenwiderstand des Fotoelements
ist, desgleichen bei der Messung der Leerlaufspannung U, daB der Innenwiderstand des
MeBgerats groB gegen den Innenwiderstand des Fotoelements ist. Bild 14 zeigt diesen Zusam-
menhang (z. B. beim Fotoelement BPY 11P fiir £, = 100 Ix).

pA mV

I=t(R.) £, =100k U

U=1(Ry) U
—~ )
§ 2
£ 104 Iy g

I
5.
T T T T T Bild 14
100 K 10K 100K M M2 [haw. U= f (R fir
Lastwiderstand R —= Fotoelement BPY 11 P
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4.1.6. Schaltzeiten

Die Messung der Schaltzeiten geschieht oszillographisch in einem MeBaufbau, entsprechend den
in Bild 15 angegebenen Schaltungen, mit Hilfe einer gepulsten Strahlung emittierenden Sende-
Diode als MeBquelle und eines Zweistrahl-Oszillographen. Die Schaltzeiten des Senders mussen
selbstverstandlich klein gegen die Schaltzeiten des zu messenden Bauelementes sein.

“U, ~Us
2 T Kanal I
Kanal 1 Kanal 11 Kanal 1I
Bild 15
Messung der Schaltzeiten
IRED Fototransistor Fotodiode Fotoelement bei Detektoren

Ie Eingangsimpuls
I }Ausgangsimpuls |

! [

| | T 1

| |

l | o

1 | &Y

| - o

1 | o o

| [

| I

Vo w — ! t

et ] + Iy * -t

’[ i " Bild 16
- foin - Faus Definition der Schaltzeiten

Einschaltzeit t,:
Zeit, in der der Fotostrom I nach Einschalten des Steuerstroms I auf 90% seines Maximalwertes
ansteigt.

Anstiegszeit t:
Zeit, in der der Fotostrom /¢ von 10% auf 90% seines Endwertes ansteigt.

Ausschaltzeit t,,s:
+Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstroms I der Fotostrom I auf 10% seines Maximalwertes
absinkt.

Abfallzeit t;:
Zeit, in der der Fotostrom I von 90% auf 10% seines Maximalwertes absinkt.
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4.2. Sender (Strahlung aussendende Bauelemente)

4.2.1. Strahlung im infraroten Bereich (IRED)

Die Messung der Strahlstarke I, in Richtung der Geh&useachse sollte mit einem wellenldngenun-
abhangigen Empfénger (Thermoelement) erfolgen, doch bereiten geringe Empfindlichkeit, Tragheit
und Temperaturempfindlichkeit hier Schwierigkeiten. Aus diesem Grund erfolgt die Messung im
allgemeinen mit Hilfe eines entsprechend kalibrierten Fotoelements. Hierbei ist jedoch die
spektrale Empfindlichkeitskurve des Fotoelements zu beriicksichtigen und fiir Abweichungen in
der abgestrahlten Wellenlange des zu messenden Strahlers eine Korrektur am MeBergebnis
vorzunehmen (z.B. IRED mit unterschiedlicher Herstellungstechnologie). Fiir die Messung der
Gesamtstrahlung des Bauelements wird eine Ulbrichtkugel verwendet.

Die vom MeBobjekt in die Kugel abgestrahite Leistung wird von den Winden der Ulbrichtkugel
reflektiert, so daB eine gleichmaBige Ausleuchtung der Kugel erfolgt. Da keine direkte Strahlung
vom Sender auf den Empféanger (z. B. Fotodiode) trifft, ist diese Messung von der Abstrahlcharak-
teristik des Senders weitestgehend unabhéngig. (MeBschaltung siehe Bild 17.)

I.-Messung

]Fz'lOOmA,fp=20ms R
Ga As-Diode Kalibrierte Fotodiode ?
(IRED) mit Verstdrker (z.B. BPW 33)
\\§ 3

}IK Un~ Ie, e

Bild 17 Kalibrierte Fotodiode (z. B. BPW 33) mit Verstarker und MeBschaltung
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Bild 18 Definition des Raumwinkeis (Steradiant)

4.2.2. Strahlstiarkemessung stark biindeinder Infrarot-Sendedioden (IRED)

Infrarot-Sendedioden werden in Fernsteuerungen, Lichtschranken, Regelschaltungen, Alarmanla-
gen usw. eingesetzt.

Zur Erhhung der Reichweite werden zunehmend strahistérkere Sender verlangt. Erreicht wird
dies durch stirkere Biindelung der Strahlung, d.h. durch Verringerung des Abstrahlwinkels (ca.
+10 Grad), was zu Ungenauigkeiten bei der I.-Messung flhren kann.

Die Strahlungsleistung wird in Achsrichtung der IRED gemessen und in mW/sr (sr = Steradiant)
angegeben (siehe Bild 18).

Bei den ublichen MeBverfahren wird die Strahlleistung der IRED in Achsrichtung in 10 cm Abstand
mit einem Detektor mit einer Flache von 1 cm? gemessen. Das entspricht 0,01 sr bzw. einem
Offnungswinkel von 6,5 Grad. Dieses Verfahren zeigt bei den IREDs mit einem Halbwinkel von
~20 Grad befriedigende Ergebnisse mit einem MeBfehler <10%, der jedoch bei kleiner werden-
den Halbwinkeln ansteigen kann.

Folgende Punkte kénnen Fehlerquellen sein und EinfluB auf die Messung haben:

1. Genauigkeit der Stromeinpragung

2. Empfanger, MeBverstérker (Linearitat, Rauschen usw.)
3. Fehler in der Anzeige

4. Inkonstanz der Temperatur

5. Fremdlicht

6. Unprazises Ausrichten in der Achsrichtung.

Die Punkte 1 bis 4 tragen zum Gesamtfehler am wenigsten bei. Unter der Voraussetzung, daB3
geniigend Signal zur Verfligung steht, sind sie <1%.
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Reflexionen werden durch Blenden vermieden, Fremdlicht wird durch einen entsprechenden,
lichtdichten Aufbau (MeBrohr) auf einen vernachléassigbaren Wert gedampft (Bild 19).

optische Achse

Lichtundurchldssiges Gehduse
Einfach-oder 21fach-Detektor

Raum fir
//T/Verstdrker
T V7T
Blenden zur
Vermeidung von
= Reflexionen
100 mm W /
J \ I [|—freier Strahlengang
— m (=6 Grad zur Achse, volle

Ausleuchtung des
TT Sender 21fach-Empfiingers)

Bild 19 Prinzipaufbau mit Einzel- oder Mehrfachdetektor
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Am meisten stort eine fehlerhafte Ausrichtung der IREDs in der optischen Achse. Bereits eine
Fehljustierung von 2 bis 3 Grad bei Bauelementen mit einem Halbwinkel von 20 Grad kénnen
MeSBfehler bis zu 10% zur Folge haben, da dann die Hauptkeule des ausgesandten Strahlungs-
blindels nicht mehr voll auf den Empfanger trifft (Bild 20). In der Praxis zeigte sich, daB bei
engbiindeinden IREDs (Halbwinkel ca.10 Grad) dieser Fehler bis auf 30% ansteigen kann
(Bild 21). Eine reproduzierbare Messung ist dann nicht mehr moglich.

Einfach-
detektor

21fach-

Einfach- |
Detektor +

+ detektor

30° 30° 30°

 40° 40° 40°

50° 50° 50°
60°
70°
80°

60° 60°
70° 70°
80° 80°
90° 90° 90°

Bild 21 Idealisierte Abstrahlcharakteristik

Bild 20 lIdealisierte Anstrahicharakteristik

der LD 271

Eingetragen ist der MeBwinkel, der vom Ein-
fach-Detektor sowie vom 21fach-Detektor er-
faBt wird

der LD 274

Eingetragen ist der MeBwinkel, der vom Ein-
fach-Detektor sowie vom 21fach-Detektor er-
faBt wird

Als Ausweg besteht die Mdoglichkeit, eine so groBe Empfangsdiode einzusetzen, daB die
Hauptstrahlungskeule in jedem Fall auf die bestrahlungsempfindliche Flache trifft. Leider zeigte
sich, daB bei diesem Verfahren IREDs mit sehr verschieden starker Bilindelung dasselbe
Ausgangssignal bewirken wie der Detektor. Damit ist dieses Verfahren fiir die Messung
engbiindelnder IREDs unbrauchbar, da ja die hohe Intensitdt in der Strahlungskeule der
wesentliche Vorzug engbiindelnder Dioden ist.

Andererseits sind bei gleicher Bauform und Chips mit gleicher Gesamtstrahlungsleistung (®,) &hn-
liche I,-Werte zu erwarten.
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Aus diesem Grunde wurde versucht, fiir diese Falle ein reproduzierbares, praxisbezogenes
MeBsystem zu entwickeln. Es besteht aus einem Empfingerarray mit 21 Einzeldioden (Bild 22).
Jede Si-Fotodiode ist 3 x 3mm groB, die GesamtgroBe der empfindlichen Flache somit
15 x 15 mm, wobei an den 4 Eckpunkten die Detektoren nicht mit angeschlossen sind. Daraus
ergibt sich, daB bei einem MeBabstand von 10 cm innerhalb eines Winkels von +4,3 Grad zur
Achse das Maximum erfaBt wird.

Silizium-Detektor mit 1 cm Kantenlédnge Silizium-21fach-Detektor:
(10 mm x 10 mm £ 0,01 sr 21 Einzelchips mit je 3 mm Kantenléange
bei 10 cm MeBabstand) (B3 mm x 3mm 2 0,009 sr

Bild 22 GroBenvergleich der Detektoren bei 10 cm Mefabstand)

A
Y B
I
L ! A
! —0
: [ - Ausgang
) 21 VersffirkerJ
) L
' ¥
1
1
I
3
\ Bild 23 Prinzipschaltbild fiir eine 21fach-Detek-
K torschaltung
§ A4 + Die Dioden am Ausgang bewirken, daB der Verstarker
Nr. 21 mit dem gréBten negativen Signal die Signale der
J- anderen 20 Verstarker unterdriickt.
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Ein groBerer Winkel ist nicht sinnvoll, da dann auch »schielende« Teile (z. B. durch Mittenversatz
des Chips) unter Umstanden als gut bewertet werden.

Jeder Si-Fotodiode ist ein eigener Verstarker zugeordnet. Streuungen der Fotoempfindlichkeit der
einzelnen Si-Fotodioden kodnnen durch Abgleich dieser Verstérker ausgeglichen werden. Ihre
Ausgdnge sind so miteinander verschaltet, daB am Ausgang das Maximum angezeigt wird
(Bild 23).

4.2.3. Messung der Schaltzeiten

Fir die Messung gilt das bei bestrahlungsempfindlichen Bauelementen Gesagte, nur daB jetzt eine
Fotodiode als MeBempfanger dient, deren Schaltzeiten klein gegen die der zu messenden IRED
oder LED sein missen.

lLREEDD Fotodiode

Kanal 1 Kanal 2
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5. Begriffe, Definitionen, Normen

5.1. Temperaturbegriffe bei optischen Strahlungen

Lfd.

Nr.

Begriff

For-
mel-
zei-
chen

Beziehung
zur
Planckschen
Strahlung

Definition

Temperatur, die jeder optischen Strahlung zugeordnet werden kann

1

Schwarze
Spektrale
Strahlungs-
temperatur

radiance
temperature

Ts

Gleichheit
der spektra-
len Strahl-
dichte einer
ausgewahl-
ten Wellen-
lange

Zur spektralen Strahldichte jeder Wellenlange
einer zu kennzeichnenden Strahlung IaBt sich
diejenige Temperatur der Planckschen Strah-
lung angeben, bei der diese bei derselben
Wellenlénge die gleiche Strahldichte besitzt.
Pyrometerformel (nach Wien):

1 1 In (e-7)
— = — — —In (e
T, T Co et

Temperaturen, die nur optischen Strahlungen

werden kdnnen

mit bestimmten Eigenschaften zugeordnet

2 Farb- T; Gleichheit Wenn eine Strahlung eine Farbe besitzt, die

temperatur der Farbe der Farbe einer Planckschen Strahlung

gleicht, so ist die Temperatur der letzteren die
color Farbtemperatur der zu kennzeichnenden
temperature Strahlung.

3 ahnlichste T, moglichst Wenn eine Strahlung eine Farbe besitzt, die
Farb- weitgehende | der Farbe einer Planckschen Strahlung zwar
temperatur Farb- nicht gleicht, ihr aber — empfindungsgeman

ahnlichkeit bewertet — nahekommt, so ist die Temperatur
correlated der farbahnlichsten Planckschen Strahlung
color die ahnlichste Farbtemperatur der zu kenn-
temperature zeichnenden Strahlung.

4 Verteilungs- T, Gieichheit Wenn eine Strahiung in einem anzugebenden
temperatur der relativen | Wellenlangenbereich zwischen X, und %, eine

spektralen spektrale Verteilung besitzt, die der einer
distribution Strahlungs- Planckschen Strahlungsverteilung proportio-
temperature verteilung nal ist, so ist die Temperatur der letzteren die
zwischen X, Verteilungstemperatur der zu kennzeichnen-
und X, den Strahlung.

5 Verhaltnis- T. Gleichheit Wenn der Quotient Q der Strahlung zweier

temperatur des Quotien- | (enger) Wellenlangen(bereiche) %, und %, einer
ten der zu kennzeichnenden Strahlung dem entspre-
ratio Strahlung chenden Quotienten einer Planckschen
temperature zweier aus- Strahlung gleicht, so ist die Temperatur der
gewahlter letzteren die Verhaltnistemperatur der zu
Wellen- kennzeichnenden Strahlung Q zwischen 0
langen (& T=0)und

At et (& T = o) mit g <k

DIN 5496, DIN 5033, DIN 5031

Internationales Worterbuch der Lichttechnik,
3. Auflage 1970, herausgegeben von CIE und IEC.
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Bestimmung Bemerkungen

Pyrometrie In der visuellen Pyrometrie wird meist mit einer wirksamen Wellenlange von
etwa 650 nm gearbeitet. Im allgemeinen Fall ist die Schwarze Temperatur
wellenlangenabhéngig. Die Schwarze Temperatur ist stets kleiner als die
wahre Temperatur.

Farbmessung Im allgemeinen Fall ist kein RuckschluB von T; auf die spektrale Verteilung

moglich. Bei reinen Temperaturstrahlungen ist T; meist ndherungsweise
gleich T, im sichtbaren Bereich.

Die Angabe einer &hnlichsten Farbtemperatur ist nur sinnvoll, wenn die Farbe
der zu kennzeichnenden Strahlung weniger als etwa 10...15 Empfindungs-
schwellen vom Planckschen Kurvenzug entfernt liegt. Geht der Farbunter-
schied gegen 0, so geht 7, in T; Uber.

Spektrale
Messung

UmfaBt der Bereich der spektralen Proportionalitat das Sichtbare, so ist
Ti=T.

Da es keine Strahlungsquellen gibt, die die spektrale Proportionalitatsbedin-
gung in einem groBen Wellenlangenbereich streng erflillen, werden in der
Praxis Abweichungen bis zu einigen Prozenten zugelassen, so daB z. B. flr
eine Wolframstrahlung im Wellenlangenbereich von etwa 400 zu 50 nm gilt
T~ T.

»Blau/Rot«-
Messung

Im allgemeinen Fall ist kein RuckschluB von T, auf die spektrale Verteilung
maglich. Bei reinen Temperaturstrahlungen ist T, zwischen A, und A, meist
naherungsweise gleich T,, wenn die beiden Wellenlangen nicht zu weit
auseinanderliegen.

Beim grauen Strahler, der durch einen wellenlangenunabhangigen Emissionsgrad ¢ (1) =
constant gekennzeichnet ist, fallen die Zahlenwerte mehrerer Temperaturen mit der wahren
Temperatur zusammen. T=T, = T, = T;= T, = T, (Ausnahme: T, <T).
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5.2. Strahlungs- und Lichtmessung

Strahlungsphysikalische GréB8en

Lfd. Nr. GroBe For- Sl- Beziehung Vereinfachte Erklarung
mel Ein-
zei- heit
chen
1 Strahlungs- D,; W Die Strahlungsleistung ist
leistung P die gesamte in Form von
N Strahlungs- Strahlung auftretende
~— fluB Leistung
AN radiant
power
Senderseitige GroBen
2 Strahl- I, W dd, Strahlstarke ist Strah-
-y starke sr e~ do, lungsleistung pro Raum-
== 48 | radiant winkel
=" | intensity
3 Strahl- L, wo|, _ de Strahldichte ist Strah-
(IS dichte m? sr e dA, - dQ, lungsleistung pro Flache
'—dfz radiance und Raumwinkel
~¢
Empféangerseitige GroBen
4 Be- E, w E - do, Bestrahlungsstarke
- strahlungs- m? °7 dA, ist einfallende
- starke Strahlungsleistung
—Win irradiance pro (Empfanger-)

Flache.

Bei den Formelzeichen dirfen die Indizes »e« (= energetisch) und »v« (= visuell) weggelassen
werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.

DIN 1301, DIN 1304, DIN 5031, DIN 5496
Internationales Wérterbuch der Lichttechnik, 3. Auflage, herausgegeben von CIE und IEC.
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Spektrale strahlungsphysikalische GréBen

Lichttechnische GréBen

GroBe For- Praktische GroBe For- Prak-
mel- Einheit mel- tische
zei- zei- Einheit
chen chen

Spektrale @, w Lichtstrom D, Im

StrahlungsfluB- nm luminous flux Lumen

verteilung

Spektrale L w Lichtstarke 1, Im

Strahlstarke- sr nm luminous o ~cd

verteilung intensity Candela

Spektrale Ley w Leuchtdichte L, cd

Strahidichte- cm? sr nm luminance om? _ 5P

verteilung Stilb

Spektrale E., W Beleuchtungs- E, Im

Bestrahlungs- mZ nm starke X

stérke- illuminance L

verteilung ux

Photometrisches Grundgesetz
dA; - cos & - dA, - COs ¢
= € b =L 1 1R2 2 2 .
dA, Empdfﬁr%ger Photometrisches Entfernungsgesetz
Sender

1
E= A COS £,

dA, = Flachenelement des Senders
dA, = Flachenelement des Empfangers
& = Ausstrahlungswinkel

(R sollte das Zehnfache der maximalen Aus-
dehnung von Sender und Empféanger betragen,
um den Fehler unter 1% zu halten).

& = Einstrahlungswinkel
R = Abstand Sender — Empfanger

Qy =sr
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5.3. StrahlungsgréBen

Bezeichnung Symbol MeBgréBe Abkirzung
Strahlungsmenge Q Joule J
Wattsekunde Ws
StrahlungsfluB ) Watt w
Punktformige Strahlungsquelle - - -
Raumwinkel Q Sterad sr
Strahlstarke I Watt w
Sterad sr
GesamtstrahlungsfluB einer Quelle Dges Watt w
Bestrahlungsstarke E Watt w
Meter? m?
Strahldichte L Watt w
Meter® Sterad m? sr
Empfindlichkeit des Empfangers I Ampere A-m?
S= ¢ Bestr.-Starke w
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Erklarung

Strahlungsmenge durch eine Flache

Strahlungsmenge Q pro Sekunde durch eine Flache

...ist eine Quelle aus so groBem Abstand R betrachtet, daf3 alle Strahlen aus einem Punkt zu
kommen scheinen.

Die groBte lineare Ausdehnung der Quelle muB3 wesentlich kleiner als der Abstand R sein
(Beispiel: Sonne fir irdischen Beobachter)

A, A, As A der Strahlstrom ® (W) einer punktférmigen Quelle ist im
Q= RZ - RZ - RpZ - RS Raumwinkel konstant. (Voraussetzung homogenes, nicht
! 2 3 dampfendes Medium)
Q =1 heiBt A = R? somit Quapkugel = Qo = 27 S5 Quoiikugel = Qg =dnsr

...ist die Raumwinkeldichte des Strahlstromes ( ZZ )

[ einer Quelle ist im allgemeinen verschieden nach Betrachtungseinrichtung.

I nur definiert, wenn R — «

47
Dges= | 1dQ
0

...ist die Flachendichte des Strahistromes

...ist die Strahlstérke bezogen auf die vom Beobachter gesehene strahlende Flache
Flachenprojektion A,=A cos &, wenn ¢ der Winkel ist, um den die strahlende

Flache gegen die Verbindungslinie zum Betrachter verdreht ist.

. I I )
A, Acose /°

Wichtige optische GroBe.

1. In einem Strahlengang ohne Dampfung bleibt L erhalten und kann durch keine optische
MaBnahme vergroBert werden.

2. Das menschliche Auge empfindet Strahldichteunterschiede als Helligkeitsunterschiede.

Elektrische GroBe (Strom, Spannung oder Widerstand) im Verhaltnis zur Bestrahlungsstéarke.
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5.4. Beleuchtungsstirke (Einheiten und Umrechnungsfaktoren)

Ix mix ph fc

1 Lux=Ix =(1 10*° 10™ 9,29 x 1072
1 Millilux = mix =107 1 1077 9,29 x 10°°
1 Phot = ph =|10* 107 1 929

1 Footcandle = fc') 10,76 10760 1,076 x 1072 1

Iz1cd
/7
1foot?
11x
-
.
Beleuchtungsstarke
e Phot (ph) = UMe0 — — — -
cm
00 2 3 456789105 2 3 45678910% 2 3 4 56789107 2 3 4 56789102
-—= Milli-Lux(mlx) =~ —wbt- ——— — —— — — Lux(Ix) = Llj—:fﬂ —_———————
02 5458700 2 345678910 7 34567690 2 30405000 010
([ [ [T HEENIII N | LTI
S N N D B B MR B
1073 2 3 4 56789102 2 3 456789107 2 3 45678910 2 3 45678910
-————— = —— —— —— — Footcandle (fc)- Lumen  — — _ ____ __ _ -
foot?

') equivalent footcandle

apparent footcandle } footlambert (Leuchtdichte) 2 footcandle (Beleuchtungsstarke)
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Bild 24 Umrechnung der Beleuchtungsstérke E, in Bestrahlungsstérke E,
(Schwarzer Planckscher Strahler).
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(Schwarzer Planckscher Strahler).
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5.5. Leuchtdichte (Einheiten und Umrechnungsfaktoren)

Einheiten sb cd/m? cd/ft?

1 Stilb = cd/cm?=sb =11 10* 929

1 cd/m?=Nit=nt =110 1 9,29 x 1072

1 cd/ft? =| 1,076 x 107® 10,76 1

1 cd/in? =10,155 1550 144

1 Apostilb = asb =|3,18x10% 0,318 2,96 x 1072

1 Lambert =L oderla =10,318 3183 296

1 mL oder mla =|3,18x10™* 3,18 0,296

1 footlambert =

1 equivalent footcandle =

1 apparent footcandle ftL oder ftla =|3,43x%x10™ 3,43 0,318
10101010 102107 1 10" 102 10° 10* 10° —— Nit= %dy
107010°9 10 107 106 10% 10410% 102107 1 10! —=sb -

107010910107 107010 104 109 107107 1 101 19 2—wta O™
106 105 104103 102 10 1 110" 102 10° 10% 105 105——= asb

10109104103 192 19 ] 10 197 108 19*, ——~ i
|
! cd
108107106 105104 103 102 10" 1 10" 102 103 —> 2
109108 107 106 105104103 10210 1 10! 102 —»%
keine ’_ — Zapfchensehen -
-Stabchenseh - -
Wahrnehmung en [Tbergangsgebiet | Tagessehen >’Blendung
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cd/in? asb L Lm ftL

6,45 31400 3,14 3140 2920

6,45 x 107* 3,14 3,14 x 107 0,314 0,292

6,94 x 1072 33,8 3,38 x 107 3,38 3,14

1 4870 0,487 487 452

2,05 x 10™ 1 107 0,1 9,29 x 1072
2,05 104 1 108 929

2,05 x 107® 10 10°° 1 0,929

2,21 x10°° 10,76 1,076 x 1078 1,076 1
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5.6. Elektromagnetische Strahlung
Dielektrische

Medizinische Anwendung Erwarmung
Licht  Strahlungs-
trock
Sichtbare | K9
Strahlung
Kosmische
Strahlung Strahlung UV-Strahlung | | IR-Strahlung Radiostrahlung
Rontgen- : i Mikrowellen |Fern- | UKW+ Kﬂ
strahlung i Radar seh-
! { Strahlung
|
Frequenz 1020 108 10 H 10" 10" 100 108 108Hz

A'AVmVAVAVAVAVAVAVAVA‘VAVAVAVAVAVA

Welleniange 1072 1070 1078 H10' 10 1072 100 m
T T T T T T T T : : T T T T T T | T
Tpm nm S i Imm 1cm 1dm 1m
4 \
/7 \\\
7Licht- N
Licht Spektrum ™\ Bild 26
038ym 0,78pm Frequenz- und Wellenbereiche
%
100 S
A /y INPEA)
S l \ / X AN
£ i/ / AN
2 Y Glihiampe- Y
&= pe
e | / // \\
T i\ N
| . \
L/ b e
i
[ \ \
T I 'l l \ A
i |
yaimm \
A \\Augenempfmdlichkeif
0 4 | 1 1
0,2 0,4 06 08 1,0 1,2 14 1,6 1.8 2,0 2,2 pm
—_—- )\
0.4 05 0,6 0,7 0,8um
Ultraviolett —e—t—r—r L rt T b L—= |nfrarot

042 046 0525 059 0,65 0,725
violett blau grin  gelb orange rot

Bild 27 Relative Empfindlichkeit verschiedener lichtempfindlicher Empfinger
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Wellenldnge  Frequenz Bereich
Inm]  Ultraviolett(UV)  imVakuum  [Hzl

107 [nnjé_j 107 1T strahlen
\ 107°1F 1073 )
N\ 1 |
207 N N 01r 1022 ]| | Kosmische
304 N 10—4 4F1XE Haohen -
401 \ S AR
60 SR Ly |
g0 | extremes . g2l ‘
] 19 A
100 N 107§
NS (LS o
200 1] 100 {Ftam ———| [Rentgen-
Inm] 300 fernes 1\ 1017 oy
380 213 nahes 100 3F B
400 iolett - \\\\ 1015_
] ’ viole 103 A h1pm 77}071474
/
Hf (sichbare Strahlung) 104 4 L |-
11 Licht) / 1073 4 T Wellen-
| ultramarin 08 b gebiet
—* /496 102 {1z Mikro-
4 eisblau s 10° Afimm o0 ]
AN / 107 Hem
500 ] | blaugriin // 10/8 11 1010 - Zenti-
griin ; 09 l : 109 {HGHz Dezi-
gelbgrin C T e UK-
| tnm1,” Infrarot(IR) 1070} . ¢
600—4 gelb 10347 nahes /’ ol 0 N
orange 7 mittleres o2l 108 {HMHz] M-
1 / 1y / 4F1Km .
11 hellrot / 1% / 105 1 L-
] S fernes 10%34}
Y / 104
1 , T/ 104} ; °
700 | dunkelrot10>]| / 1054 F1Mm 10 ] kHz 5
11/ extrem 102 @
i fernes 1076} °
- 10841 e 10" 1 £
800- oy,

Bild 28 Nomogramm fiir elektromagnetische Strahlung
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6. Angaben zur Lieferqualitat

Die Lieferqualitat von Halbleiterbauelementen wird in diesem Datenbuch durch technische
Merkmale wie Grenzdaten und Streugrenzen der Kenndaten beschrieben.

Zur Beurteilung der annehmbaren Qualitétslage (AQL) von Lieferlosen werden bei stichprobe-
weisen Uberpriifungen der qualitativen Merkmale (Attribute) AQL-Werte zugrundegelegt. Als
Grundlage fir die Attributpriifung dienen die Einfach-Stichprobenplane fur normale Prifung,
Hauptprifniveau Il nach DIN 40080 (oder IEC 410, ABS-STD-105D).

Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementmerkmal nicht den Datenblattangaben entspricht. Die
Fehler werden nach Art und Ausmas klassifiziert.

Fehlerart:
@ Fehler an Gehausen und Zuleitungen (mechanisch).
@ Fehler in elektrischen Eigenschaften.

FehlerausmaB:

® Ein Fehler liegt vor, wenn ein Merkmalswert den erlaubten Bereich Uberschreitet.

@ Ein Totalfehler beschreibt den Zustand eines Bauelements, der jede funktionsgemaBe Verwen-
dung ausschlief3t.
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AQL-Tabelle

Totalfehler (mechanisch und elektrisch) AQL: 0,1
Summe Fehler in elektrischen Eigenschaften AQL: 0,4%)
Summe Fehler in Gehdusen und Zuleitungen AQL: 0,4™)

*) Dynamische Kenndaten (z.B. Rauschen, Schaltzeit, Grenzfrequenz) AQL: 1,5
**) Fir alle vergossenen Bauelemente sind die Abmessungen der Gehause fabrikationsbedingt

AQL-Werte beschreiben nicht die tatsachliche Qualitat der einzelnen Lieferlose, sondern bestim-
men bei Anwendung der Stichprobenpldne die Annahme oder Rlickweisung. Der prozentuale
durchschnittliche Fehleranteil von Auslieferungen liegt im allgemeinen unter den AQL-Werten.

7. Einbauhinweise

7.1. Aligemeines

Die Einbaulage der Bauelemente ist beliebig. Das Abbiegen der AnschluBdréhte ist bis zu einem
Abstand von 1,5 mm vom Gehdause zuldssig, sofern der Durchmesser der Anschliiisse 0,5 mm
nicht tiberschreitet. Beim Abbiegen der AnschluBdrahte diurfen keine mechanischen Kréfte auf das
Gehdause ausgelibt werden. AnschiuBdrahte mit einem Durchmesser gréBer als 0,5 mm soliten
nicht gebogen werden.

Beim Einbau in der Nadhe von warmeerzeugenden Bauelementen ist fir die Berechnung der
Junctiontemperatur die in diesem Fall erhdhte Umgebungstemperatur zu beriicksichtigen.

7.1.1. Silizium-Fotoelemente und -Fotodioden in offener Bauform (ohne Gehéause)

Wegen der materialbedingten Sprodigkeit des Siliziums diirfen keine Druck- und Zugkréfte auf ein
Fotobauelement einwirken. Besonders gefahrdet sind die Kontaktierungen. Wenn Zugkréafte auf
die AnschluBdrahte wirken, dlrfen diese nur parallel zur Oberflache verlaufen und 2 Newton nicht
iberschreiten. AnschluBdréhte dirfen erst 3 mm vom AuBenrand des Fotobauelements entfernt
gebogen werden.

Fotobauelemente koénnen auf Metall- oder Kunststofftrager aufgebracht werden, wobei der
Ausdehnungskoeffizient des Materials beriicksichtigt werden muB, um mechanische Spannungen
zwischen Trager und Fotobauelement bei Temperaturanderungen zu vermeiden.

Zum EingieBen von Fotobauelementen muB ein GieBharz verwendet werden, das transparent ist
und nicht nachdunkelt. Das GieBharz darf nach dem Ausharten keine Gaseinschlisse enthalten
(Streuwirkung). Flr das EingieBen der Fotobauelemente eignen sich GieBharze auf Epoxidharz-
Basis. Alle zu vergieBenden Materialien missen vor der Verarbeitung trocken, staub- und fettfrei
sein. Kalt- oder warmaushértende Harze sind anwendbar. Die maximale Aushértetemperatur liegt
bei 80° C. Es missen die Aushartungs- und Sicherheitsbestimmungen der Kunststoffhersteller
beachtet werden.

Zum Aufkleben von Si-Dioden oder Fotoelementen in offener Bauform eignen sich Kleber auf
Cyan-Acrylat-Basis. Die Oberflache des Fotobauelementes ist mit einem Schutzlack versehen, der
nicht beschadigt und der auf der lichtempfindlichen Seite nicht verschmutzt werden darf.

7.2. Lotbedingungen

Beim Einl6ten ist darauf zu achten, daB das Bauelement thermisch nicht (berlastet wird. Die
maximale Sperrschichttemperatur darf nur kurzzeitig (max. 1 min) Gberschritten werden.
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Ubersicht (iber (maximal) zuldssige Léttemperaturen und Lotzeiten.

Tauchlétung

Kolbenlétung
(mit 1,5 mm Kolbenspitze)

Tempe- | Maxi- Abstand Tempe- Maxi- Abstand
ratur mal der Lot- ratur mal der Lot-
des zu- stelle des Zu- stelle
L6t- lassige vom Lot- lassige | vom
bades Lotzeit Gehause kolbens Lotzeit Gehause
Metall- oder 235°C 5s =1,5mm 300 °C 5s =1,5 mm
Glasgehause 260 °C 3s
Kunststoffgehduse | 235 °C 8s =2 mm 300 °C 3s =2 mm
3 und 5 mm 260 °C 5s
restliche 235°C 5s =2 mm 300 °C 3s =2 mm
Gehauseformen 260 °C 3s

7.2.1. Losungsmittel zum Waschen

Zur Reinigung der eingeldteten Bauelemente von FluBmittelriickstdnden und &hnlichem sind
organische Lésungsmittel geeignet, die aus Alkoholen oder bestimmten Fluorkohlenwasserstoffen
oder einer Mischung von beiden Gruppen bestehen. Keinesfalls sollte man hierfir Lodsungsmittel
oder Losungsmittelgemische verwenden, die chlorierte Kohlenwasserstoffe oder Ketone enthal-

ten. Losungsmittel dieser Art konnen das Gehause bzw. den VerguB angreifen oder anlsen.

Geeignete Lésungsmittel sind z.B.:

|

Athylalkohol
Isopropylalkohol
Trifluortrichlorathan

|

— Mischungen o.g. Komponenten

Ungeeignete Losungsmittel sind z.B.:

— chlorierte Kohlenwasserstoffe

(Methylenchlorid, Trichlorathylen, 1,1,1-Trichlorathan, u.a.)

— Ketone (Azeton, Methylathylketon, u.a.)
— Mischungen o.g. Komponenten mit fluorierten Kohlenwasserstoffen

Eine Auswahl von Losungsmitteln, die derzeit im Handel erhéltlich sind, ist in den folgenden
Tabellen angegeben. Bei der Verwendung von Losungsmitteln sind die Sicherheitsvorschriften zu

beachten.

Derzeit im Handel befindliche Trifluortrichlorathane (Auswahl)

Bezeichnung Hersteller
Freon TF Du Pont
Frigen 113 TR Hoechst
Arklone P ICI

Kaltron 113 MDR Kali-Chemie
Flugene 113 Rhone-Progil
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Derzeit im Handel befindliche Lésungsmittelgemische aus den Komponenten Athylalkohol,
Isopropylalkohol und Trifluortrichlorathan (Auswahl)

Bezeichnung Hersteller
Freon TE; Freon TP 35; Freon TMS Du Pont
Frigen 113 TR-E; Frigen 113 TR-P; Frigen 113 TR-M Hoechst
Arklone A; Arklone F; Arklone L; Arklone K ICI

Kaltron 113 MDA; Kaltron 113 MDI; Kaltron 113 MDM Kali-Chemie
Flugene 113 E; Flugene 113 IPA; Flugene 113 M Rhone-Progil

Derzeit im Handel befindliche Losungsmittelgemische aus chlorierten Kohlenwasserstoffen und
Ketonen mit fluorierten Kohlenwasserstoffen (Auswabhl)

Bezeichnung Hersteller
Freon TMC; Freon TA; Freon TC Du Pont
Arklone E ICI

Kaltron 113 MDD; Kaltron 113 MDK Kali-Chemie
Flugene 113 CM Rhone-Progil
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Silizium-Fotoelement

BPX 79

BPX 79 ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht iberzogen.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur

quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahen Infrarotbereich.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Hohe Packungsdichte

® Weiter Temperaturbereich

@ Einfache Montage (Klebetechnik)

Typ ‘ Bestellnummer
BPX 79 | Q62702-P51
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur
Sperrspannung

bestrahlungsempfindliche Flache

Ty
SO
¥ ¥ 35max
- z'éﬂ‘n— 70 min

d

n 2,5max
So=

gelotet  rot(Anode) Litze 0,8
1) Auflageflache

o] [

Gewicht etwa 0,2 g

°C

To: T | ~55 ... +100
v

Ur 1
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BPX 79

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Flache
Halbwinkel

Dunkelstrom (Us = 1V; E=0)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (. = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1KkQ; Ug =1V; A =950nm; I, = 150 pA)
Temperaturkoeffizient fur U_
Temperaturkoeffizient flr 7

Kapazitét

(Us =0V, f=1MHz; E, = 01Ix)

(Us=1V; f=1MHZ, E, =01x)
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U

Ik

to &
TKy
TK:

Co
G

170 (=100)
800

350 ... 1100
20

4,47 x 4,47
+ 60

0,3 (=50)
0,55

0,80

450 (=310)

170 (=100)

-2,6
0,2

2500
1800

nA/Ix
nm

nm
mm
mm
Grad
HA
AW

Elektronen
Photon

2

mV

pA

us
mV/K
%/K

pF
pF



BPX 79
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BPX 79
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Silizium-Fotoelement BPY 11 P

BPY 11 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht (berzogen.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur
quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale: iiesYruhlunt_:jsempfindliche Flache
o ¥ oy
® Hohe Zuverlissigkeit L

® Keine meBbare Alterung
® Hohe Packungsdichte

® Weiter Temperaturbereich N
@ Einfache Montage (Klebetechnik) | || geldtet (Kathode)
@ Gruppiert lieferbar N

1) Auflageflache 27min

Typ ‘ Bestellnummer Gewicht etwa 0,19

BPY 11 P IV ‘ Q60215-Y111-S4

BPY 11 PV Q60215-Y111-S5

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts ‘ -55...+100 | °C
Sperrspannung Ur 1 \%
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BPY 11 P

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

60 (= 28)
850

420 ... 1060
8,7

1,95 x 4,45
+60
1(=10)

2,5

0,55

0,80

440 (=260)

60 (=28)

-2,9
0,12

0,8

nA/Ix
nm

Elektronen
Photon

mV

A

us
mV/K
%/K

nF

(Normlicht A, T = 2856 K) S
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S=10% von S0 A
Bestrahlungsempfindliche Flache A
Abmessungen .der bestrahlungsempfindlichen Flache LxB
Halbwinkel 0]
Dunkelstrom (Ug = 1V; E = 0) In
(Us=1V;E=0; Ty =50°C) Ig
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S,
Quantenausbeute (A = 850 nm) n
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) U,
KurzschluB3strom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) Iy
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Uz =1V; k=840 nm; I, = 60 pA) t, t
Temperaturkoeffizient flr U_ TKy
Temperaturkoeffizient flr /y TK;
Kapazitat

(Us=0V; f=1MHz E, = 01Ix) Co
Fotoempfindlichkeitsgruppen

Typ | I (E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
BPY 11 P IV ’ 47...63 pA

BPY 11 PV = 56 pA
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BPY 11 P
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BPY 11 P

Dunkelstrom /I = f (Ug)
Ty = Parameter; E =0

uA
10
Iy 5
l/
e -
10° 1=50°C_~
> ¥ 2seC
//
/ (022
10"
0 05 10V
Temperaturabhangigkeit von U_
-
Uoa ~ (Ty
15
Uy
Uizs
10 N
N
N
N
N
05
&
0

74

Temperaturabhangigkeit des
Dunkelstromes /7 = f (Ty)

Us=1V;E=0
HA
10’
I, °
10' ,,/
/I
5 -
i
//
//
10° ,//
2
5
1048
107
0 50 100°C
1
Temperaturabhangigkeit von 7
Iy
=f (T,
Al
15
Xy
Tx25
[
10 =
0,5
(0
0
0 20 40 60 80 100°C
—



Silizium-Fotoelement

BPY 47 P

BPY 47 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschiuBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht Gberzogen.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur
quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Hohe Packungsdichte

® Weiter Temperaturbereich

® Einfache Montage (Klebetechnik)

Typ l Bestellnummer
BPY 47 P | Q60215-Y66
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur
Sperrspannung

bestrahlungsempfindliche Flache
/

P72
| 2
o2 1
Ne—
l J 3'5 -
max
L 70 min —
« B 2,5max
I
wn
- gelstet 1max ot (Anode) Litze 80,8
1)Auflagefldche 7,1 min
Gewicht etwa 0,3 g
Tg; Ts -55...+100 °C
Ur 1 \%
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BPY 47 P

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.)
Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Flache

Halbwinkel
Dunkelstrom (Us = 1V; E=0)

(Us=1V; E=0; Ty = 50°C)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1KkQ; Ugs=1V; L=840nm; I, = 1 mA)
Temperaturkoeffizient fur U_
Temperaturkoeffizient flr I«

Kapazitat

(Us=0V; f=1MHz; E,=01x)
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}\'S max

LxB

Ir
Ig
S,

U

Ik

tr 4 tf
TKy
K,

Co

1,4 (=0,9)
850

420...1060
1,9

9,78 x 19,78
+60

25

70

0,51

0,73

450 (=280)

1,4 (=0,9)

23
-2,6
0,2

16

HA/IX
nm

nm
cm
mm
Grad
HA
pA
AW

Elektronen
Photon

mV

mA

us
mV/K
%/K

nF



BPY 47 P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E,)
Ser =1 KurzschluBstrom /i = f (E,)
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Silizium-Fotoelement BPY 48 P

BPY 48 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht Gberzogen.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur
quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fliche
® Hohe Zuverlassigkeit // :
® Keine meBbare Alterung ot Q
@® Hohe Packungsdichte oy '} 4.1
@® Weiter Temperaturbereich { EE
® Einfache Montage (Klebetechnik) 6k 70 min
[¥a) 6
x ; B g 2,5max
gy
=f HAnode) Litzed0,8
- - o 4
gelstet 07max. o noce) Hize®D.
Typ ‘ Bestellnummer 1) Auflagefldche 3,5 min
BPY 48 P | Q60215-Y65 Gewicht etwa 0,25 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Te; Ts l -55...+100 °C
Sperrspannung Ur 1 \
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BPY 48 P

Kenndaten (T, = 25 °C)

Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K) S 0,5 (=0,35) pA/IX

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit s max 850 nm

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,.) A 420...1060 nm

Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,74 cm?

Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Flache LxB 5,98 x 12,38 | mm

Halbwinkel [0) +60 Grad

Dunkelstrom (Us = 1V; E=0) I 10 A
(Us=1V; E=0; T, = 50 °C) Ig 25 pA

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S, 0,55 A/W

Quantenausbeute (A = 850 nm) n 0,80 Elektronen

Photon

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) UL 460 (=280) mV

KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) Ik 0,5 (=0,35) mA

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1kQ; Ug =1V; A =840 nm; /p = 500 pA) t, k& 10 us

Temperaturkoeffizient fir U_ TKy -2,6 mV/K

Temperaturkoeffizient fur 7y TK, 0,2 %/K

Kapazitat

(Us=0V; f=1MHz E, = 01x) Co 6 nF
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BPY 48 P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E))
S =) KurzschluBstrom I, = f (E,)
% HA mv
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Silizium-Fotoelement

BPY 63 P

BPY 63 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht Gberzogen.

Anwendung: Flir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur

quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Hohe Packungsdichte

@ Weiter Temperaturbereich

@ Einfache Montage (Klebetechnik)

Typ ‘ Bestellnummer
BPY 63 P | Q60215-Y63-S1
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur
Sperrspannung

1max  Destrahlungsempfindliche

— Fldche
|
[¥a)
~N 2
ooy
= ' L1350,
max
> - 18'82 »<——T70 min
g Bm ' 2,5max )
2 oo‘ r—ﬂ weif}

t Tgel'o'fef 1max  rot(Anode) Litze ©0,8
1) Auflageflache 7,3 min

Gewicht etwa 0,25 g

°C

To: Ts ‘ -55...+100
v

Ur 1
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BPY 63 P

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S,.,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Flache
Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1V; E = 0)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (L = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1kQ; Us =1V; L =840 nm; I, = 500 pA)
Temperaturkoeffizient fir U,
Temperaturkoeffizient fir 7

Kapazitat

(Us=0V; f=1MHz, E,=01Ix)
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)‘S max

LxB

Ig
S.

U

Ik

t, &
TKy

0,65 (=0,45)
850

400...1100
0,96

9,78 x 9,78
+60

10

0,5

0,72

430 (=280)

0,65 (=0,45)

11
-2,6
0,2

PA/IX

nm

nm
cm?
mm
Grad
pA
AW

Elektronen
Photon

mV

mA

us
mV/K
%/K

nF



BPY 63 P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E))
S =f(N) KurzschluBstrom /i = f (E,)
% )JAL mV
100 17 A \ 10 10"
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. \ “ il
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BPY 63 P

Dunkelstrom Iz = f (Ug) Temperaturabhangigkeit des
Ty = Parameter Dunkelstromes 7 = f (T)
Ug=1V
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Silizium-Fotoelement BPY 64 P

BPY 64 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rlckseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht tiberzogen.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur
quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale: ~ bestrahlungsempfindliche Flache
® Hohe Zuverlassigkeit \j o
® Keine meBbare Alterung ) "‘1‘——"‘:“‘—:»]

. 35
® Hohe Packungsdichte Yoo Tomn max ™
@ Weiter Temperaturbereich w6 e emn
@ Einfache Montage (Klebetechnik) el £§

5y

I~ ~—sle—  rot(Anode) Litze $0,8
gelotet  Tmax

Typ ‘ Bestellnummer 1) Auflageflache 3,5 min

BPY 64 P | 06021 5-Y67 Gewicht etwa 0,2 g

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts i -55...+100 °C
Sperrspannung Ur 1 \
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BPY 64 P

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.)
Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Flache
Halbwinkel
Dunkelstrom (Us = 1V; E=0)
(Us=1V; E=0; T, =50°C
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ; Uz =1V; A =840 nm; I, = 250 pA)
Temperaturkoeffizient fur U
Temperaturkoeffizient fir Ik

Kapazitat

(Us=0V; f=1MHz E, =01Ix)
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}"S max

LxB

Iq
I .
S,

U

tn tf
TKy
TK;

Co

0,25 (=0,18)
850

420...1060
0,36

5,98 x 5,98
+60

4

10

0,50

0,72

450 (=280)

0,25 (= 0,18)

-2,6
0,2

pA/IX

nm

nm
cm?
mm
Grad
pA

BA
AW

Elektronen
Photon

mV

mA

us
mV/K
%/K

nF



BPY 64 P

Relative spektrale Empfindlichkeit
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Silizium-Fotoelement TPG60O P

TP 60 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht Uberzogen, bzw. in einem
Kunststoffgehduse eingebaut.

Anwendung: Fir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur
quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale: Litze rot M12x1  bestrahlungs-
Anode / empfindliche Fldche
® Hohe Zuverlassigkeit /o / - L

1

® Keine meBbare Alterung [ 8 f _
@ Hohe Packungsdichte ] SM ‘ -
® Weiter Temperaturbereich =] o
@ Einfache Montage (Klebetechnik) R
® Montage durch Schraube/Mutter ‘ 6 14 T
50 min g |
12 |
~ % —»
Typ l Bestellnummer Gewicht etwa 1,8 g
TP 60 P | Q62607-560
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Tg; Tg l —-40...+80 °C
Sperrspannung Ug 1 Y
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TP 60 P

Kenndaten (T, = 25 °C)

Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K) S 1(=0,7) pA/Ix
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S..) A 400...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1,3 cm?
Form der bestrahlungsempfindlichen Flache Sechseck

Halbwinkel [0) +60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 1V) Iq 0,1 (=2) A
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S, 0,55 A/W
Quantenausbeute (A = 850 nm) n 0,80 W
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) U, 450 (=270) mV
(E, = 0,5 mW/cm?; ) = 850 nm) UL 430 (= 250) mV
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) I 1(=0,7) mA
(E. = 0,5 mW/cm?; )\ = 850 nm) Ik 380 (=180) pA
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(Ri=1KQ; Us=1V; L =840 nm; Ir = 1 mA) to & 18 us
Temperaturkoeffizient fir U_ TKy -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient flr 7y TK; 0,12 %/K
Kapazitat

(Ug=1V; f=1MHz; E,=01x) C, 11 nF
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TP 60 P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E))
Sre =) KurzschluBstrom Iy = f (E,)
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100 10 10"
90 A ! U
K
/1 i I
Sre[ 80 \ 103 I / 103
T 70 \ ’
TR /
60 U 7
50 / 10° 102
40

b N

30 .
/ 10 10
20
10 \ (" i
' il
0 0 10°

10
400 600 800 1000 1200 nm 100 101 102 103 10le
I A —_— Ev
Richtcharakteristik S, = f (¢) Kapazitat C = f (Ug)
10° 0° 10° nF
/ 15
o Bestrahlungs- o
20 richtung 20
-9
30° ~
B
\!\.
Lo°
5
50°
60°
70°
80° (53
90° 0
0 05 1V
Up

90



TP 60 P

nA
104

10°

Dunkelstrom 7 = f(T)
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Silizium-Fotoelement

TP61P

TP 61 P ist ein Silizium-Fotoelement in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Der Si-Chip ist mit 2 AnschluBlitzen
versehen und mit einer feuchtigkeitsabweisenden Schutzschicht Uberzogen, bzw. in einem

Kunststoffgehduse eingebaut.

Anwendung: Fiir MeB-, Steuer- und Regelzwecke, zur Abtastung von Lichtimpulsen und zur

quantitativen Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahem Infrarotbereich.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Hohe Packungsdichte

® Weiter Temperaturbereich

® Einfache Montage (Klebetechnik)
® Montage durch Schraube/Mutter

Typ ’ Bestellnummer
TP61P | Q62607-561
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur
Sperrspannung

92

gelotet n
Ny 83 ) o
oy, —— { r g
el
; 2max ’*"
Litze rot - .
Anode bestrahlungsempfindliche Flache

1) Auflagefldache 9,5min

Gewicht etwa 0,3 g

Ur 1

To Ts |—55...+1oo

°C
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TP 61P

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Normlicht A, T = 2856 K) S 1(20,7) pA/Ix
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit s max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S, A 400...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1,3 cm?
Form der bestrahlungsempfindlichen Fléache Sechseck

Halbwinkel 0] 60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 1V) Iq 0,1 (=2) pA
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) A 0,55 A/W
Quantenausbeute (A = 850 nm) n 0,80 W
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) UL 450 (=270) mV
(E. = 0,5 mW/cm?; % = 850 nm) U, 430 (=250) mV
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) Ik 1(=0,7) mA
(E. = 0,5 mW/cm?; L = 850 nm) Iy 380 (=180) pA

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1KkQ; Ug=1V; A =840 nm; Ip = 1 mA) t, & 18 us
Temperaturkoeffizient fur U_ TKy -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient flr 7 TK; 0,12 %/K
Kapazitat

(Us=1V; f=1MHz E, =01x) C, 11 nF
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TP 61P

Relative spektrale Empfindlichkeit Leerlaufspannung U, = f (E,)
S =1 KurzschluBstrom /i = f (E,)
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Fotodioden







Silizium-PIN-Fotodiode

BP 104

BP 104 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fur Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch flir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:

Leiterbandgehduse, schwarzes Epoxy-GieBharz, Tageslichtsperr-

filter, LotspieBe, 5,08-mm-Raster (%10")

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

@ Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb
® Hohe Packungsdichte

® Hohe Grenzfrequenz

® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots

Typ l Bestellnummer
BP 104 | Q62702-P84
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Nase am LotspieB

IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Gerétefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

5.4
49
o b - 45
37 "" 4,3
= -
.
Kathode 038 05
0,8 G
0.7 0z |
Raster5,08

bestrahlungsempfindliche
Fldche

Gewicht etwa 0,1 g

Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehduse entfernt

bei Lotzeit t =3 s)
Sperrspannung
Verlustleistung (T, = 25 °C)

T Ts | 40..480 °C
T 230 °C
Un 20 v
P 150 mw
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BP 104

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug =5V; A =950nm; E, = 0,5 mW/cm?
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Geh&duse-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(Es = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E, = 0,5 mW/cm?; L = 950 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1KQ, Uy =5V, L =830 nm, Ip = 17 pA)

DurchlaBspannung

(/e =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)
Kapazitat (Ur =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von I

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Us = 10 V)

Nachweisgrenze (Uz = 10 V)

100

U

Ik

tn tf
Ur

TKy
TK,

NEP

D*

17 (=12,5)
950

800...1100
4,84
2,20 x 2,20

0,5
+60
2 (£30)
0,70

0,90
327 (2250)

17 (12,5)

125

1,3
48
-2,6
0,18

3,6 x 107"

6,1 x 10"

pA
nm

nm
mm
mm

Grad

nA

A/W
Elektronen

Photon
mV

HA

ns

pF
mV/K
%/K

iz
cm - \HZ'



BP 104

Relative spektrale Empfindlichkeit
S =1M
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BP 104

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Kapazitat C = f (Uyp)
Tu=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
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BP 104

SIS
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Leerlaufspannung UUL =f(Ty
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Silizium-PIN-Fotodiode
mit Tageslichtsperrfilter fiir Schichtschaltungen BP 104 BS

BP 104 BS ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfinger sind
sowohl fur Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehduse, schwarzes Epoxy-GieBharz, Tageslichtsperr-
filter, LotspieBe, geeignet fiir Oberflachenmontage (SMD).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeréten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fiir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

@® Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb
® Hohe Grenzfrequenz

® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich |—+'_
® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots Jif'ﬁ

Sy

Kathode
Typ I Bestellnummer bestrahlungsempfindliche Flache

BP 104 BS | Q62702-P917 Gewicht etwa 0.1 g

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C
Loéttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Uy 20 \%
Verlustleistung Pyt 15 mwW
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BP 104 BS

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug =5 V; L =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S.)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehaduse-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (. = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E, = 0,5 mW/cm?; L = 950 nm)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us =5V, L =830 nm, Ip = 25 pA)

DurchlaBspannung

(I, =100 mA, E, =0, T, = 25°C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von Iy

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (U = 1V)

s

LxB

U
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tn t1
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Co
TKy
TK;

NEP

D*

25 (=15)
920

800...1100
7,34
2,71 x 2,71

0,5
+60

2 (=30)
0,68

0,90
327 (=250)

25 (=15)

400
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-2,6
0,18
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BP 104 BS

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom [ = f (E,)
Sea=fR) Leerlaufspannung U_ = f (E,)
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BP 104 BS

Dunkelstrom 7 = f (Up) Kapazitat C = f (Ur)
Ty=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
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BP 104 BS

Leerlaufspannung UUL =f(Ty)
L 25

U 12
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Silizium-Fotodiode mit eingebautem V, -Filter BPW 21

BPW 21 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rlckseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind sowohl fur
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Hermetisch dichtes Gehause, ahnlich TO 5, LotspieBe, Filterglas-
fenster (Schott BG 18/0,3 mm)

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Belichtungsmesser fiir Tageslicht, sowie fir Kunstlicht hoher Farb-
temperatur in der Fotografie und Farbanalyse.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fldche

® Hohe Zuverlassigkeit Kathod

@ Keine meBbare Alterung T—J‘ e P05 : 4

@ Geringes Rauschen Stov & bl e AN Lo

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb © § NS/ -

@ Empfanger fir niedrige Beleuchtungsstéarken L}: i 1

@ Kurze Schaltzeit J J —» 567 e

® Hohe Fotoempfindlichkeit AT ‘

@ Streng logarithmischer Zusammenhang '

zwischen U, bzw. Ik und Beleuchtungs- Gewicht etwa 1,5 g
starken von 1072 bis 10° Ix

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

Typ ' Bestellnummer

BPW 21 | Q62702-P88s

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C

Léttemperatur (Lotstelle 1,5 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =5 s) T 235 °C

Sperrspannung Ur 10 \Y

Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 250 mw

Warmewiderstand Rinu 300 K/W
R 80 K/W
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BPW 21

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5 V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(8=10% von S...)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante
Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 5V)
(Us = 10mV)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 520 nm)

Quantenausbeute (A = 550 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Ug =5V, L =550nm, I = 10 pA)
DurchlaBspannung

(/e =100 mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 01ix)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von Iy

110

U

Ik

t, &

Ur
Co
TK,
K,

10 (=5,5)
550

350...775
7,34
2,71 x 2,71

19..2,3
+60

2 (=30)
8 (=200)
0,34

0,80
400 (=320)

10 (25,5)

1,5

1,2
580
-2,6
0,12

nA/Ix
nm

Grad

nA

pA

A/W
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mV

pA
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mV/K
%/K



BPW 21
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Relative spektrale Empfindlichkeit
Srel = f(}")

I

AL \.‘
!
!
I
/ 1] Vi | [\gePw 2
I 1
Jan \ \
/ i

~

/

pd

0
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 nm

20°

30°

40°

50°

60°
70°

80°
90°
100°

—-—)\

Richtcharakteristik S, = f (¢)

20°

30°

40°

50°

60°
70°
80°
90°

100°

Fotostrom [, = f (E,)
Leerlaufspannung U, = f (E,)

pA mv

10 — 104
I, Ik U,
I 10" = 10°

pu— UL

10° 10%

107 10!

10° 10°

100 10’ 10? 10° 10" I
—..__>va
Verlustleistung P, = f (Ty)
mWw
300
RDT
250
R*hJG=80K/W
200
150 \
Rinyu=300K /W
100
\
50 \\
*‘0&9 \
oL
0 20 40 60 80  100°C

—T

111




BPW 21

Dunkelstrom 7 = f(Ty) Kapazitat C = f (Up)
Us=5V f=1MHz
nA pF
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BPW 21

Leerlaufspannung UU =f(Ty)
L 25
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Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom BPW 32

BPW 32 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fiir

Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehéausebauform: Leiterbandgehéause, klares Epoxy-GieBharz, LétspieBe, 5,08-mm-

Raster (%0").

Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-

ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am Lo6tspieB3

Anwendung: Belichtungsmesser und Belichtungsautomaten, Farbanalyser
Besondere Merkmale: ﬁzzg%

® Hohe Zuverlassigkeit 1—2'53’——4

@ Keine meBbare Alterung ' A

® Geringes Rauschen ; SY ¢

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb ot e S

® Empfanger flr niedrige Beleuchtungsstarken ¥ LOE %J I )

@® Hohe Packungsdichte 4‘ mm

® Kurze Schaltzeit “832

@® Hohe Fotoempfindlichkeit o

@ Weiter Temperaturbereich Rg%‘rser 0.5

@® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts g
und des nahen Infrarots

Fldche

Typ l Bestellnummer Kathode

BPW 32 | Q62702-P74 Gewicht etwa 0,05 g

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Léttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 7 \
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 100 mw
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BPW 32

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehaduse-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1 V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Nullpunktsteilheit (E, = 0, Ty = 50 °C)

Quantenausbeute (A = 800 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1KkQ, Us =5V, A =830 nm, 7> = 10 pA)

DurchlaBspannung

(I =100 mA, E, =0, Ty = 25 °C)
Kapazitdt (U =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von /

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 1V)

As max

LxB

S,
So

U

Ik

TK,
TK,

NEP

10 (=7)
800

350...1100
0,97
0,985 x 0,985

05
+60
5 (=20)
0,50
=05

0,73

450 (=380)

10 (27)

1,3

1,3
100
-2,6

nA/Ix
nm

nm
mm
mm

Grad
pA
A/W
mV/pA

Elektronen
Photon

mV

WA

us

pF
mV/K
%/K

.
\HZ

—
cm - \Hz
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BPW 32

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom [, = f (E,)
Se=1f() Leerlaufspannung U, = f (E,)
% pA mV
100 — 10° 10
Srel I,
80
10 10°
UR=EE
60 | =z
10’ 102
40
4
10° » 10'
20 1 i =
| i
| | I_H_H LI
] i Ahitl s
ol 1 | | Z 107 74 10’
400 600 800 1000 1200 nm 10° 10' 102 103 10° 1x
s )\ - Ev
Richtcharakteristik Verlustleistung P, = f (T)
Seer = f(9)
o o o mw
10 0 1/0 - 120
Bestrahlungs-
20° richtung 20°
100
] Ff,of \\
1.0 80
30° 0 8— / ~ 30° X
o7 0 \
Lo° 0‘,6 I ) ™ 4L0° \
D 40
50° 04| S 50°
60° ) 60° 20 )
70° 02 70° -
80° 80° 0959)
90° 90° 0
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BPW 32
Dunkelstrom 7/ = f (Up) Kapazitat C = f (Ug)
Tu=25°C;E=0 E=0
pA pF
40 120
)/ / c
B / 100 =
T 0 T N
|
80
4 )
20 // 60
40 %
/ \
10 /
/
20
@ 1063w
0 0
012 3 4 56 7 8 910V 103 107 107" 10° 10'v
— U —=Up
Fotostrom L _¢ (Tw) Dunkelstrom [ = f (T)
Up=1V, E=
pA
12 10t
A TF ]
bas o LT Ry ]
3 ——‘_____,_—— .
107 = —f
08
06 10? -
7/
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04 /
10 /|
0,2 7 /’
F /
b Vi
067 0@4
0 Q mﬂr / 8
=30 20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80°C 0 0 40 60
— 7y

80

—_— TU

100°C

117



BPW 32
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Diagramm der Nullpunktsteilheit S,
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Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom BPW 33

BPW 33 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfénger sind sowohl flr
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehéuse, klares Epoxy-GieBharz, LétspieBe, 5,08-mm-
Raster (%0").
Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Belichtungsmesser und Belichtungsautomaten, Farbanalyser.

Besondere Merkmale: 216 _“T

@® Hohe Zuverlassigkeit A b5

® Keine meBbare Alterung r—37—w i 4'3‘] o

® Geringes Rauschen - ‘ | Sy
@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb F”Tjﬁ:“ T i—="Rf ! Psa
® Empfanger fir niedrige Beleuchtungsstérken 1 'jg‘&siqs |
® Hohe Packungsdichte i i
@ Kurze Schaltzeit 08 | 935 R
@ Hohe Fotoempfindlichkeit 07

@ Streng logarithmischer Zusammenhang R;gge" 0..5°
zwischen U, bzw. I und Beleuchtungs-
starken von 1072 bis 10° Ix

® Weiter Temperaturbereich

@ Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

__—bestrahlungsempfindliche
Flache

Gewicht etwa 0,1 g

Typ ‘ Bestellnummer

BPW 33 | Q62702-P76

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 7 Vv
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Pt 150 mw
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BPW 33

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Nullpunktsteilheit (E, = 0, Ty = 50 °C)

Quantenausbeute (A = 800 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom

(E, = 1000 ix, Normiicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1KkQ, Us =5V, A =830nm, I, = 70 puA)

DurchlaBspannung

(/e =100 mA, E. =0, Ty = 25°C)
Kapazitdt (Us =0V, f=1MHz, E, =01x)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von Iy

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 1 V)

Nachweisgrenze (Ug = 1V)
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800

350...1100
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0,5

+60

20 (=100)
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=0,05

0,86
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72 (235)
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BPW 33

rel

Relative spektrale Empfindlichkeit
SreI = f(k)
s
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BPW 33

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Kapazitat C = f (Ugp)
Tu=25°C; E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
80 / 1000 T
Iy / 900

7/ c
T . / 800

/ 700
/ 600 — N

40 / 500 N\
/ N\
/ 400
4
300 N
2 N
200
0 0
001 2 3 45 6 7 8 910V 07 g0 0" 10 10°v
. UR _’UR
Fotostrom IIP =f(Ty) Dunkelstrom /g = f (T)
P25 Us=1V;E=0
pA
12 10
I = , —
I — i /
PE 10 = - X //
T /// ) | T 1[]3 L /
08
7/
056 10?
J
II
/
04
10! ,/
0.2 /.
3 a \
@ 075
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30 -20-10 010 20 30 40 50 60 70 80°C 0 20 40 60 80 0%
—>7U '——"]b
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BPW 33

KurzschluBstrom —& =f(Ty
IK 25

|

08 i

—r 076)-
01 1
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— ]

Diagramm der Nullpunktsteilheit S,

Leerlaufspannung UUL = f(Ty)
L 25
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Silizium-PIN-Fotodiode BPW 34

BPW 34 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfianger sind
sowohl fur Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Leiterbandgehéuse, klares Epoxy-GieBharz, LétspieBe, 5,08-mm-
Raster (%10").

Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Nase am LoétspieB

Lichtschranken fiir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, IR-Fernsteue-
rungen, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln.

Besondere Merkmale: E'é"’
® Hohe Zuverlassigkeit b F 45

i3
@ Keine meBbare Alterung 37 ﬂ‘ .
® Geringes Rauschen L f L 1Sy
@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb J = 'E;L SXTR Qe
® Hohe Grenzfrequenz \ T Tos'os I3
® Kurze Schaltzeit | 4‘03*5 Lm
® Geringe Kapazitat 08 _ 02
® Hohe Packungsdichte 07 Rash
@® Hohe Fotoempfindlichkeit 508 0..5°

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts ~ | — bestrahlungsempfindliche
und des nahen Infrarots [ Flache

Typ ‘ Bestellnummer

BPW 34 | 62702-P73 Gewient etwa 0.1 9

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C

Loéttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C

Sperrspannung Ur 32 \Y

Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 150 mwW
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BPW 34

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5V; Normlicht A, T = 2856 K) S 80 (=50) nA/Ix
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit s max 880 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S0 A 400...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7,34 mm?
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache LxB 2,71 x 2,71 mm
Abstand Chipflache-Oberkante

bis Gehause-Oberkante H 0,5 mm
Halbwinkel [0) +60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 10 V) Iq 2 (=30) nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S, 0,62 A/W
Quantenausbeute (A = 850 nm) n 0,90 Eﬁ;%e—n
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) U. 365 (=300) mV
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) I 80 (=50) HA

Anstiegs- und Abfaiizeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1kQ, Us =5V, L =830 nm, I = 70 pA) t, & 350 ns
DurchlaBspannung
(I =100 mA, E, =0, T, = 25°C) U 1,3 \Y
Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix) Co 72 pF
Temperaturkoeffizient von U, TKy -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von 7 TK; 0,18 %/K
w
Rauschéquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10'V) NEP 4,1 x 107 o
Rz
cm -\ Hz
Nachweisgrenze (Ug = 10 V) D* 6,6 x 10"
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BPW 34

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom [, = f (E))
S =1 () Leerlaufspannung U, = f (E,)
% pA mV
100 103 0%
90 /
]p 7 1A I UL
Srel 80 ‘v J
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60 —— y UL
/r
50 / 10 10?
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20
10 s
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o o o mwW
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BPW 34

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Kapazitat C = f (Ug)
T,=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
8000 100 T T
| it
90 H
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?5000 T i H U Il
I / ™ |
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BPW 34

ULzs
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Silizium-PIN-Fotodiode
mit erhohter Blauempfindlichkeit BPW 34 B

Vorlaufige Daten

BPW 34 B ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehause, kiares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster (%0").
Fur die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Lichtschranken flir Gleich- und Wechsellichtbetrieb im sichtbaren
Lichtbereich, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«.

Besondere Merkmale: 15.'19'”’

! .I-’lo.he Zuvgrlass»g.lfelt b F: ll:g —=

® Keine meibare Aiterung S

® Geringes Rauschen ‘ ] Sy 4
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb A SXTR TS
® Hohe Grenzfrequenz 05105 1
® Kurze Schaltzeit - = i
® Geringe Kapazitat "835 )
® Hohe Fotoempfindlichkeit ‘_1

@ Weiter Temperaturbereich Rsuf‘;g" 0..5°

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

e
und des nahen Infrarots 32 | bestrahlungsempfindliche
Al Flache
Typ ‘ Bestellnummer
BPW 34 B | Q62702-P945 ,
Gewicht etwa 0,1 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéause entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T, 230 °C
Sperrspannung Ug 32 \Y
Verlustleistung Piot 150 mw
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BPW 34 B

Kenndaten (T, = 25 °C)

Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V; Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlédnge der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S0

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (. = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us =5V, A =830nm, [, = 70 pA)
DurchlaBspannung

(I =100 mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 01x)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von I

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Uz = 10 V)

Nachweisgrenze (Uz = 10 V)
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BPW 34 B

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom [, = f (E))
Ser =)
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BPW 34 B

Dunkelstrom I = f (Ug) Kapazitat C = f (Ug)
Tu=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
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7 o Bl L
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BPW 34 B

Leerlaufspannung UUL = f(Ty)
L 25
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Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter BPW 34 F

BPW 34 F ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl flir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehé&usebauform: Leiterbandgehduse, schwarzes Epoxy-GieBharz, Tageslichtsperr-
filter, LotspieBe, 5,08-mm-Raster (%40").
Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LétspieB

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecor-
: dern, Lichtdimmern, Geréatefernsteuerungen, Lichtschranken fiir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb i
® Hohe Packungsdichte i 0slos ¥
® Hohe Grenzfrequenz | 1 - - Fans
® Kurze Schaltzeit 08 il 8’35 R
® Geringe Kapazitit 07 ' :
@ Hohe Fotoempfindlichkeit Raster ™ .50
@® Weiter Temperaturbereich '

® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots - bestrahlungsempfindliche
Fldche

Typ ‘ Bestellnummer ===

i Kathode
BPW 34 F Q62702-P929 Gewicht etwa 0.1 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —-40...+80 °C
Loéttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ug 32 \
Verlustleistung Piot 150 mw
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BPW 34 F

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5 V; & = 950 nm; E, = 0,5 mW/cm?)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von Sa)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipfldche-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E. = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E. = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)

Anstieas- und Abfallzeit des Fotostromes

MANSU \oranzell ces

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(R.=1KkQ, Us =5V, L =830 nm, I, = 25 pA)
DurchlaBspannung

(I =100 mA, E, = 0, T, = 25°C)

Kapazitat (Ug =0V, f=1MHz, E, = 01x)
Temperaturkoeffizient von U
Temperaturkoeffizient von 7

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (Ug = 10 V)

/‘S max

LxB

U

Ik

t, &

Ur
Co
K,
7K,

NEP

D*

25 (215)
950

800...1100
7,34
2,71 x 2,71

0,5
+60

2 (=30)
0,68

0,90
327 (=275)

25 (=15)

400

1,3
72
-2,6
0,18

3,7 x 107"

7,3 x 10"

JIVAN

Elektronen
Photon

mV

pA
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BPW 34 F
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T 80 \
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DL/ \
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Richtcharakteristik S, = f (¢)
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o o
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L0° 0.6 - % ~ 40°
50° 04 50°
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Relative spektrale Empfindlichkeit

Fotostrom 7, = f (E,)
Leerlaufspannung U, = f (E,)

l.IA mV
103 10"
I, U
T 102 10°
UL
10 ,/ 10?
7o
10° / 10'
1057 I
10" 10’
00 10" 107 10° 104 pw/cm?
— Ee
Verlustleistung P, = f (T)
mw
175
150
Ff’uf
125 \ —
100 \\
\
75 \\
50
25 \
0
0 20 40 60 80 100 °C
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BPW 34 F

Dunkelstrom [/ = f (Ug)
T,=25°C,E=0

pA
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5000
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Fotostrom IIP =f(Ty
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40
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BPW 34 F

ULzs
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Silizium-Differential-Fotodiode

BPX 48

BPX 48 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind sowohl fiir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leeriaufspannung
bei Elementbetrieb

® Empfanger fir niedrige
Beleuchtungsstérken

® Hohe Packungsdichte

® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des
sichtbaren Lichts und des
nahen Infrarots

Leiterbandgehéuse, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 7,62-mm-

Raster.

Flr die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Nase am LotspieB

Nachlaufsteuerung,

Kantenfihrungen, Weg- bzw. Winkelabta-

stung, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

bestrahlungsempfindliche

Gewicht etwa 0,1g

Fldache
Typ ’ Bestellnummer
BPX 48 | Q62702-P17-51
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Te Ts

Léttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s)
Sperrspannung
Verlustleistung (T, = 25 °C)

o
Q——3L7_’ 6"6 [¥a)
! 6T3 d‘ {
=+ i
Tl LT 13
T m*
03 =
025
Raster 762 -~
L 0...5°

- bestrahlungsempfindliche
/ :

Fldche

Lage des Diodensystems
zu den AnschluBbdndern

-40...+80 °C
230 °C
10 \
50 mw
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BPX 48

Kenndaten (7, = 25 °C)

(Diese Angaben beziehen sich auf ein System der Fotodiode)

Fotoempfindlichkeit
(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S,.,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante

bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ur = 10 V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit
der Systeme vom Mittelwert

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

TUVY

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Us =5V, L =830nm, /p = 20 pA)

DurchlaBspannung

(/e =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)

Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x)
(Us =10V, f=1MHz, E, =01x)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von Iy
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S

7"8 max

t, t

Ur
Co
Cio
TK,
TK;

24 (=15)
850

430...1150
1,54
0,7 x 2,2

0,5

+60

100 (=200)
0,55

=500

1,3
25

-2,6
0,18

nA/IX
nm

nm
mm

mm
Grad

%

Elektronen
Photon

ns

pF
pF
mV/K
%/K



BPX 48

Srel
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40
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90°

Relative spektrale Empfindlichkeit

S = ()

| et

\

800 1000 1200 nm

——— -

Richtcharakteristik S, = f ()

10° 0° 10°
Bestrahlungs-
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20°
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50°
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90°

Fotostrom [, = f (E,)
Leerlaufspannung U, = f (E,)

uA mV
103 104
1, U
[ 102 — 103
U
/
10! / 10°
y4
4
i
100 / 10’
/
1067)]]
10" 10°
00 10 102 107 10%1x
£,
Verlustleistung P, = f (T)
mw
60
50
I?ot \\
40
N\
30 \\
N
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>
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JRE——— 7‘U
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BPX 48

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Diodenkapazitat C = f (Ug)
Ty, =25°C
nA pF
250 25
N\
A c
A 0 20
/
y \
7 A
‘l
150 / 15
/
/
/ \
100 7 10 \
/
// // N
/ //
50 -1 5
/ L~ q
, ( 4/ 7
7 Qg 106§
0 0 I
o 5 , . o "y a2 an-l 400 anl an2
u L 4 0 0 v 1w w w [\ [A¥}
> [/R ———UR
Fotostrom 11" =f(Ty Dunkelstrom I, = f(Ty)
P25 Ug =10V
nA
14 105 77
o 47
s 12 hy f
T TW /,
10 - —
— yay i
7y
0.8
10} [
0.6 . l/
/)
04 10? /
02 7
@} 0s8
10!
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C 0 25 50 75 10 150C
,U — TU
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BPX 48

Leerlaufspannung U, = f(T,)

UL 12 ‘
UL?ZS |
10 N
1 N
~N
08 BN
\\
06
04
02
060

00 10 20 30 40 50 60 70 80°C

=T,
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Silizium-Fotodiode BPX 60

BPX 60 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind sowohl! fiir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehadusebauform: Hermetisch dichtes Gehause, dhnlich TO 5, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster (%0")

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehiuseboden

Anwendung: Lichtschranken fir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Industrieelek-
tronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fldche

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung 9045  Kafhode

® Geringes Rauschen . e —igm
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb > ) B3R
® Empfanger fur niedrige Beleuchtungsstarken i—f: & K =
® Hohe Packungsdichte L .] _J 567
@ Kurze Schaltzeit —-35l— a2 '
@® Hohe Fotoempfindlichkeit '
® Weiter Temperaturbereich Gewicht etwa 1,5 g
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

und des nahen Infrarots
Typ \ Bestellnummer
BPX 60 | Q62702-P54
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéause entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Uy 32 \
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 325 mw
Warmewiderstand Rinuu 300 K/W

Ria 80 K/W
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BPX 60

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfaiizeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us =5V, A =830 nm, /p = 70 pA)
DurchlaBspannung

(Ie =100 mA, E. =0, T, = 25 °C)

Kapazitat (Ug =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von /i

U

Iy

trr tf

Ur
Co
TKy
TK;

70 (=35)
850

400...1100
7,34
2,71 x 2,71

1,9..2,3
+55
7 (£300)
0,50

0,73

460 (=390)

70 (=35)

3,0

1,3
580
-2,6
0,18

nA/Ix
nm

nm
mm
mm

2

mm
Grad
nA
A/W

Elektronen
Photon

mV

pHA

us

pF
mV/K
%/K
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BPX 60

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom I, = f (E,)
S =f®) Leerlaufspannung U, = f (E) mV
% pA mV
100 103 i 104
° AN : ﬁi
S 1 I “
rel 80 \ T
/ K il
70 ! 7
50 / 10’ / : 102
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30— /
10° / 10!
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10 @ " on)f|
ol | 107 I M 10°
400 500 600 700 800 900 1000nm 10° 10’ 102 103 10* 1
_._.)\ - Ev
Richtcharakteristik S, = f (0) Verlustleistung P, = f (Ty)
o o mw
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200 086
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— 300
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BPX 60

nA
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BPX 60

KurzschluBstrom L _ f(Ty) Leerlaufspannung U =f(Ty
Ik 25 UL as
1,2 U 1.2 —
[/K_ Uss
K25 //
T 10 | 10 N
~N
08 08 \\\
~N
06 06
0,4 04
02 02
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0 | 0 |
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Silizium-PIN-Fotodiode BPX 61

BPX 61 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl flr Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fur den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Hermetisch dichtes Gehause, dhnlich TO 5, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, IR-Fernsteue-
rungen, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Flédche

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung r_;L:

® Geringes Rauschen Ston £

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb e o

@ Hohe Packungsdichte f—?:

® Hohe Grenzfrequenz ) L .l — &

® Kurze Schaltzeit _.gli 14,5 _ ]

® Geringe Kapazitéat '

® Hohe Fotoempfindlichkeit Gewicht etwa 1,5 g

® Weiter Temperaturbereich

@ Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

und des nahen Infrarots

Typ ‘ Bestellnummer

BPX 61 | Q62705-P25

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —40...+80 °C

Loéttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehduse entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C

Sperrspannung Ug 32 \%

Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 325 mwW

Warmewiderstand: Rinu 300 K/W
Riue 80 K/W
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BPX 61

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S..)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1KkQ, Us =5V, x=830nm, Ip = 70 pA)

DurchlaBspannung

(l[e =100 mA, E, =0, T, = 25°C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von I

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (U = 10 V)

Nachweisgrenze (Ug = 10 V)

150

U

Iy

t, &

Ur
Co
TK,
TK

NEP

D*

70 (=50)
850

400...1100
7,34
2,71 x 2,71

1,9..23
+55

2 (=30)
0,62

0,90
375 (=320)

70 (=50)

350

1,3
72
-2,6
0,18

41 x 107

6,6 x 10"

nA/Ix
nm

nm
mm
mm

Grad
nA
A/W

Elektronen
Photon

mV

pA

ns

pF
mV/K
%/K




BPX 61

Relative spektrale Empfindlichkeit
Se = (1)

%
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Richtcharakteristik S, = f (9)
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BPX 61
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BPX 61

Leerlaufspannung UUL = f(Ty KurzschluBstrom I]K = f(Ty)
L 25 K25
U, 12 1,2 — .
Uzs ;i_ - : —
K25 —
| N T |
08 \\ 0,8 ‘;
\¥
~N
06 06
04 04
02 0,2 ) |
060 (076)
0 1 0 f — I
0 10 20 30 40 50 60 70 80°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80°C
—_—T, —
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Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom BPX 63

BPX 63 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind sowohl fiir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehédusebauform: 18 A3 DIN 41870 (TO 18) Bodenplatte, klares Epoxy-GieBharz,
linsenformig, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V40")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden
Anwendung: Belichtungsmesser, Belichtungsautomaten
Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche

“ . Flache
® Hohe Zuverldssigkeit ac

® Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

® Empfanger fir niedrige Beleuchtungsstarken

® Hohe Packungsdichte

® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

@ Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Anode

Gewicht etwa 0,5 g

Typ ! Bestellnummer

BPX 63 | Q62702-P55

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehaduse entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T, 230 °C
Sperrspannung Ur 7 Vv
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 200 mwW
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BPX 63

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Nullpunktsteilheit (E, = 0, T, = 25 °C)

Quantenausbeute (L = 800 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom .

(E, = 1000 ix, Normiicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(Ri=1kQ, Us =5V, A =830nm, Ip = 10 pA)
DurchlaB3spannung

(Ir =100 mA, E, =0, T, = 25°C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von /¢

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 1V)

Nachweisgrenze (Ug = 1V)

}\-S max

LxB

tr‘ tf

Ur
Co
TKy
TK,

NEP

D*

10 (=8)
800

350...1100
0,97
0,985 x 0,985

0,2..0,8
+75
5 (=20)
0,50
=05

0,73

450 (=380)

10 (=8
VA=

<=

1,3

1,3
100
-2,6
0,16

2,5x107"®

3,9 x 10"

nA/IX
nm

nm
mm?
mm

mm
Grad
PA
A/W
mV/pA

Elektronen
Photon

mV

=
p>d

us

pF
mV/K
%/K

iz
om - Az
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BPX 63

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7 = f (E,)
S =) Leerlaufspannung U, = f (E)
LA mV
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BPX 63

Ty = 25°C
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BPX 63

: U,
Nullpunktsteilheit S, = —[—FF—
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Silizium-PIN-Fotodiode BPX 65

BPX 65 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 18 A3 DIN 41870 (TO 10), planes Glasfenster, hermetisch dichtes
Gehause, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (%10")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden
Anwendung: Schneller optischer Empfanger mit groBer Modulationsbandbreite
Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche
@ Hohe Zuverlassigkeit -»28 r Flache
® Keine meBbare Alterung 0,45
@® Geringes Rauschen '=: -
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb ]
® Hohe Packungsdichte
® Hohe Grenzfrequenz L‘“ }32 7% ES
@ Kurze Schaltzeit e 535 |ee
® Geringe Kapazitat 5,05
@ Hohe Fotoempfindlichkeit Gewicht etwa 0,5 g
@® Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots
Typ \ Bestellnummer
BPX 65 | Q62702-P27
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Geh&use entfernt
bei Létzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 50 \Y
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 230 mwW
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BPX 65

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Geh&use-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 20 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (. = 850 nm)

Quantenausbeute (L = 850 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfaiizeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=50Q, Us =5V, 1 =880 nm, I = 15 pA)

DurchlaBspannung

(lr =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)

Kapazitat (Ur =0V, f=1MHz, E, =0 Ix)
(Ur =1V, f=1MHz, E, =0 Ix)
(Us =20V, f=1MHz, E, =0 Ix)

Temperaturkoeffizient von U,

Temperaturkoeffizient von 7

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 20 V)

Nachweisgrenze (Ug = 20 V)

160

)‘*S max
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U

Iy

TK,

NEP

D*

11 (=5,5)
850

350...1100
0,97
0,985x%0,985
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+40
1(=5)
0,55

0,80

320 (=270)

10 (=5,5)

30
80

1,3
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6,4
2,4
-2,6
0,2

3,3x 10"
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nA/Ix
nm

nm
mm
mm

mm
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BPX 65

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7, = f (E,)

S =) Leerlaufspannung U, = f (E,)
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BPX 65

Dunkelstrom I = f (Ug)

E=0;T,=25°C
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BPX 65

Serienwiderstand R, = f
1

= f(Ug);
E = 0; MeBfrequenz f =
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Silizium-PIN-Fotodiode BPX 66

BPX 66 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfénger sind
sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 18A3 DIN 41870 (TO 18), planes Glasfenster, hermetisch dichtes
Gehause, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (%10")

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehduseboden
Anwendung: Schneller optischer Empfanger mit groBer Modulationsbreite

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche

® Hohe Zuverlassigkeit =28 e Fliche
® Keine meBbare Alterung 0,45 |
@ Geringes Rauschen ::{ U

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb
® Hohe Packungsdichte %5 59 !
® Hohe Grenzfrequenz - S I 475max
5
5

@® Kurze Schaltzeit el

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Gewicht etwa 0,5 g

Typ ‘ Bestellnummer
BPX 66 | Q62702-P80

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ta; Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 50 \%
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Pt 250 mwW
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BPX 66

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5 V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 1V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(R.=509Q, Ug =5V, L =880nm, [p = 10 pA)

DurchlaBspannung

(Ir =100 mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitdt (Us =0V, f=1MHz, E,=01x)
(Ug =1V, f=1MHz, E, = 01x)
(Us =20V, f=1MHz, E, = 0Ix)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von I

Rauschagquivalente Strahlungsleistung (Ug = 20 V)

Nachweisgrenze (Ug = 20 V)

U

Ik

TKy
TK,

NEP

D*

11 (=5,5)
850

350...1100
0,97
0,985 x 0,985

2,25...2,55
+40
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0,55

0,80
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30
80

1,3
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-2,6
0,2
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nm
mm-~
mm

mm
Grad
nA
AW

Elektronen
Photon

mV
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ns
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cm - \/Hz'
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BPX 66

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7, = f (E,)
Se =1 () Leerlaufspannung U, = f (E,)
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BPX 66

Dunkelstrom 7y = f (Ug)
E=0;Ty;=25°C
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BPX 66

Serienwiderstand Rs = f (Ug);
E = 0; MeBfrequenz f = 100 MHz
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Silizium-Fotodiode BPX 90

BPX 90 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehause, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster
Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinke!-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: PB 104 BS)

Kathodenkennzeichnung: Nase am L&tspieB

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

@ Keine meBbare Alterung

@ Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

@ Hohe Packungsdichte

@ Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

pa , bestrahlungsempfindliche
Flache
Typ \ Bestellnummer
~
BPX 90 | Q62702-P47 Kathode
Gewicht etwa 0,05 g

Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T, 230 °C
Sperrspannung Ur 32 \Y
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 100 mwW
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BPX 90

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5 V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S,

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fliche

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us =5V, A =830nm, I, = 45 pA)
DurchlaBspannung
(/e =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)
Kapazitét (Ur =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)

(Us =10V, f=1MHz, E,=01Ix)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von /i
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BPX 90

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /7 = f (Ey)
S =10 Leerlaufspannung U, = f (E,)
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BPX 90
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BPX 90
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Silizium-Fotodiode

BPX 90 K

BPX 90 K ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fiir

Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehéduse, schwarzes Epoxy-GieBharz, Tageslichtsperr-

filter, LotspieBe, 5,08-mm-Raster.

Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-

ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LétspieB

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit
® Keine meBbare Alterung
® Geringes Rauschen

@ Hohe Leerlaufspannung

® Hohe Packungsdichte

® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

@® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Typ ‘ Bestellnummer
BPX 90 K | Q62702-P928
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Léttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s)
Sperrspannung
Verlustleistung (T, = 25 °C)
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BPX 90 K

Kenndaten (T = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V; % =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,,,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (. = 950 nm)

Quantenausbeute (AL = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)

KurzschluBstrom

(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)

Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Us =5V, A =830 nm, /p = 30 uA)

DurchlaBspannung

(I, =100 mA, E, =0, T, = 25 °C)

Kapazitat (Ug =0V, f=1MHz, E, = 01Ix)
(Us =10V, f=1MHz, E, = 01Ix)

Temperaturkoeffizient von U,

Temperaturkoeffizient von /i

7"3 max

LxB

tn tf
Ur

Cio
TK,
TK;

800...1150
5
1,65 x 3,05

0,5
+60
5 (=200)
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0,62
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430
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-2,6
0,18
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mV

A

us
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pF
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BPX 90 K

Relative spektrale Empfindlichkeit
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BPX 90 K

Dunkelstrom I = f (Ug)
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BPX 90 K

Kurzschluf3strom U =f(Ty Leerlaufspannung YU _ f(Ty)
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Silizium-Fotodiode mit erhohter Blauempfindlichkeit
und kleinem Dunkelstrom BPX91B

BPX 91 B ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfénger sind sowohl fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehduse, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster (%0").
Fur die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Belichtungsmesser, Belichtungsautomaten, Farbanalyser
Besondere Merkmale: .— 215 -

® Hohe Zuverldssigkeit b b5y

® Keine meBbare Alterung |3 r b3 .

@ Geringes Rauschen r 1 Sy

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb i :;f = * A Je

® Empfanger fir niedrige Beleuchtungsstarken [ f .J LO_S;OS 1

® Hohe Packungsdichte 03’ : m

® Kurze Schaltzeit 08 _ ‘“0:25

@ Hohe Fotoempfindlichkeit 07 N

® Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Raster
5,08 0..5°

- bestrahlungsempfindliche

Flache
Typ } Bestelinummer Kathode™
BPX 91 B Q62702-P48-S Gowicht atwa 0.1 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ug 10 \%
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 150 mwW
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BPX 91 B

Kenndaten (T = 25 °C)

Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,..)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehduse-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1KkQ, Us =5V, A =2830nm, I, = 65 pA)

DurchlaBspannung

(Ie =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)

Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x)
(Us =10V, f=1MHz, E, =01x)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von Iy

180

}"S max

LxB

U

Ik

trv tf
Ue

Cio
K,
7K,

65 (=35)
850

320...1100
7,34
2,71 x 2,71

0,5
+60
7 (2300
0,60

0,86

450 (=380)

65 (=35)

1,6

1,3
580
180

-2,6
0,18

nA/Ix
nm

Grad
nA
AW

Elektronen
Photon

mV

pA

us

pF
pF
mV/K
%/K



BPX91B

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom I, = f (E,)
S =1} Leerlaufspannung U, = f (E,)
HA mv

Nz
X 10° 10

100 SN

| (0484 \
Sret \ Ip UL
T 80 I I;
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20 )/
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BPX 91 B

Dunkelstrom I = f (Ug) Kapazitat C = f (Ug)
f=1MHz
nA pF
10° 1000
I c
b 800
10°
600 b=t
N
\
L+ 400
T
10’ ] \\
N
\\
-/ 200 N
/ ~ » by
4 107 W
100 0
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nA
12 10’ =
Ip
Il
Toas o L] To 06
) "1
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08
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10k /
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06 3 /
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02 10' ==
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Silizium-Fotodiode BPX 92

BPX 92 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfénger sind sowohl fur
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: Leiterbandgehause, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster.
Fur die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«
Besondere Merkmale: 23 -
sssigkei 15 '
: Eo.he Zuverlassigkeit - ohe ﬁg*‘
eine meBbare Alterung lg-* R

® Geringes Rauschen 1 b L‘ e | ——
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb T~ i N | B
® Hohe Packungsdichte ?_J &510_5.1 3
® Kurze Schaltzeit ‘z 035 mo
@ Hohe Fotoempfindlichkeit 08 702
® Weiter Temperaturbereich 0. -
@ Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts Anode Rgg"aﬂ 0..5°

und des nahen Infrarots - '

a3 bestrahlungsempfindliche
Flache

Typ ‘ Bestellnummer
BPX 92 | Q62702-P49 Katfiode

Gewicht etwa 0,03 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Tg Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 32 \Y
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 50 mw
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BPX 92

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us =5V, A =830nm, I = 20 pA)

DurchlaBspannung

(Ir =100 MA, E, =0, Ty = 25 °C)

Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x)
(Us =10V, f=1MHz, E, = 01Ix)

Temperaturkoeffizient von U,

Temperaturkoeffizient von 7
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}"S max

LxB

U

Ik

trv tl
Ur

Cro
TKy
TK,

9,5 (z4)
850

400...1100
1
0,82 x 1,27

0,5

+60

1 (=100)
0,50

0,73

440 (=370)

9,5 (24)

1,2

1,3
90
23

-2,6
0,2

nA/Ix
nm

Grad
nA
A/W

Elektronen
Photon

mV

WA

us

pF
mV/K
%/K



BPX 92
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BPX 92

Dunkelstrom 7 = f (Ug)
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BPX 92
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Silizium-PIN-Fotodiode

BPY 12

BPY 12 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehadusebauform:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit
® Keine meBbare Alterung
® Geringes Rauschen

@® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb I

® Hohe Packungsdichte

® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit
® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

und des nahen Infrarots

Silizium-Chip mit 2 AnschluBdrahten

Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

bestrahlungsempfindliche Flache

' Ty
A
o i i
] 55
TL8TTT— 5o T
2max
~
5 33 n 602
N gelofet
~ Anode
1) Auflagefldche 28min

Gewicht etwa 0,15 g

Typ ‘ Bestellnummer

BPY 12 I Q62702-P9

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+4100 °C
Sperrspannung Ug 20 \
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 150 mwW
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BPY 12

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K) S 180 (=100) nA/Ix
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S;x) A 400...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 20 mm?
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache LxB 4,47 x 4,47 mm
Halbwinkel [0} +60 Grad
Dunkelstrom (Ur = 20 V) Iq 100 (=1000) | nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm) S, 0,60 A/W
Quantenausbeute (. = 850 nm) n 0,86 %@
Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) U 365 (=310) mV
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) I 180 (=100) pA

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Ug =5V, A =830 nm, [p = 150 pA) t, t 2 us
DurchlaBspannung
(I =100 mA, E, =0, T, = 25 °C) Ur 1,3 Vv
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x) Co 140 pF
(Us =20V, f=1MHz, E, = 01x) Cyo 25 pF
Temperaturkoeffizient von U_ TKy -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von I TK; 0,15 %/K
Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Us = 20 V) NEP 3,0x 10" V:_,
vhz
i cm - Hz'
Nachweisgrenze (Ur = 20 V) D* 1,5 % 10" _W_
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BPY 12

Strel

190

%
100

60

40

20

20°

W
[=}
o

40°

50°
60°
70°

80°
90°

Relative spektrale Empfindlichkeit

S =f()

D

— A

Richtcharakteristik S = f (¢)

10°

0°

Bestrahlungs-
richtung

0
400 500 600 700 800 900 1000 1100 nm

20°

40°

50°
60°
70°

80°
90°

Fotostrom 7, = f (Ey)

Leerlaufspannung U, = f (E)
UA mV
10’ 10
Ip
1p
/
I 102 // 103
/ L =
1 /] U
10 / 10°
Y
'I
"4
10° 10’
A~
fo92)]
‘|0_1 100
10’ 10 10° 10" Ix
—— Ev
Verlustleistung P, = f (Ty)
mw
175
150
P \
tot \
125 \
N
100 \
75 \\
\
50 \\
25
\
960\
0 i
0 20 40 60 80 100 °C



BPY 12

Dunkelstrom /; = f (Ug) Kapazitat C = f (Up)
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BPY 12
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Silizium-Fotodiode mit erhohter

Blauempfindlichkeit und sehr kleinem Dunkelstrom

SFH 100

SFH 100 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind sowohl fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:
Raster.

Leiterbandgehause, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 12,7-mm-

Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

@ Hohe Zuverlassigkeit

@ Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

@ Empfanger fur niedrige Beleuchtungsstérken

@ Hohe Packungsdichte

@ Kurze Schaltzeit

@ Hohe Fotoempfindlichkeit

® Streng logarithmischer Zusammenhang
zwischen Uy, bzw. Ik
und Beleuchtungsstérken von 1072 bis 10° Ix

® Weiter Temperaturbereich

@ Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Typ l Bestellnummer
SFH 100 | Q62702-F595
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Nase am LotspieB

Belichtungsmesser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

\JL\ 035 |\

02

Km‘hode Anode
i

bestrahlungsempfindliche
Flache

Gewicht etwa 0,15 g

Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =3 s)
Sperrspannung
Verlustleistung (T, = 25 °C)

Te; Ts -40...+80 °C
T 230 °C
Ug 7 Vv
Pt 100 mw
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SFH 100

Kenndaten (T, = 25 °C)

Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,..,)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 7 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Us =5V, A =830 nm, Ip = 200 pA)

DurchlaBspannung

(Ie =100 mA, E, =0, T, = 25°C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, =0Ix)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von Iy
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7"8 max

LxB

TKy

175 (=150)
850

300...1000
23,5
8,7 x 2,7

0,5

+60

0,4 (=10)
0,5

0,88
430 (2350)

175 (=150)

1,8

1,3
1000
-2,6
0,2

nA/Ix
nm

nm
mm?

mm

mm
Grad

nA

AW
Elektronen

Photon
mV

pA

us

pF
mV/K
%/K



SFH 100

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7, = f (E,)
Sier =1 (1) Leerlaufspannung U, = f (E)
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SFH 100

Dunkelstrom I = f (Up)
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SFH 100

Anwendungs-Schaltung

R= AU.'“.?L
~ i N ]K max
E?\ TCA 335 A _ U, [K max = EV max X 175
4L L Ymax (Ey max N LUX —> Ty max IN NA)

Als Operationsverstarker soll ein Typ mit kleinem Eingangsstrom verwendet werden.
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Silizium-Fotodiode mit sehr groBer Nullpunktsteilheit SFH 200

SFH 200 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fiir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit
® Keine meBbare Alterung
® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb i . 0505
® Empfanger fiir niedrige Beleuchtungsstarken L 192 02] | t
0 N 035 PAL
0,25

@® Hohe Packungsdichte
® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit
® Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

und des nahen Infrarots

Leiterbandgehéuse, klares Epoxy-GieBharz, LétspieBe, 5,08-mm-
Raster (%10").

Fur die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS).

Nase am LotspieB

Belichtungsmesser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

- Sll"'—»
49
.45
43
o P
E'.'ﬂ:?‘: :_‘O—\:

Rast
aster °
508 0..5

bestrahlungsempfindliche

Flache
Typ l Bestellnummer
SFH 200 | Q62702-P86 Gewicht etwa 0,05 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts —-40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 1 \
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 100 mwW
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SFH 200

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S = 10% von Sqyax)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Nullpunktsteilheit (E, = 0, Ty = 40 °C)

Quantenausbeute (A = 800 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1kQ, Ug =5V, L =830nm, /p = 20 pA)

DurchlaBspannung

(I = 100 MA, E, = 0, Ty = 25°C)

Kapazitat (Uz =0V, f=1MHz, E, =01x)
(Us =3V, f=1MHz, E, =01x)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von Z

U

Ik

20 (=14)
800

350...1100
2
1x2

0,5
+60

5 (=40)
0,5

=1

0,73

450 (=380)

20 (=14)

1,5

1,3
180
70
-2,6
0,2

nA/Ix

mV/pA
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mV
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pF
mV/K
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SFH 200

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7, = f (E,)
S =10) Leerlaufspannung U, = f (E,)
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SFH 200

Kapazitat C = f (Up); Fotostrom IIP = f(Ty)
E=0 P25
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200 s —
i L
180 =u =
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N
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80 \ 04
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Silizium-Quadranten-Fotodiode SFH 204

SFH 204 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fur den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit
@® Keine meBbare Alterung
® Geringes Rauschen

Leiterbandgehé&use, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster (%10")

Fir die SMD-Montage kann das Bauelement auch mit abgewinkel-
ten LotspieBen geliefert werden (Beispiel: BP 104 BS)

Nase am Loétspief3, Gehdusekerbe
Nachlaufsteuerungen, Kantenfiihrungen, Positionierung, Weg-

bzw. Winkelabtastung, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/
Regeln«

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

® Hohe Packungsdichte
® Hohe Grenzfrequenz
® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitat

@® Hohe Fotoempfindlichkeit
® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts und des nahen Infrarots

Typ ‘ Bestellnummer

SFH 204 | 62702-P89

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —-40...+80 °C
Loéttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 12 Vv
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 40 mw
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SFH 204

no,

' s | 2% by o=
Raster 5,08 ' .
0..5° 035 2,54
) _—5’08
0.2 Raster

MaBe in mm

Gewicht etwa 0,15 g

Anschluschema

6 &

Diodensystem mit den
bestrahlungsempfindlichen Flachen

12
g
45 7/
@ !
N Y
MaBe in um

203



SFH 204

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.,,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 10 V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)
Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit
der Systeme vom Mittelwert

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschiuBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=1kQ, Uy =5V, L =830nm, /p = 10 uA)

DurchlaBspannung

(/e =100mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitdt (Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix)
(Ug =10V, f=1MHz E, =0 Ix)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von Iy

204

U

Ik

th tf
Ur
C1 0

TKy
TK;

0,13 (=0,08)
850

400...1100
4 x 0,01
100 x 100

05
+60

0,1 (=2)
>0,35

+10
0,45

450 (=380)

130 (=80)

1,3
2,0
1,0
-2,6
0,18

nA/Ix
nm

nm
pm

mm
Grad
nA
AW

%
Elektronen
Photon
mV

nA

us

pF
mV/K
%/K



SFH 204

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /p = f (E\)
S = (W) Leerlaufspannung U, = f (Ey)
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SFH 204

Verlustleistung Py, = (T,)

mwW
80

ot

— =0

60

40
\Rmu = 350K/W
20 \

0 20 40 60 80°C

206



Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 205

SFH 205 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fur Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 10A3 DIN 41868 (TO-92 &hnlich), schwarzes Epoxy-GieBharz,
Tageslichtsperrfilter, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V10"

Kathodenkennzeichnung: Gehausekerbe

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Flache

@® Hohe Zuverlassigkeit Flache nicht plan \
. Kathode

® Keine meBbare Alterung - 68 06,05 \

@ Geringes Rauschen 6471 9'1’ 03

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb == S ——

@ Hohe Packungsdichte | iy A R

® Hohe Grenzfrequenz ] ﬁfg

@ Kurze Schaltzeit = 40 e =

® Geringe Kapazitat 23,2

@ Hohe Fotoempfindlichkeit 225

® Weiter Temperaturbereich Gewicht etwa 0,25 g

® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots

Typ | Bestelinummer

SFH 205 | Q62702-P102

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Tg; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) In 230 °C
Sperrspannung Ur 20 \%
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 150 mwW
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SFH 205

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V; A =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S;.x)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ui = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 0,5 mW/cm?; & = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Ug =5V, L =830nm, Ip =25 pA)
DurchlaBspannung

(/[ =100 mA, E, =0, T, = 25 °C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von Iy

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (Uz = 10 V)

208
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800...1100
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SFH 205

Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 205

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Kapazitat C = f (Ug)
Tu=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
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Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 205 Q2

SFH 205 Q2 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material
ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fur Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fur den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 10A3 DIN 41868 (TO-92 ahnlich), schwarzes Epoxy-GieBharz,
Tageslichtsperrfilter, LotspieBe, 5,08-mm-Raster (30")

Kathodenkennzeichnung: Gehausekerbe

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeréaten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geréatefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fldche

® Hohe Zuverlassigkeit Flche nicht plan
06,05

@ Keine meBbare Alterung - 68 04%03
@ Geringes Rauschen \

Kathode

s W
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb 1" =/ 25 =4
@ Hohe Packungsdichte = 53 ,

® Hohe Grenzfrequenz .l

® Kurze Schaltzeit 40
® Geringe Kapazitat
® Hohe Fotoempfindlichkeit !
@ Weiter Temperaturbereich Gewicht etwa 0,25 g
® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots

W
~Nw

NN
—w

V.1

Typ ‘ Bestellnummer
SFH 205 Q2 | Q62702-P896

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Te; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 20 \%
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 150 mw
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SFH 205 Q2

Kenndaten (7 = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5 V; A =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E. = 0,5 mW/cm?; L = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E, = 0,5 mW/cm?; L = 950 nm)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1KkQ, Us =5V, A =830nm, I, = 25 pA)
DurchlaBspannung

(/[r =100 mA, E, =0, Ty, = 25°C)
Kapazitdt (Us =0V, f=1MHz, E, = 01x)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von I

Rauschéquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (Ug = 10 V)
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SFH 205 Q2

Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 205 Q2

Dunkelstrom I = f (Ug) Kapazitat C = f (Up)
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Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 206

SFH 206 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohi fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 10A3 DIN 41868 (TO-92 ahnlich), schwarzes Epoxy-GieBharz,
Tageslichtsperrfilter, LotspieBe, 2,564-mm-Raster (V40"

Anodenkennzeichnung: Gehausekerbe

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeréaten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geréatefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale: Fldche nicht plan bestrahlungsempfindliche Fldache
@ Hohe Zuverlassigkeit __2.3 d) 8'2 xg'g
@ Keine meBbare Alterung 4 o s

. e 12
@ Geringes Rauschen i1 F 2 & <4
@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb ,L_u'—% ~ 8 |
® Hohe Packungsdichte ol __J 40 L‘_Anode
® Hohe Grenzfrequenz i 15— 3'8
@ Kurze Schaltzeit L I S —
® Geringe Kapazitat 25
@ Hohe Fotoempfindlichkeit Gewicht etwa 0,25 g
@ Weiter Temperaturbereich
@ Geeignet im Bereich des nahen Infrarots
Typ . Bestellnummer
SFH 206 | Q62702-P128
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 20 Vv
Verlustleistung (T = 25 °C) Piot 150 mwW
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SFH 206

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Us = 5V; L =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S,,,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 950 nm)

Quantenausbeute (A = 950 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 0,5 mW/cm?; L = 950 nm)
KurzschluBstrom

(E. = 0,5 mW/cm?; & = 950 nm)

Anstiegs- und Abfalizeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Uy =5V, A =830nm, I, = 25 uA)

DurchlaBspannung

(/e =100 mMA, E. =0, Ty, = 25°C)
Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 01x)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von 7y

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (Us = 10 V)
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SFH 206

Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 206

Dunkelstrom [ = f (Ug)
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Silizium-PIN-Fotodiode

SFH 206 K

SFH 206 K ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempféanger sind
sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fur den Elementbetrieb geeignet.

Gehéausebauform: 10 A3 DIN 41868 (TO-92 ahnlich),

spieBe, 2,54-mm-Raster (")

Anodenkennzeichnung: Gehausekerbe

Anwendung: Computer-Blitzlichtgerate, Lichtschranken fir Gleich- und Wech-
sellichtbetrieb, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: Fldche nicht plan

® Hohe Zuverlassigkeit 68

klares Epoxy-GieBharz, Lot-

bestrahlungsempfindliche Fldche

06,05
04703

@ Keine meBbare Alterung / 9';’2,5
® Geringes Rauschen [ a3

A 3
® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb |, d_—l %m~~'
® Hohe Packungsdichte Anode

.75
45

® Hohe Grenzfrequenz °e

® Kurze Schaltzeit 232
. L 225

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit Gewicht etwa 0,25 g

® Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Typ | Bestellnummer

SFH 206 K | Q62702-P129

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur T Ts
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) In
Sperrspannung Ur
Verlustleistung (T = 25 °C) Prot

2
&
40
38
~40..+80 | °C
230 °C
20 v
150 mw
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SFH 206 K

Kenndaten (7, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Usr = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes

(R.=1kQ, Uy =5V, 1 =830 nm, /p = 80 pA)

DurchlaBspannung

(I[r =100 mA, E, =0, T, = 25°C)
Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von I

Rauschéaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 10 V)

Nachweisgrenze (Ug = 10 V)
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U

Ik

tn tf

Ur
Co
TKy
TK,

NEP

D*

80 (=50)
850

400...1100
7,34
2,71 x 2,71

1,2..1,4
+70
2 (=30)
0,60

0,88
365 (=310)

80 (=50)

350

1,3
72
-2,6
0,18

42 x10™"

6,3 x 10"

Grad
nA
A/W

Elektronen
Photon

mV

LA

ns

pF
mV/K
%/K

\J‘E‘
cm - \/ﬁz_'




SFH 206 K

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /, = f (E,)
S =1} Leerlaufspannung U, = f (E)

% LA mV

100 A~ 10° 10"
DEEVAN

80
T \ 10 / 10°
60 = iy iiliT%
10’ / 10°
. // \l
10° 10
20
1099,
0 10" M 10°
400 500 600 700 800 900 1000 1100nm 10° 10’ 102 10° 10 Ix
P )\ EV
Richtcharakteristik S, = f (¢) Verlustleistung P, = f (T,)
o ) o o o mw
20 10 0 10 20 it
ﬁ> ;t =
— — Rot \
Y 125 \
30° \
\
100 \
\\
40°
75 \
500 \
50 \
60° \
0 700 \
‘ 25
80° 80°
90°F 90° ©959)
100° 100° 0
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SFH 206 K

Dunkelstrom 7 = f (Ug) Kapazitit C = f (Ug)
Tu=25°C;E=0 f=1MHz; E=0
pA pF
4000 { 100 l
1\0419)11)
Iy ! c % | i
80 “H
3000 - ~ f
70 W :
) L l
60 \
N
2000 / 50 ! Jr
// 40 i \
30 : ; o
1000 / N\
/ 20 \
7/ 10 ™\
0528
0 0
0 5 10 5 20V 1072 107 10° 10! 07V
o UR Emam— UR
Fotostrom _Ip_=f (Ty) Dunkelstrom 7 = f (Ty)
Ipos Us=10V;E=0
nA
14 103
L
b 12 i /
/
10 — | 0 /e
| =
08 - /
'
06 >
/
04 o //
02 7
057 082
107
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C 0 2 40 60 80 100 °C
= =Ty
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SFH 206 K

UL 12
ULzs
by
| 0
08
06
0.4
0.2

Leerlaufspannung Uy (Tw)
Ui 25

660

O 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80°C

—T
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Silizium-Fotodiode mit sehr kleinem Dunkelstrom SFH 212

SFH 212 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowohl fiir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Gehausebauform: 18 A3 DIN 41870 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehause,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (Y40")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden
Anwendung: Belichtungsmesser und Belichtungsautomaten
Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fldche

@ Hohe Zuverlassigkeit: Kathode

® Keine meBbare Alterung ‘W—l \ 9045

@ Geringes Rauschen 58

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb  ss& -

® Empfanger fir niedrige Beleuchtungsstarken -

® Hohe Packungsdichte

@ Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

@® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

—=12,8
S
5.4

Gewicht etwa 0,5 g

Typ | Bestellnummer

SFH 212 ' Q62702-P145

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ug 7 \%
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 200 mwW
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SFH 212

Kenndaten (T = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5V; Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von Sia)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Dunkelstrom (Ug = 1V)

Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)
Nullpunktsteilheit (E, = 0, Ty = 25 °C)

Quantenausbeute (A = 800 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1KkQ, Us =5V, A =830 nm, /p = 25 pA)
DurchlaBspannung

(Ir =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)

Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U_
Temperaturkoeffizient von /i

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 1V)

}\'S max

LxB

S.
So

U

Ik

tr: tf

Ur
Co
TKy
TK

NEP

25 (=20)
800

350...1100
1
1x1

2,6..3,2
+15
5 (=20)
0,50
=05

0,73

470 (2400)

25 (=20)

1,3

1,3
100
-2,6
0,16

2,5x 107"

nA/Ix
nm

nm
mm
mm

Grad
pA
A/W

mV/pA
Elektronen
Photon

mV

HA

us

pF
mV/K
%/K

VHz

cm - \/Hz'
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SFH 212

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom I, = f (E,)
S =f(N) Leerlaufspannung U, = f (E,)
pA mV
| 10° 10°
\ ] U
P L
\
\ 10 10°
Uit
\ 7
\
10’ / 10?
\ /
m’
10° / 10’
VA
i = 4 pin
. 1100
oL L [ _ 10° 10°
400 600 800 1000 1200 nm 100 10" 0 10 101
———— S—
Richtcharakteristik S, = f (¢) Verlustleistung Py, = f (T)
100 0° 10° mw
300
10
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08~ "% 250
Ror ]
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300 30° \\
150 \\
40° 40° ‘\
100 N
50° 50° \
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60 50
o 7 -]
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SFH 212

Dunkelstrom I = f (Up) Kapazitat C = f (Ug)
Ty =25°C E=0
pA pF
25 120
I
\ // £ 100 =
20 / B
/ N
/ 80 \
15
/1 60
10 /
/
/ 40 \
/ N
s 20
@" 1063
0 T 0 UJJ
01 2 3 4 5 6 789 10V 107 1077 107" 10° 10'v
- UR —————UR
Fotostrom IIP = f(Ty) Dunkelstrom I = f (T)
P25 E,=0;Us=1V
pA
12 10*
R — !
i =1 R
P25 10 — — y,
LT 10° ]
/
08 a
/
74
08 10 /
A
//
04
10' /
02 7/
A
067 / 1075
0 10° L4
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SFH 212

Nullpunksteilheit S, = -2
F

100
nA
Bﬂ_|

60

05—V-10
-

228



Silizium-PIN-Fotodiode SFH 216

SFH 216 ist eine Silizium-Fotodiode in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt
einen positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl fir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb geeignet.

Geh&dusebauform: 18 A3 DIN 41870 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehause,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V10")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Schneller optischer Empfanger mit groBer Modulationsbandbreite
fur Lichtgriffel

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche Fléche
® Hohe Zuverlassigkeit —28 'ﬁ‘_ﬂwdeq)

® Keine meBbare Alterung jW ’ : :

® Geringes Rauschen ] i

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb  ©& N4 J——

® Hohe Packungsdichte ? Ls,z_

® Hohe Grenzfrequenz __7é-9 15

@ Kurze Schaltzeit 63 125

® Geringe Kapazitat )

® Hohe Fotoempfindlichkeit Gewicht etwa 0.5 g

® Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

Typ [ Bestellnummer

SFH 216 ’ Q62702-P936

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 50 \Y
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Prot 230 mw
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SFH 216

Kenndaten (T, = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ug = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S0

Bestrahlungsempfindliche Fldche

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehduse-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ur = 20 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=50Q, Us =5V, A =880nm, I, = 50 pA)

DurchlaBspannung

(Il =100 mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitat (U =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
(Us =1V, f=1MHz, E, =0 Ix)
(Us =20V, f=1MHz, E, =0 Ix)

Temperaturkoeffizient von U_

Temperaturkoeffizient von I

Rauschaquivalente Strahlungsleistung (Ug = 20 V)

Nachweisgrenze (Ug = 20 V)

230

>"S max

LxB

U

Iy

i

Ur
Co
G

TKy
TK,

NEP

D*

50 (=35)
850

350...1150
0,97
0,985 x 0,985

42..5,0
+12

1 (=5)
0,55

0,80

410 (2350)

50 (=35)

30
80

1,3
11
6,4
2,4
-2,6
0,2

3,3x10™

3,1 x 10"

nA/Ix
nm

nm
mm
mm

2

mm

Grad

nA

A/W
Elektronen

Photon
mV

HA

ns
ns




SFH 216

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom /; = f (Ey)
S = F () Leerlaufspannung U, = f (E)

pA mv
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/ 10’ 107
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(139 \ ”"2
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=X E
Richtcharakteristik S, = f (¢) Verlustleistung P, = f (Ty)
mw
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Ret
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SFH 216

Iy

232

Dunkelstrom I = f (Ug)

E=0; T, =25°
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0 10 20 30 40 50V
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E, = 1000 Ix; Us = 20V
HA
70 r
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/
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I 9
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SFH 216

Serienwiderstand R, = f (Ug);
E = 0; MeBfrequenz f = 100 MHz
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Silizium-PIN-Fotodiode SFH 217
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 217 F

Vorlaufige Daten

SFH 217 und SFH 217 F sind Silizium-Fotodioden in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-
Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Foto-
empfanger sind sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb
geeignet.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause, plan, klares Epoxy-GieBharz (bzw. schwar-
zes Epoxy-GieBharz fir SFH 217 F), LotspieBe, 2,54-mm-Raster
(V40"

Kathodenkennzeichnung:  Kurzer LotspieB

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«, schnelle Licht-
schranken fiir Gleich- oder Wechsellichtbetrieb, LWL

Besondere Merkmale: " Chiplage

@® Hohe Zuverlassigkeit Flache nicht plan 0P | .7

@ Keine meBbare Alterung

® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

® Hohe Grenzfrequenz

® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitéat

@® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

® Tageslichtsperrfilter (SFH 217 F)

® Gehausegleich mit Fototransistor SFH 317,
SFH 317 F, IRED SFH 485 P

Raster 2,54

FNE

Gewicht etwa 0,4 g

Typ ‘ Bestellnummer
SFH 217 | Q62702-P946
SFH 217 F Q62702-P947

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts: Ts —40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéause entfernt

bei Lotzeit t =3 ) T. 300 °C
Sperrspannung Ur 30 \
Verlustleistung Piot 100 mw

234



SFH 217

SFH 217 F
Kenndaten (7, = 25 °C) SFH 217 SFH 217 F
Fotoempfindlichkeit
(Ug = 5 V; Normlicht A, T = 2856 K) S 9,5 (£5) - nA/Ix
Fotoempfindlichkeit
(Us = 5V; A =950 nm; E, = 0,5 mW/cm? S - 3,0 (=1,8) pA
Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit As 850 900 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S = 10% von Sy A 400...1100 800...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1 1 mm?
Abmessung der bestrahlungs-
empfindlichen Flache LxB 0,985x0,985 | 0,985x0,985 | mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante 0,4...0,7 0,4...0,7 mm
Halbwinkel o) +60 +60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 20 V) In 1(=10) 1(=10) nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit
(. = 850 nm) S, 0,62 0,62 A/W
~ Elektronen

. L L QG e - 0.89 0.89 Elektronen
Quantenauspeute (A = oou 1iimy) 4 , , Photon
Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T=2856 K)  U_ 350 (=300) - mV
(E, = 0,5 mW/cm?; & = 950 nm) U, - 300 (=250) mvV
KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) I 9,3 (25) - A
(E, = 0,5 mW/cm?; & = 950 nm) I - 3,1 (=1,8) HA
Anstiegs- und Abfallzeit
des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=50Q,Us=5V,
A =880 nm, I, = 14 pA) t, t 2 (=4) 2 (=4) ns
DurchlaBspannung
(I =100 mA, E, =0, T, = 25°C) U 1,3 1,3 \Y
Kapazitat
(Us =0V, f=1MHz, E,=01x) Co 11 11 pF
Temperaturkoeffizient von U TKy -2,6 -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ik TK: 0,2 0,2 %/K
Rauschaquivalente Strahlungsleistung W
(Us =20V) NEP 29x10™ 2,9 x 107"
VHz
‘ 1 cm - Hz'

Nachweisgrenze (Ug = 20 V) D* 3,5 x 10" 3,5x 10 —w
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SFH 217
SFH 217 F

Relative spektrale Empfindlichkeit

é;rel =f (;&)
o, SFH217
100
Srel V \
T 80 // \
/
60 //
/ \
40 / \
1129,
0
400 600 800 1000 1200 nm
[R—— ;‘
Fotostrom [, = f (E,)
SFH 217
uA mV
10’ = i 0%
1 UL
P LT /
A /
ST,
\ 2
10 L 10
10o 10!
1029)]
107 / 10°
10° 0 10 10 10“1x
—_— Ev
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Relative spektrale Empfindlichkeit
S =N

o, SFH217F

100
Srel I
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o \\
20 I \
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0 ot
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Fotostrom I, = f (E,)
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SFH 217

SFH 217 F
Richtcharakteristik S, = f (¢) Verlustleistung Py, = f (T,)
o o o mw
10 0 10 300
20° 20°
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I 200 N
30° 30° AN
N
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150 \
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SFH 217
SFH 217 F
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Silizium-Fotodiode
mit sehr kleinem Dunkelstrom SFH 219

Vorlaufige Daten

SFH 219 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfénger sind sowohl fur
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehéausebauform: 18 A3 DIN 41 870 (TO 18), planes Glasfenster, kurzes hermetisch
dichtes Gehause, 2,54-mm-Raster (V10")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Belichtungsmesser, Belichtungsautomaten, Industrieelektronik,
»Messen/Steuern/Regeln«.

Besondere Merkmale: bestrahlungsempfindliche
8, Fldche 0,985x 0,985

® Hohe Zuverlassigkeit ®0,45 2 ‘ Anode

@ Keine meBbare Alterung / é i

@ Geringes Rauschen SF f )

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb l Aok =4

® Empfénger fir niedrige Beleuchtungsstérken 1,5 j

@ Hohe Packungsdichte 12,5

® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

@ Streng logarithmischer Zusammenhang
zwischen Uy, bzw. /x und Beleuchtungs-
stirken von 1072 bis 10° Ix

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

oo
o~ o

2,54

Rastermaf

——

ww
Ui
v

,g,

Gewicht etwa 0,5 g

Typ Bestellnummer
SFH 219 | Q62702-P948

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur T Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ur 7 \)
Verlustleistung Pt 200 mw
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SFH 219

Kenndaten (T = 25 °C)
Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5V, Normlicht A, T = 2856 K)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 1V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (A = 850 nm)

Quantenausbeute (A = 800 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschiuBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes
(Ri=1kQ, Us =5V, A =830nm, [, =7 pA)
DurchlaBspannung

(/e =100 mA, E, =0, Ty = 25°C)

Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, = 0 Ix)
Temperaturkoeffizient von U,
Temperaturkoeffizient von Ik

Rauschéquivalente Strahlungsleistung (Ug = 1V)

Nachweisgrenze (Uz = 1V)
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TK,
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NEP

D*

7 (=5)
850

400...1100
1
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1.1,2
+60
5 (=20)
=05

0,73
390 (=320)

7 (25)

1,3

1,3
90
-2,6
0,16
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nm
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mm
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pPA
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Photon
mV
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mV/K
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SFH 219

%)

Relative spektrale Enipfindlichkeit
Srel = f()")
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SFH 219
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Silizium-Differential-Fotodiode SFH 221

Vorlaufige Daten

SFH 221 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material ergibt einen
positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind sowonhl fir
Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fur den Elementbetrieb geeignet.

Gehéausebauform: Hermetisch dichtes Gehause, dhnlich TO 5, LotspieBe, 5,08-mm-
Raster (%10")

Kathodenkennzeichnung: Nase am Geh&useboden

Anwendung: Nachlaufsteuerungen, Kantenfiihrungen, Weg- bzw. Winkelabta-
stung, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regein«.

Besondere Merkmale: T_I g‘i ——].‘2'3——
® Hohe Zuverlassigkeit - gl
@ Keine meBbare Alterung f é : S
@ Geringes Rauschen oor o !

4]

ONON
bs‘S -

@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrie

@ Empfanger flr niedrige Beleuchtungsstarken

@® Hohe Packungsdichte

® Kurze Schaltzeit

® Geringe Kapazitat

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Weiter Temperaturbereich

® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

8

bestrahlungsempfindliche

60
657
XX XXX
=

Y
Typ l Bestellnummer Gewicht etwa 2 g
SFH 221 | Q62702-P950
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt
bei Lotzeit t =3 s) T 230 °C
Sperrspannung Ug 10 \Y
Verlustleistung Pt 50 mw
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SFH 221

Kenndaten (T, = 25 °C)

(Diese Angaben beziehen sich auf ein System der Fotodiode)

Fotoempfindlichkeit

(Ug =5V, Normlicht A, T = 2856 K)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,.,.)

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel
Dunkelstrom (Ug = 10 V)
Spektrale Fotoempfindlichkeit (. = 850 nm)

Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit
der Systeme vom Mittelwert

Quantenausbeute (A = 850 nm)

Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K)

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

(RL=5kQ, Us =0V, A =2830nm, I, = 20 pA)

DurchlaBspannung

(I, =100mA, E, =0, T, = 25°C)

Kapazitat (Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix)
(Us =10V, f=1MHz, E, =0 Ix)

Temperaturkoeffizient von U,

Temperaturkoeffizient von Iy
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}\'S max

A
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Ik

t, &

Ue
Co
Cio
TKy
TK;

24 (=15)
850

430...1150
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0,7 x 2,2

1,9..2,3
+55

100 (=200)
0,55

*0,5
0,80
330 (=280)

24 (=15)

=500

1,3
40
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%
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SFH 221

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom 7, = f (E,)
S =) Leerlaufspannung U_ = f (E,)
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SFH 221

Dunkelstrom /i = f (Ug) Diodenkapazitat C = f (Uy)
Ty =25°C
nA pF
250 25
N
K
A 20 20
/
v \
7 \
‘I
150 / 15
//
\
v/ \
100 v 10 \
v
/ // N
>
/ // N
50 L~ 5
/ L~
. V ,/ L N
77 @ 1068)
0 0 [
0 2 4 5 8 0V 102 107 10° 10' 102V
— Uy —={
Fotostrom I _ f(Ty) Dunkelstrom 7 = f (Ty)
To2s Up =10V
nA
14 108 77
o _ 1/
Ihs 12 I 77
"] T 10 /
10 =
T 7 /'l
7y
0.8
10? ‘/,
0'5 / Ill
7
b 102 /
£
02 3 I’
- V4
@7 {058
10!
-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C 0 25 50 75 100 1250C
— —=1

246



SFH 221

Leerlaufspannung U, = f(T)
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SFH 230
SFH 230 F

Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Silizium-PIN-Fotodiode mit Zusatzfilter

Vorlaufige Daten

SFH 230 und SFH 230 F sind Silizium-Fotodioden in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-
Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Foto-
empféanger sind sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb

geeignet.

Gehausebauform:

Anodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

@® Hohe Zuverlassigkeit
® Keine meBbare Alterung
® Geringes Rauschen

® Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb

® Hohe Packungsdichte

Leiterbandgehéuse, schwarzes Epoxy-GieBharz, Tageslichtsperr-
filter (bei SFH 230 F mit Zusatzfilter), LotspieBe,
5,08-mm-Raster (%¢")

Gehausekerbe

IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeréten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fiir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

optische Achse

755 _ o
7,057 ”'*

©

=% —

wn ~in -
X < [ ]

o oo ,;S H !

- I

o

[+

® Hohe Grenzfrequenz T_'"__:‘::

® Kurze Schaltzeit L—a 4

® Geringe Kapazitit 7.6

® Hohe Fotoempfindlichkeit e 10,6

® Tageslichtsperrfilter vo 10,0

@ Weiter Temperaturbereich © it ‘

® Geeignet im Bereich des nahen Infrarots ol H| B ==

b oserazo d L—Jl—f

Typ ’ Bestellnummer ? SFHZ30F * s

SFH 230 I Q62702-P951

SFH 230 F Q62702-P952 Fldche nicht plan fotoempfindliche
’ Fldche mit Filter

Gewicht etwa 0,4 g
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Léttemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehéuse entfernt

bei Lotzeit t =3 s)
Sperrspannung
Verlustleistung (T, = 25 °C)
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Ts; Ts —-40...+80 °C
T 230 °C
Ur 20 \
Plot 150 mwW



SFH 230

SFH 230 F
Kenndaten (T, = 25 °C) SFH 230 SFH 230 F
Fotoempfindlichkeit
(Us =5V; A =950nm; E, = 0,5 mW/cm? S 26 (=16) 24 (=15) HA
Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit As 900 950 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S=10% von S...,) I3 750...1100 840...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 7,34 7,34 mm?
Abmessung der bestrahlungs-
empfindlichen Flache LxB 2,71 x 2,71 2,71 x 2,71 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehaduse-Oberkante 0,3 0,4 mm
Halbwinkel [0) +60 +60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 10 V) Ir 2 (=30) 2 (=30) nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit
(A = 950 nm) S, 0,68 0,64 A/W
Quantenausbedte (. = 950 nm) n 0,89 0,83 Cpkronen
Leerlaufspannung
(Es = 0,5 mW/cm? . = 950 nm) U, 330 (=260) 330 (=260) mV
KurzschluBstrom
(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm) Ik 24 (=16) 22,5 (=15) pA
Anstiegs- und Abfallzeit
des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=1kQ, Us=0V,
A =950 nm, Ip = 25 pA) t, k 125 125 ns
DurchlaBspannung
(I =100 mA, E, =0, T, = 25°C) Ur 1,3 1,3 \
Kapazitat
(Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix) Co 69 69 pF
Temperaturkoeffizient von U_ TKy -2,6 -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von I TK; 0,18 0,18 %/K
Rauschéquivalente Strahlungsleistung W
(Us =10V) NEP 3,7 x 107" 4 x10™" —_—
\VHz
. " cm - \/E
Nachweisgrenze (Ur = 10 V) D 7,2 x 10" 6,6 x 10™ W
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SFH 230

SFH 230 F
Relative spektrale Empfindlichkeit Relative spektrale Empfindlichkeit
S =1 Ser =1
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SFH 230
SFH 230 F
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SFH 230

SFH 230 F
Fotostrom IIP = f(Ty) Dunkelstrom I = f(T)
pos Us=10V; E=0
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Silizium-Differential-Fotodiode SFH 248
Silizium-Differential-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 248 F

Vorldufige Daten

SFH 248 und SFH 248 F sind Silizium-Fotodioden in Planartechnik. Das verwendete N-Si-Material
ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseitenkontakt. Diese Fotoempfanger sind
sowohl flr Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbetrieb geeignet.

Gehdusebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

@ Hohe Zuverlassigkeit
©® Keine meBbare Alterung
@ Geringes Rauschen

@ Hohe Leerlaufspannung

bei Elementbetrieb
@ Empfénger fir niedrige
Beleuchtungsstéarken
@ Hohe Packungsdichte
® Kurze Schaltzeit
® Geringe Kapazitat
® Hohe Fotoempfindlichkeit
® Tageslichtsperrfilter
@ Weiter Temperaturbereich
® Geeignet im Bereich des
sichtbaren Lichts
und des nahen Infrarots

10 A3 DIN 41868 (T0 92 &hnlich), LotspieBe, 2,54 mm Raster (V10"),
klares Epoxy-GieBharz (bzw. schwarzes Epoxy-GieBharz fir
SFH 248 F)

Gehéausekerbe

Nachlaufsteuerungen, Kantenfihrungen, Weg- bzw. Winkel-
abtastung, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«.

Fotoempfindliche Fldche 28, L
2,0
A B
=
\“:A
BE38
7,0
f— ]
! 9.8
L 8.4

Fldche nicht plan

bestrahlungsempfindliche

Gewicht etwa 0,5 g

Typ l Bestellnummer
SFH 248 ' Q62702-P953
SFH 248 F Q62702-P954

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 ) T 230 °C
Sperrspannung Ur 10 \%
Verlustleistung Pt 50 mw
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SFH 248

254

SFH 248 F

Kenndaten (7, = 25 °C) SFH 248 SFH 248 F

(Diese Angaben beziehen sich auf

ein System der Fotodiode)

Fotoempfindlichkeit

(Ur = 5 V; Normlicht A, T = 2856 K) S 24 (=15) - nA/Ix
Fotoempfindlichkeit
(Usg=5V; A=950nm; E, =0,5mW/cm? S - 7,5 (24) pA
Wellenlange der max.

Fotoempfindlichkeit s 850 950 nm
Spektraler Bereich der

Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S, A 430...1150 800...1150 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1,54 1,54 mm?
Abmessung der bestrahlungs-

empfindlichen Flache LxB 0,7%x2,2 0,7%x2,2 mm
Abstand Chipflache-Oberkante

bis Gehause-Oberkante H 1 1 mm
Halbwinkel 0 +60 +60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 10 V) Ir 100 (=200) 100 (=200) nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit

(A = 850 nm) S, 0,55 0,55 AW
Quantenausbeute (. = 850 nm) n 0,80 0,80 Elektronen

Photon

Leerlaufspannung

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T=2856 K) U, 390 (=320) - mV
(E, = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm) U, - 340 (=280) mV
KurzschluBstrom

(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) Iy 24 (=15) - HA
(E. = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm) Iy - 7,5 (=4) pA
Anstiegs- und Abfallzeit

des Fotostromes

von 10% auf 90%, bzw.

von 90% auf 10% des Endwertes

R.=1Q,Us=0V,

A =830 nm, Ip = 20 pA) t, & =500 =500 ns
DurchlaBspannung

(/[r=100mA, E, =0, T, = 25°C) Ur 1,3 1,3 Vv
Kapazitat

(Us=0V, f=1MHz E, =01Ix) Co 40 40 pF
(Us=10V; f=1MHz E, =0 Ix) Cy 10 10 pF
Temperaturkoeffizient von U_ TKy -2,6 -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von Iy TK; 0,18 0,18 %/K




SFH 248

SFH 248 F
Relative spektrale Empfindlichkeit Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 248

SFH 248 F
Dunkelstrom [ = f (Ug) Diodenkapazitat C = f (Ug)
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SFH 248
SFH 248 F
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Silizium-PIN-Fotodiode SFH 2030
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter SFH 2030 F

Vorlaufige Daten

SFH 2030 und SFH 2030 F sind Silizium-Fotodioden in PIN-Planartechnik. Das verwendete N-Si-
Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseitenkontakt. Diese Foto-
empfanger sind sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den Elementbetrieb
geeignet.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause (T 1%), klares Epoxy-GieBharz (bzw. schwar-
zes Epoxy-GieBharz fur SFH 2030 F), LotspieBe,
2,54-mm-Raster ("40")

Kathodenkennzeichnung:  Kurzer LotspieB

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«, schnelle Licht-
schranken fir Gleich- oder Wechsellichtbetrieb, LWL.

Besondere Merkmale: 9.0 29
L . 8,2 21 1,8
@ Hohe Zuverlassigkeit |18 Kathode 1.2
® Keine meBbare Alterung + A
® Geringes Rauschen a2 L
@ Hohe Leerlaufspannung bei Elementbetrieb & o 1=
® Hohe Grenzfrequenz } Sso| oo
® Kurze Schaltzeit 4,6

® Geringe Kapazitat
® Hohe Fotoempfindlichkeit
® Weiter Temperaturbereich Gewicht etwa 0,4 g
® Geeignet im Bereich des sichtbaren Lichts

und des nahen Infrarots
@ Tageslichtsperrfilter
@ Gehausegleich mit Fototransistor SFH 303,

SFH 303 F, IRED SFH 485

Tun | Ractallnuimmar
Sesitanummer

yp I
SFH 2030 Q
SFH 2030 F Q

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C
Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt

bei Lotzeit t =3 s) T 300 °C
Sperrspannung Ur 30 \Y
Verlustleistung Pt 100 mw
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SFH 2030

SFH 2030 F
Kenndaten (7, = 25 °C) SFH 2030 SFH 2030 F
Fotoempfindlichkeit
(Ug = 5V; Normlicht A, T = 2856 K) S 80 (=50) - nA/Ix
Fotoempfindlichkeit
(U =5V; L =950 nm; E, = 0,5 mW/cm?) S - 25 (=15) nA
Wellenldnge der max.
Fotoempfindlichkeit As 850 900 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..,) A 400...1100 800...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 1 1 mm?
Abmessung der bestrahlungs-
empfindlichen Flache LxB 0,985x0,985 | 0,985x0,985 | mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante 4,0...4,6 4,0..4,6 mm
Halbwinkel [0} +20 +20 Grad
Dunkelstrom (Ui = 20 V) Ig 1(=5) 1 (=5 nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit
(A = 850 nm) S, 0,62 0,62 AW
B Elektronen
Quantenausbeute (A = 850 nm) n 0,89 0,89 Photon
Leerlaufspannung
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T=2856 K)  U_ 420 (=350) - mV
(E. = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm) U. - 370 (=300) mV
KurzschluBstrom
(E, = 1000 Ix, Normlicht A, T = 2856 K) I 80 (=50) - pA
(Es = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm) I - 25 (=15) HA
Anstiegs- und Abfallzeit
des Fotostromes
von 10% auf 90%, bzw.
von 90% auf 10% des Endwertes
(RL=50Q, Us =5V,
A =880nm, Ip = 14 pA) t, k& 2 (=4) 2 (=4) ns
DurchlaBspannung
{{lr = 100 mA, E, =0, Ty = 25 °C) Uk 1,3 1,3 V
Kapazitat
(Us =0V, f=1MHz, E, =0 Ix) Co 11 11 pF
Temperaturkoeffizient von U, TKy -2,6 -2,6 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ik TK; 0,2 0,2 %/K
Rauschaquivalente Strahlungsleistung W
(Ur=20V) NEP 2,9 x 107" 2,9 x 10
VHz
I
) . cm - Hz
Nachweisgrenze (Ug = 20 V) D 3,5 x 10% 3,5 x 10" —w
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SFH 2030
SFH 2030 F
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Relative spektrale Empfindlichkeit
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Fototransistoren







NPN-Silizium-Fototransistor BP 103

BP 103 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik mit BasisanschluB. Der
Kollektor ist mit dem Geh&duseboden elektrisch verbunden.

Gehausebauform: 18A3 DIN 41870 (TO 18), Bodenplatte, klares Epoxy-GieBharz,
linsenférmig, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (“40")

Kollektorkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Computer-Blitzlichtgerdte, Lichtschranken fiir Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: " bestrahlungsempfindliche
a . = Flache
@® Hohe Zuverlassigkeit S !
® Keine meBbare Alterung g
@ Kurze Schaltzeit :ﬁ; E
@ Hohe Fotoempfindlichkeit — 1A
® Gute Linearitat 1
@ Geeignet im Bereich des sichtbaren 1‘2*2
Lichts und des nahen Infrarots '
@ Gruppiert lieferbar Gewicht etwa 0,5 g

@® Gehdausegleich mit LD 242

Typ l Bestellnummer

BP 103 1l Q62702-P79-S1

BP 103 li Q62702-P79-S2

BP 103 IV* Q62702-P79-S3

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C

Lottemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =22 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) Tir 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenldtung

(Lotstelle =2 mm vom Gehéduse; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C

Kollektor-Emitterspannung Uceo 50 \%

Kollektorstrom I 100 mA

Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 200 mA

Emitter-Basisspannung Ugs 7 \Y

Verlustleistung (T, = 25 °C) Prot 300 mwW

Warmewiderstand Rinu 500 K/W
Riue 200 K/W

* Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind. Wir
behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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BP 103

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,.)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der Chipflache

Abstand Chipoberflache bis Gehause-Oberkante

Halbwinkel

Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode

(E, = 1000 Ix; Usg =5V)
Kapazitat

(Uke=0V; f=1MHz; E=01Ix)
(Ugg =0V; f=1MHz; E=0Ix)
(Ugg =0V; f=1MHz; E=0Ix)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Usgo = 35V; E=01x)

[PCB
CCE

Ces
CEB

ICEO

850

440...1100
0,12

0,5 x 0,5
0,2...0,8
+55

1,5

9
13
21

5 (=100)

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit romischen

Ziffern gekennzeichnet

Fotostrom

(E, = 1000 Ix; Ue = 5V)
(E, = 0,5 mW/cm?;

A =950nm; U =5V)
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic =1 mA;

Ucge =5V; R.=1kQ)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(e = Ipce min - 0,3;

E = 1000 Ix)
Stromverstarkung

(E, = 1000 Ix; Uce = 5V)
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BP 103
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BP 103

Kollektor-Emitter-Kapazitat Kollektor-Basis-Kapazitat
Coe = f(Uge) Cos = f(Ucs)
pF pF
10 1 ] 14
| TN
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8 \ 10 \
\ \
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7 \
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5 \ \
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\ , 4 N
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NPN-Silizium-Fototransistor BP 103 B

BP 103 B ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik ohne BasisanschiuB.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause (T 1%), klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe,
2,54-mm-Raster (10")

Kollektorkennzeichnung: Kirzerer Lotspiel3

Anwendung: Computer-Blitzlichtgerate, Lichtschranken fir Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: Fldche nicht plan
® Hohe Zuverlassigkeit o En}}fer
® Keine meBbare Alterung s | S-S
® Kurze Schaltzeit Ex ————
@ Hohe Fotoempfindlichkeit S SO
® Gute Linearitat g1 5 02
@ Geeignet im Bereich des sichtbaren —» = Kollektor

Lichts und des nahen Infrarots ) 14,0
® Gruppiert lieferbar 13,0
® Gehausegleich mit LD 271 Gewicht etwa 0,2 g
Typ I Bestellnummer
BP 103 B Il Q62702-P85-S2
BP 103 B Il Q62702-P85-S3
BP 103 B IV* Q62702-P85-S4
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Lottemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =5 s) T 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenldtung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 35 \%
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 100 mA
Emitter-Kollektorspannung Uec 7 \Y
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 200 mw
Warmewiderstand Ry 375 K/W

* Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind. Wir
behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

269



BP 103 B

Kenndaten (7, = 25 °C)
Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S = 10% von S,.,)

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der Chipflache

Abstand Chipoberflache bis Gehduse-Oberkante

Halbwinkel

Kapazitat

(Uge=0V; f=1MHz; E=0Ix)
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Ugeo =35V; E=01x)

)‘S max

850

420...1100
0,12
0,5x0,5
4.1..4,7
+25

6,5

5 (=100)

nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen

Ziffern gekennzeichnet

Fotostrom

(E, = 1000 ix; Ugg = 5V) Ipce
(E, = 0,5 mW/cm?;

A =950 nm; Uge = 5V) Ipce
Anstiegszeit/Abfallzeit

(Ic =1 mA;

Uge=5V; R =1kQ) t, &

Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(Ic = Tece mn * 0,3;

E =1000 Ix) Uce sat
Stromverstérkung Zoce
(E, = 1000 Ix; Ugg = 5 V; Trcs
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[ I v
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350 550 650




BP 103 B

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom
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NPN-Silizium-Fototransistor BPX 38

BPX 38 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik mit BasisanschluB. Der
Kollektor ist mit dem Gehduseboden elektrisch verbunden.

Gehdusebauform: 18A3 DIN 41876 (TO 18), planes Glasfenster, hermetisch dichtes
Gehause, 2,54-mm-Raster (V10")

Kollektorkennzeichnung:  Nase am Gehauseboden

Anwendung: Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Industrieelek-
tronik, »Messen/Steuern/Regeln«, bei Verwendung von Linsen-
systemen.

Besondere Merkmale: 2,81=~— EcB

—$045
|

@® Hohe Zuverlassigkeit i &

® Keine meBbare Alterung wi i:: B3 6 3

@ Kurze Schaltzeit ? °f 3

® Hohe Fotoempfindlichkeit [ 11155 — ggg -

® Gute Linearitat ' '

® Geeignet im Bereich des sichtbaren bestrahlungsempfindliche
Lichts und des nahen Infrarots Fldche

® Gruppiert lieferbar Gewicht etwa 1,0 g

@ Gehausegleich mit SFH 402

Typ l Bestellnummer

BPX 38 I Q62702-P15-S2

BPX 38 il Q62702-P15-S3

BPX 38 IV* Q62702-P15-S4

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+125 °C

Lottemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =5 s) Tr 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C

Kollektor-Emitterspannung Uce 50 \%

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 200 mA

Emitter-Basisspannung Ugs 7 \"

Verlustleistung Pt 330 mwW

Warmewiderstand Ringu =450 K/W
Ria =150 K/W

* Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind. Wir
behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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BPX 38

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S = 10% von S0

Bestrahlungsempfindliche Flache
Abmessung der Chipflache

Abstand Chipoberflache bis Gehduse-Oberkante

Halbwinkel

Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
(E,=10001Ix; Usg =5V)

(Es = 0,5 mW/cm? A = 950 nm; Ugg = 5 V)
Kapazitat

(Ueg=0V; f=1MHz; E=01x)
(Usg=0V; f=1MHz; E=01Ix)
(Ug=0V; f=1MHz; E=01Ix)

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen

Ziffern gekennzeichnet

Fotostrom

(E, = 1000 Ix; Use = 5 V) Ioce
(E, = 0,5 mW/cm?;

A =950 nm; U =5V) Toce
Anstiegszeit/Abfallzeit

(Ic =1mA;

Uk =5V; RL=1kQ) t,

Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(Ic = Tpce min - 0,3;

E =1000 Ix) Uce sat
Stromverstarkung

(E, = 1000 Ix; U =5V,

1,
E. = 0,5 mW/cm?; %
A =950nm; Uge =5V) PCB
Kollektor-Emitter-
Reststrom
(Usgo =25V; E=01x) Ieeo

}"S max 870

A 450...1100
A 0,675
LxB 1x1

H 2,25...2,55
0] +40

Ipcs 6,2

Tpca 1,2

Cee 23

Ccs 41

Ces 47

I v .
0,63..1,25 | 1,0..2,0 =1,6 mA

0,16...0,32 | 0,25...0,5 =0,4 mA

9 12 15 s

175 195 215 mvV

150 240 350

8 (=200) 12 (=500) | 20 (=500) | nA
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BPX 38

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom
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BPX 38

Fotostrom /P =f(Ty)
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BPX 38

Kollektor-Emitter-Kapazitat

Coe = f(Uce)
pF
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0
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NPN-Silizium-Fototransistor BPX 43

BPX 43 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik mit BasisanschiuB. Der
Kollektor ist mit dem Gehauseboden elektrisch verbunden.

Gehausebauform: 18A3 DIN 41876 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehause,

LotspieBe, 2,54-mm-Raster (Vio")
Kollektorkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Lichtschranken flir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Industrieelek-

tronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

§ ™ ECB
@ Hohe Zuverlassigkeit L — %
@ Keine meBbare Alterung an T::.: 3 - E P
@ Kurze Schaltzeit I &

® Hohe Fotoempfindlichkeit

LY
145

125

® Gute Linearitat

@ Geeignet im Bereich des sichtbaren
Lichts und des nahen Infrarots

® Gruppiert lieferbar

® Gehéausegleich mit SFH 401

bestrahlungsempfindliche
Flache

Gewicht etwa 1,0 g

Typ ‘ Bestellnummer
BPX 43 Il Q62702-P16-S2
BPX 43 Ill Q62702-P16-S3
BPX 43 IV~ Q62702-P16-S4
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur -55...+4125 °C

Loéttemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =5 s) Tt 260 °C
Loéttemperatur bei Kolbenldtung

(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =3 s) Tik 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 50 \'

Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 200 mA
Emitter-Basisspannung Ugs 7 Vv
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pyt 330 mw
Warmewiderstand Riuu =450 K/W
Rie =150 K/W

* Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind. Wir
behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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BPX 43

Kenndaten (T = 25°C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 870 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S = 10% von S A 450...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,675 mm?
Abmessung der Chipflache LxB 1x1 mm
Abstand Chipoberflache bis Gehduse-Oberkante H 2,6...3,2 mm
Halbwinkel [0) +15 Grad
Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode

(E, =10001Ix; Usg =5V) Ipcp 30 pA
(E; = 0,5 mW/cm?; A = 950 nm; Ugg = 5 V) Ipcg 7,1 HA
Kapazitat

(Ug=0V; f=1MHz; E=01Ix) Cce 23 pF
(U =0V; f=1MHz; E=01x) Cer 41 pF
(U =0V; f=1MHz; E=0Ix) Ces 47 pF

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit romischen
Ziffern gekennzeichnet

Il ] 1\

Fotostrom
(E, = 1000 Ix; Uge =5 V) Ip 2,5..5,0 4,0...8,0 =6,3 mA
(E, = 0,5 mW/cm?;
A =950nm; Uge =5V) Ip 0,63...1,25 | 1,0..2,0 =1,6 mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic = 1 mA;
Uge=5V; R = 1kQ) t, t, 9 12 15 ps
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(e = Ipce min * 0,3;

E = 1000 Ix) Uce sat 190 230 280 mV
Stromverstarkung

(E, = 1000 Ix; U =5 V;

E, = 0,5 mW/cm?; Ipce
A =950 nm; Uge =5V) Ipcs 125 200 300
Kollektor-Emitter-
Reststrom

(Uceo =25V; E=01x) Iceo 8 (=200) 12 (=500) 20 (=500) nA
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BPX 43

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom I, = f (E,)
St = f(N) (Uge =5 V)
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BPX 43
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BPX 43

a3

Ccp

!

Kollektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Fototransistor BPX 81

BPX 81 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik ohne BasisanschluB.

Gehausebauform: Leiterbandgehduse, klares Epoxy-GieBharz, linsenférmig, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster ("40")

Kollektorkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Computer-Blitzlichtgerate, Miniaturlichtschranken fiir Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: _— %Sf: —
. 7 y —h
@® Hohe Zuverlassigkeit i 4
® Keine meBbare Alterung o T My
® Kurze Schaltzeit “i‘ | f z
® Hohe Fotoempfindlichkeit ne
® Gute Linearitat ’1 m
® Geeignet im Bereich des sichtbaren 15 T ©°
Lichts und des nahen Infrarots 8$§JL ‘.j \3»

® Gruppiert lieferbar ' Raster 2,54
® Gehausegleich mit LD 261

bestrahlungsempfindliche
Fldche

Typ | Bestellnummer
) Werkzeugtrennebene,

BPX 81 I Q62702-P43-S2 Gewicht etwa 0,03 g Flash nicht maBhaltig
BPX 81 Il Q62702-P43-S3
BPX 81 IV* Q62702-P43-S4
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur bei Tauchldtung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =3 s) Tor 230 °C
Léttemperatur bei Kolbenlétung
(Lotstelle Z2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) Tk 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 32 \'
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 200 mA
Verlustleistung (T = 25 °C) Pyt 100 mwW
Warmewiderstand Ry 750 K/W

R 650 K/W

* Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind. Wir
behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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BPX 81

Kenndaten (7 = 25 °C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S = 10% von S,y

Bestrahlungsempfindliche Flache

Abmessung der Chipflache

Abstand Chipoberflache bis Linsenscheitel

Halbwinkel

Kapazitat

(Uge=0V; f=1MHz; E=01x)
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uggo = 25V; E=01x)

7"3 max

7 CEO

850

440...1070
0,17

0,6 x 0,6
1,3..1,9
+18

6

25 (=200)

nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen

Ziffern gekennzeichnet

Fotostrom

(E, = 1000 Ix; Uge = 5 V)
(E, = 0,5 mW/cm?;

A =950nnm; Uge =5V)
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic =1 mA;

U =5V; RL=1kQ)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung

(¢ = Iece min - 0,3;

A = 950 nm; E, = 0,5 mW/cm?
Stromverstarkung

E. = 0,5 mW/cm?

A =950nm; Ug =5V)

Ip

Ip

trv t!

UCE sat

pce.
IPCB

I 1 \Y;

1,0..2,0 16..3.2 =25 mA
0,25..0,50 | 0,40..0,80 | =0,63 mA
55 6 8 us
150 150 150 mvV
190 300 450
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BPX 81

Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom
St = f(}) Ip = f(E)
% mA
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BPX 81

o _ Kollektor-Emitter-Kapazitat
Fotostrom To o f(Ty Cor =  (Usg)
pF
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BPX 80
BPX 82...

NPN-Silizium-Fototransistor-Zeilen ...BPX 89

BPX80...89 sind NPN-Silizium-Fototransistor-Zeilen in Epitaxie-Planartechnik ohne BasisanschiuB.

Gehadusebauform:

Kollektorkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

@ Keine meBbare Alterung

@® Kurze Schaltzeit

® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Gute Linearitat

E’ o=
® Geeignet im Bereich des sichtbaren 07 Mo It |ﬁ

Leiterbandgeh&use, Zeilenbauform, klares Epoxy-GieBharz, linsen-
férmig, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (Vi0")

Nase am LotspieB

Miniaturlichtschranken fiir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Loch-
streifenleser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

"
WA -

Kollektor A\ A
I 1)

i
|

Lichts und des nahen Infrarots 0,6 o -
® Gruppiert lieferbar Rastermaf3 2,54
® Gehausegleich mit LD-260-Serie 1) Werkzeugtrennebene, 0,25\./
Flash nicht maBhaltig 0,15
Typ Transi- MaB »A« | Bestellnummer Rastermaf3 2,54
storen Muster mit 4 Fototransistoren (z.B. BPX 84)
pro Zeile | min.| max. Gewicht etwa 0,12 g
BPX 82 2 4,5| 4,9 | Q62702-P21
BPX 83 3 7,01 7,4 | Q62702-P25
BPX 84 4 9,6/ 10 Q62702-P30
BPX 85 5 12,1| 12,5 | Q62702-P31
BPX 86 6 14,6| 15 Q62702-P22
BPX 87 7 17,2 17,6 | Q62702-P32
BPX 88 8 19,7| 20,1 | Q62702-P33
BPX 89 9 22,3| 22,7 | Q62702-P26
BPX80 |10 24,81 25,2 | Q62702-P28
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =22 mm vom Gehduse; Lotzeit t =3 s) Tt 230 °C
Loéttemperatur bei Kolbenlétung
(Lotstelle 22 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =5 s) Tk 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 32 \
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Icm 200 mA
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 100 mwW
Warmewiderstand Riuu 750 K/W
Rl 650 Kw
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BPX 80

BPX 82...

...BPX 89
Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S, A 440...1070 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,17 mm?
Abmessung der Chipflache LxB 0,6 x 0,6 mm
Abstand Chipoberflache bis Linsenscheitel H 1,3...1,9 mm
Halbwinkel [6) +18 Grad
Kapazitat
(Ue =0V; f=1MHz, E=01x) Cce 6 pF
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Ucgo =25 V; E=01x) Ieeo 25 (=200) nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit Buchstaben

gekennzeichnet (z. B. BPX 82 A)

Fotostrom
(E, = 1000 Ix; Uge = 5 V) Ip
(E, = 0,5 mW/cm?;

A =950nm; Uge =5V) Ip
Anstiegszeit/Abfallzeit

(Ic = 1 mA;

Uge =5V; RL=1kQ)
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung

(Ic = Ipce min * 0,3;

A = 950 nm; £, = 0,5 mW/cm?)
Stromverstarkung

E. = 0,5 mW/cm?

A =950nm; Ug =5V)

tn tf

UCE sat

IPCE
[PCB

A B o}

1,25.2,5 | 16..3,2 =2 mA
0,32..0,63 | 0,40..0,80 | =0,5 mA
5,5 6 8 us
150 150 150 mv
190 300 450

Durch unterschiedliche Gruppenausbeuten A, B oder C bitten wir im Bedarfsfalle um Rickfrage.
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BPX 80

BPX 82...
...BPX 89
Relative spektrale Empfindlichkeit Fotostrom
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%o m/%
100 7~ 10
. /l N\
Srel \ Ip i
/
T 80 \ 1 " P/
60 / B : 4'/
v
50 // 10° C\ [N
40 \ /I// 4
/ \ w7/
30 |/
/ \ 107 //'/
20 7
/ \ 74
10 / NI
@ \ , 1113 1
0 10°
400 500 600 700 800 900 1000 1100 nm 10’ 10 10° 10%1x

288

20°

30°

40°

500
60°
70°

80°
9g0°

100

—

UO

10°

Richtcharakteristik S, = f (¢)

10

08

02

0186

20°

30°

40°

50°
60°
70°

80°
90°

tot

Verlustleistung P, = f (T,)

mwW
100

X Ry 650 KIW

70 \
RthJU- 750K/W‘\\

60 ALY

) \
,,U \
; \

0 Tois?
0
0 20 40 60 80 100 °C

R




BPX 80

BPX 82...
...BPX 89
Fotostrom L _ f(Ty) Kollektor-Emitter-Kapazitit
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NPN-Silizium-Fototransistor BPY 62

BPY 62 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik mit BasisanschiuB. Der
Kollektor ist mit dem Geh&duseboden elektrisch verbunden.

Gehausebauform: 18A3 DIN 41876 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehéause,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V10")

Kollektorkennzeichnung:  Nase am Geh&duseboden

Anwendung: Computer-Blitzlichtgeréte, Lichtschranken fir Gleich- und Wech-
sellichtbetrieb, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: 28 85 ECB

@ Hohe Zuverl3ssigkeit 'y — ot
@ Keine meBbare Alterung as E?Eﬁ@: g5
@ Kurze Schaltzeit T - 1 f ‘
® Hohe Fotoempfindlichkeit s e \
. GUte Linearitét bestrahlungsempfindliche
@® Geeignet im Bereich des sichtbaren Flache

Lichts und des nahen Infrarots
® Gruppiert lieferbar
® Gehausegleich mit SFH 401

Raster 2,54

ol

Gewicht etwa 1,0 g

Typ ‘ Bestellnummer

BPY 62 Il Q60215-Y1111

BPY 62 llI Q60215-Y1112

BPY 62 IV Q60215-Y1113

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts —55...+125 °C

Lottemperatur bei Tauchlotung

(Lotstelle Z2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =5 s) Tt 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle Z2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 ) Tk 300 °C

Kollektor-Emitterspannung Uce 32 \

Kollektorstrom I 50 mA

Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Icm 200 mA

Emitter-Basisspannung Ugs 5 \

Verlustleistung (Ty = 25 °C) Pot 300 mw

Warmewiderstand Rinu 500 K/W
Rinsc 200 K/W

290



BPY 62

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S,,,,) A 400...1080 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,12 mm?
Abmessung der Chipflache LxB 0,5x%x0,5 mm
Abstand Chipoberflache bis Gehduse-Oberkante H 2,6...3,2 mm
Halbwinkel 0] +8 Grad
Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode

(E, =1000Ix; Usg =5V) Iocs 17 pA
Kapazitat

(Ug =0V; f=1MHz; E=01Ix) Cee 6 - pF
(Ug=0V; f=1MHz; E=01Ix) Ces 10 pF
(Ugg=0V; f=1MHz; E=0Ix) Ces 21 pF
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucgo =25V; E=01x) Teeo 5 (=100) nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet

I il 1\

Fotostrom
(E, =1000 Ix; Use =5V) Ip 2,0..4,0 3,2..6,3 =5,0 mA
(E. = 0,5 mW/cm?;
A=950nm; Uge =5V) Ip 0,5...1 0,8..1,6 =1,25 mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic = 1 mA;

Uk =5V; RL=1kQ) t, & 5 7 9 us
Kollektor-Emitter-
Séttigungsspannung
(Ic = Ipce min * 0,3;

E = 1000 Ix) Uce sat 140 140 140 mV
Stromverstérkung

(E,=1000 Ix; Ugg =5 V;

E. = 0,5 mW/cm?; Toce
A =950nm; Uge =5V) Iocp 180 280 400

291



BPY 62
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BPY 62
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BPY 62

Kollektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Fototransistor SFH 303
NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter SFH 303 F

Vorlaufige Daten

SFH 303 und SFH 303 F sind NPN-Silizium-Fototransistoren in Epitaxie-Planartechnik mit Basis-
anschluf3.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause (T 1%), klares Epoxy-GieBharz bzw. schwar-
zes Epoxy-GieBharz (SFH 303 F), LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V10”)

Emitterkennzeichnung: LotspieB mit Nase

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«, Lichtschranken fir
Gleich- oder Wechsellichtbetrieb, LWL

Fldache nicht plan

25,2
24,2

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit
@ Keine meBbare Alterung
® Kurze Schaltzeit

@ Hohe Fotoempfindlichkeit | &
® Gute Linearitit e A
@ Geeignet im Bereich des sichtbaren ~f
Lichts und des nahen Infrarots 0 1,
@ Tageslichtsperrfilter (SFH 303 F) ' B K E
® Gehausegleich mit Fotodiode SFH 2030, Chiplage
SFH 2030 F, IRED SFH 485 Gewicht etwa 0,2 g
Typ ’ Bestellnummer
SFH 303 ‘ Q62702-P957
SFH 303 F Q62702-P958
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts —-55...+100 °C
L6ttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5's) Ty 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =3 s) Tik 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 50 \
Kollektorstrom Ic 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 100 mA
Emitter-Basisspannung Ugs 7 \
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pyt 200 mw
Warmewiderstand Ry 375 K/W
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SFH 303

SFH 303 F
Kenndaten (T, = 25 °C) SFH 303 SFH 303 F
Wellenidange der max.
Fotoempfindlichkeit As max 850 900 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S = 10% von S5, A 400...1100 800...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Fldche A 0,30 0,30 mm?
Abmessung der
bestrahlungsempfindlichen Flache LxB 0,75 x 0,75 0,75 x 0,75 mm
Abstand Chipoberflache
bis Gehause-Oberkante H 4..4,6 4..4,6 mm
Halbwinkel [0} +20 +20 Grad
Fotostrom der
Kollektor-Basis-Fotodiode
(E, = 1000 Ix; Ugg = 5V) Ipcs 27 27 pA
(E. = 0,5 mW/cm?
A =950nm; Ugg =5V) Ipce 5 5 pA
Kapazitat
(Uge=0V;f=1MHz; E=01x) Coe 9 9 pF
(Ugg=0V; f=1MHz; E=01Ix) Cep 19 19 pF
(Ug=0V;f=1MHz; E=01Ix) Ces 20 20 pF
Fotostrom
(E, = 1000 Ix; Ugg = 5V) Ip 13 (=4) typ. - mA
(E. = 0,5 mW/cm?;
A=950nm; Ug =5V) Ip - 2 (=0,8) typ. | mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic =2 mA; A = 830 nm;
Uge=5V; R =1kQ) t, t; 15 15 us
Kollektor-Emitter-
Séttigungsspannung
(Ic = 2 mA; E = 1000 Ix) Uce sat 140 - mV
(/¢ = 250 pA; L = 950 nm;
E, = 0,5 mW/cm?) Uksat | — 130 mV
Stromverstéarkung
(E, = 1000 Ix; U =5V,
E, = 0,5 mW/cm?; Tpce
A =880nm; Ug =5V Ipcs typ. 500 typ. 500
Kollektor-Emitter-
Reststrom
(Uceo = 10V; E=01x) Tceo 2 (=50) 2 (=50) nA
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SFH 303

SFH 303 F
Relative spektrale Empfindlichkeit Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 303
SFH 303 F
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Richtcharakteristik S, = f (9)
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SFH 303
SFH 303 F

Kapazitat C = f (U)
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NPN-Silizium-Fototransistor

SFH 305

SFH 305 ist ein NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik ohne BasisanschluB.

Gehausebauform: Miniatur-Leiterbandgehduse, klares Epoxy-GieBharz, LotspieBe,
2,54-mm-Raster (40")

Kollektorkennzeichnung:  Abgeschrégter Lotspie

Anwendung: Miniaturlichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Loch-
streifenleser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Keine meBbare Alterung

® Kurze Schaltzeit

@® Hohe Fotoempfindlichkeit

® Gute Linearitat

® Geeignet im Bereich des sichtbaren
Lichts und des nahen Infrarots

® Gruppiert lieferbar

® Gehausegleich mit SFH 405

Typ ‘ Bestellnummer
SFH 305 1l ‘ Q62702-P848
SFH 305 il Q62702-P849

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur
Lottemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle 22 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s)

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle Z2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =3 s)

Kollektor-Emitterspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps)
Verlustleistung (T, = 25 °C)
Warmewiderstand

300

115
09 286,
2,24
1) o
=SS
t __4‘_,‘——Kollekfor
! 0N no
Mo
|
05 /.
,l {% L2
1.5
0,25 L
o,1§"l T~ \Q°
@ Rastermafl 2,54
1) Werkzeugtrennebene,
Flash nicht maBhaltig
Gewicht etwa 0,02g
Te; Ts —40...+80 °C
Ta 230 °C
Tk 300 °C
Uce 32 \Y
I 50 mA
Iom 200 mA
Py 75 mw
Rinau 950 K/W
R 850 K/w




SFH 305

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit As max 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S = 10% von S5 A 460...1060 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,17 mm?
Abmessung der Chipflache LxB 0,6 x 0,6 mm
Abstand Chipoberflache bis Linsenscheitel H 1,3..1,9 mm
Halbwinkel [6) +16 Grad
Kapazitat

(Uge=0V; f=1MHz; E=01x) Cce 55 pF
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucgo = 25V; E=0Ix) Ieo 3 (£20) nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit rémischen
Ziffern gekennzeichnet

Fotostrom
(E, = 1000 Ix; Uge =5 V) Ip 1.2 1,6...3,2 mA
(Ee = 0,5 mW/cm?;
A=950nm; U =5V) Ip 0,25...0,5 0,4...0,8 mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic=1mA;

U =5V; RL=1kQ) t, t; 5,5 6 us
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(e = Irce min = 0,3;

L =950 nm ; E, = 0,5 mw/cm? Uce sat 150 150 mvV
Stromverstarkung

(E, = 0,5 mW/cm?; Aece.
A=950nm; U =5V) Lpcg 190 300
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SFH 305

Relative spektrale Empfindlichkeit
Sa=1fM
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SFH
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Fotostrom IIP =f(Ty)
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NPN-Silizium-Fototransistor SFH 309
NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter SFH309 F

Vorlaufige Daten

SFH 309 und SFH 309 F sind NPN-Silizium-Fototransistoren in Epitaxie-Planartechnik ohne

BasisanschluB3.

Gehdusebauform:

Kollektorkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

3-mm-LED-Gehéuse (T1), klares Epoxy-GieBharz, bzw. schwarzes
Epoxy-GieBharz (SFH 309 F), LotspieBe, 2,54-mm-Raster (/10")

Flat am Gehédusebund, KollektoranschluB 1,5 mm kirzer

Lichtschranken flr Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Industrieelek-
tronik, »Messen/Steuern/Regeln«

—— E'% -

@ Hohe Zuverlassigkeit ,  Fdche nicht plan L6l 40
@ Keine meBbare Alterung Gl owl wn 39 ¢ 36
@ Kurze Schaltzeit %L O'Z_f%?‘_. 1
® Hohe Fotoempfindlichkeit §_,T_ 1, L __dTso = W
@ Gute Linearitat gt ), GL_ t‘r 105
@ Geeignet im Bereich des sichtbaren L 2 Kollektor ' lﬂl

Lichts und des nahen Infrarots 30 5¢ | Chiplage
@ Tageslichtsperrfilter (SFH 309 F) 252

® Gehdausegleich mit IRED SFH 409, SFH 487

Gewicht etwa 0,3 g

Typ \ Bestellnummer
SFH 309 l Q62702-P859
SFH 309 F Q62702-P941

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Léttemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) T 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle 22 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 ) Tk 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 35 \"
Kollektorstrom I 15 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Icm 75 mA
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 165 mw
Warmewiderstand Riuu 450 K/W
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SFH 309

SFH 309 F
Kenndaten (7, = 25 °C) SFH 309 SFH 309 F
Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit As max 880 900 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,..) A 380...1125 800...1100 nm
Bestrahiungsempfindliche Flache A 0,045 0,045 mm
Abmessung der
bestrahlungsempfindlichen Flache %] 0,24 0,24 mm
Abstand Chipoberflache
bis Leiterband-Standoff 2,6 2,6 mm
Halbwinkel [0) +16 *+16 Grad
Kapazitat
(Uge=0V;f=1MHz; E=0Ix) Cce 53 5,3 pF
Fotostrom
(E,=1000 Ix; U =5 V) Ip typ. 5 (21,6) | — mA
(E. = 0,5 mW/cm?
A=950nm; Uge =5V) Ip typ. 1,3 (20,4)| typ. 2 (=0,5) | mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(/c =2 mA; L =830 nm;
U =5V; R =1kQ) t, t 10 10 ps
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(Ic=2mA; Ig =50 pA; E=0Ix) Uce st | 200 - mV
(/c = 0,25 mA; A = 950 nm;
E, = 0,5 mW/cm?) U sa | — 130 mV
Kollektor-Emitter-
Reststrom
(Ucko=25V; E=01x) Iceo 60 (=200) 60 (=200) nA
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SFH 309
SFH 309 F

Relative spektrale Empfindlichkeit
S =1M)
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Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 309

SFH 309 F
Richtcharakteristik S, = f () Verlustleistung P, = f (T)
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SFH 309

SFH 309 F
Dunkelstrom I¢eo f (Uce) Kollektor-Emitter-Kapazitat
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NPN-Silizium-Fototransistor SFH 317
NPN-Silizium-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter SFH 317 F

Vorlaufige Daten

SFH 317 und SFH 317 F sind NPN-Silizium-Fototransistor in Epitaxie-Planartechnik mit Basisan-
schluB.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Geh&use, plan, klares Epoxy-GieBharz bzw. schwarzes
Epoxy-GieBharz (SFH 317 F), LotspieBe, 2,54-mm-Raster ('10")

Emitterkennzeichnung: LotspieB mit Nase

Anwendung: Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«, Lichtschranken fir
Gleich- oder Wechsellichtbetrieb, LWL

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit Flache nicht plan

® Keine meBbare Alterung
® Kurze Schaltzeit
® Hohe Fotoempfindlichkeit

@ Gute Linearitat

. @ Geeignet im Bereich des sichtbaren
Lichts und des nahen Infrarots

® Tageslichtsperrfilter (SFH 317 F)

@ Gehausegleich mit Fotodiode SFH 217,

SFH 217 F, IRED SFH 485 P Chiplage

5

g

—=1750440 5 —

Gewicht etwa 0,2 g

Typ I Bestellnummer

SFH 317 ‘ Q62702-P959

SFH 317 F Q62702-P960

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur T Ts -55...+100 °C
Lottemperatur bei Tauchlotung

(Lotstelle Z2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =5 9) Tir 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenldtung

(Lotstelle =Z2 mm vom Gehéuse; Lotzeit £ =3 s) Tk 300 °C
Kollektor-Emitterspannung Uce 50 \Y,
Kollektorstrom I 50 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ps) Iom 100 mA
Emitter-Basisspannung Ugs 7 \
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Piot 200 mwW
Warmewiderstand Rinau 375 K/W
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SFH 317

SFH 317 F
Kenndaten (7, = 25 °C) SFH 317 SFH 317 F
Wellenlange der max.
Fotoempfindlichkeit AS max 850 900 nm
Spektraler Bereich der
Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.,) A 400...1100 800...1100 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache A 0,3 0,3 mm?
Abmessung der
bestrahlungsempfindlichen Flache LxB 0,75 x 0,75 0,75 x 0,75 mm
Abstand Chipoberflache
bis Gehduse-Oberkante H 0,4..0,7 0,4...0,7 mm
Halbwinkel [0} +60 +60 Grad
Fotostrom der
Kollektor-Basis-Fotodiode
(E, = 1000 Ix; Usg =5V) Ipce 2,6 2,6 pA
(Es = 0,5 mW/cm?;
A =950 nm; U =5V) Ipcs 0,65 0,65 pA
Kapazitat
(Ue=0V; f=1MHz; E=01x) Cee 9 9 pF
(Usg=0V; f=1MHz; E=01x) Ccs 19 19 pF
(U =0V; f=1MHz; E=01x) Ces 20 20 pF
Fotostrom
(E, = 1000 Ix; Ugg = 5 V) Ie 1,8 (20,5) typ.| - mA
(E, = 0,5 mW/cm?;
A=950nm; Uge =5V) I - 0,2 (=0,1) typ.| mA
Anstiegszeit/Abfallzeit
(Ic = 0,2 mA; L = 830 nm;
Uge =5V; R =1kQ) t, t 15 15 us
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
(Ic = 2 mA; E = 1000 Ix) Uce sat 140 - mV
(I = 30 pA; A = 950 nm;
E, = 0,5 mW/cm? Usk sat | — 130 mV
Stromverstéarkung
(E, = 1000 Ix; Uge =5 V;
E, = 0,5 mW/cm?; Toce
A =880nm; Uyge =5V) Ipcs typ. 500 typ. 500
Kollektor-Emitter-
Reststrom
(Uceo = 10V; E=01x) Ieeo 2 (=50) 2 (=50) nA
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SFH 317
SFH 317 F

Relative spektrale Empfindlichkeit
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SFH 317
SFH 317 F

Richtcharakteristik S, = f (9) Fotostrom Ipce = f (Ugp)
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Fotodiode mit Verstarker TFA 1001 W

Auszug aus dem Datenbuch »Integrierte Schaltungen fiir Industrielle Anwendungen«

Typ ’ Bestellnummer ‘ Gehause

TFA 1001 W Q67000-A1357 lichtdurchléssiges
Kunststoff-Miniaturgehduse
6 Anschlisse

Die in bipolarer Technik ausgefiihrte integrierte Schaltung TFA 1001 W enthélt eine Fotodiode und
einen Verstarker. An seinem Ausgang (offener NPN-Kollektor) liefert der TFA 1001 W einen zur
Beleuchtungsstarke direkt proportionalen Strom. Eine stabilisierte Spannung von 1,35 V steht als
Referenz zur Verfigung. Ein weiterer Anschlu gestattet eine Linearisierung der Kennlinie bei
kleinen Beleuchtungsstédrken und kann zur Abschaltung des Ausgangsstroms verwendet werden
(Inhibit).

Anwendungen 1,3:02
]
@ Belichtungsmesser || bestrahlungs-
@ Belichtungsregler ; g[r;qfhlgdhche
| s

@ Elektronische Blitzlichtgeréate
® Optische Nachlaufsteuerung

bgof=—
o

L
@ Rauchdetektoren K= pvan v ]
@ Lineare Optokoppler C =R r:_ﬂ
@ Farberkennung = ‘ :

9 [=Tos |

| | e ]

Besondere Merkmale ! 0,2 max l
@ GroBe Empfindlichkeit 04e0) || 0.2:00%
@ Hohe Linearitdat des Ausgangsstroms VL Loor_
@ Gulnstige spektrale Empfindlichkeit —39. 05 — 2,025
® Geringe Stromaufnahme '
@ Hoher Aussteuerbereich Gewicht etwa 0,1 g

® Weiter Betriebsspannungsbereich

AnschluBanordnung

lichtempfindliche Flache

auf dem Chip
TFA 001 W /

Frequenz- 1 /6/

[N [} S 3 Ustay
kompensation ) c

Abgleich,Inhibit 2 ] T+l
3 b

Uy T [ 1 Ausgang
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TFA 1001 W

Grenzdaten

Speisespannung
Ausgangsstrom
Verlustleistung
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur

Waérmewiderstand (System-Umgebung)

Kenndaten bei T, = 25 °C,

Batteriespannung an AnschluB 5 angelegt

Speisespannung

Stromaufnahme bei E, = 0 Ix
Umgebungstemperatur im Betrieb
Beleuchtungsstarke
Empfindlichkeit im Bereich

von E, = 1 Ix bis 1000 Ix
Ausgangsstrom bei

E,=0,05 Ix

E,=1Ix

E, = 1000 Ix

E, = 5000 Ix
Stabilisierte Spannung an
AnschluB 6

Batteriespannungsabhéngigkeit
der stabilisierten Spannung Uy
Temperaturabhangigkeit

"der stabilisierten Spannung Us;ap

untere obere

Grenze B Grenze A
Us 15 \
Iq 50 mA
Py 200 mwW
Ts -40 85 °C
T; 100 °C
R su 250 K/W

untere obere

Grenze B | typ Grenze A
Us 2,5 15 Y
I 1 mA
Ty -10 70 °C
E, 0 5000 Ix
S 2,5 5 7,5 pA/IX
I 0,25 pA
Iq 2,5 5 7,5 pA
Iq 2,5 5 7,5 mA
Iq 25 mA
Ustab 1,2 1,35 1,5 Vv
AUsta/AUs 2 mvV/V
AUsgia/ATy -0,3 mV/°C

Wichtiger Hinweis: Der TFA 1001 W gehdrt zum Produktbereich »Integrierte Schaltungen« und ist
hier nur auszugsweise dargestellt. Weitere Kennlinien und Anwendungshinweise finden Sie im
Datenbuch »Integrierte Schaltungen fiir Industrielle Anwendungen«, Ausgabe 1985/86, Best.-
Nr.B1-B3182. In diesem Datenbuch sind auch die fiir den TFA 1001 W giiltigen Allgemeinen

Angaben (ber Verarbeitungsrichtlinien und Qualitat usw. enthalten.
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TFA 1001 W

Fotostrom /4 = f (E))
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TFA 1001 W

Relative spektrale Empfindlichkeit
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TFA 1001 W

Einsatzmdéglichkeiten des TFA 1001 W als Licht-Strom-Wandler

1) flr Betriebsspannung 2,5 bis 15V

+Us
(2,5..15V)
TFA 1001 W
1 16
2 22 |s
I
3 4 Q

2) flr kleine Betriebsspannung 1,2 bis 1,5V

TFA 1001 W

.6—0¢US

(1,2..15V)
;
]
e

3) flir besonders kleine Beleuchtungsstarke bis zu 0,01 Ix herab

+Us
' TFA1001W‘1 FZ.S.ASV)
6
H,
s

5
w =h
o

Fur kleine Beleuchtungsstérken (siehe Kennlinie /4 = f [E)]) ist ein Abgleich des Ausgangsstromes
mit dem Einstellregler Ry moglich. Die Ausgangskennlinie kann im unteren Bereich noch etwas
weiter linearisiert werden, indem ein Dunkelstrom von ca. 5 nA eingestellt wird.
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Kundenspezifische
Optoelektronische
Multichiparrays

SOX







Kundenspezifische Optoelektronische Multichiparrays

Chipabmessungen
L x B (mm?) von/bis

Technologie
Eigenschaften

Fotoempfindlichkeit
S (nA/Ix)

" Sperrstromarm

CHIPARTEN
FUR
PLATINEN-MONTAGE
FOTO- FOTO- FOTO- LED/IRED
ELEMENTE DIODEN TRANSISTOREN
2,15x4,65...10x 20 J ‘ 0,5x05...5x5 I ' 0,45x045...1x 1 ] I 02x0,1...0,5x0,5
GaP/TSN
Si-Planar GaAsP
- SI-PIN-Planar  NPN. GaAsP/TSN
Si-Planar Si-Planar” Si-NPN-Planar GaASPITSN
Si-Planar? GaAs
GaAlAs
}‘Eeak (nm)
560 (grtin)
660 (rot)
50...1400 J 01...150 ’ l 045...25 635 (super-rof)
590 (gelb)
950 (IR)
880 (IR)
Kundenspezifische
Optoelektronische
Multichiparrays®

2 Hohe Blauempfindlichkeit
3 siehe KOM-Druckschrift B3-B2799
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6fach-Silizium-Fotodiodenarray
mit kleinem Dunkelstrom KOM 0622033 A

Vorlaufige Daten

KOM 0622033 A ist ein 6fach-Fotodiodenarray in sperrstromarmer Planartechnik. Das verwendete
N-Si-Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Rickseiten-Kontakt. Diese
Fotoempfanger sind sowohl flir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den Elementbe-
trieb geeignet.

Gehausebauform: Platine mit Létaugen, Abdeckrahmen mit klarem EpoxyverguB

Kathodenkennzeichnung: siehe MaBbild

Anwendung: Universalplatine fir Winkelkodierer; die einzeln herausgefiihrten
Fotodioden lassen eine externe Beschaltung zu. (Serien-Parallel-
Antiparallel)

Typ I Bestellnummer

KOM 0622033 A | Q62702-K2

Technische Daten (Einzelsegment)
(Ty = 25°C; Ey = 1000 Ix; Normlicht A; T = 2856 K)

Weiieniange der max. Fotoempfindiichkeit hs 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit

(S =10% von S, A 400...1050 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache (6 mal) A 1x2,5 mm
Halbwinkel o) + 60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 5V) Ir 1 (=50) nA
Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit

der Systeme vom Mittelwert Ag +10 %
Leerlaufspannung U, 425 (=300) mV
Fotostrom (Ug = 5V) Ip 26,5 (=15) pA
DurchlaBspannung (/¢ = 10 mA) Uk 0,7 (=0,8) \
Sperrspannung (/r = 5 pA) Ug >20 \
Kapagzitat (Us = 0 V) (Chip) Co 150 pF
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KOM 0622033 A

MaBbild

Platine Rahmen  Chip VerguB3 Schaltbild
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8fach-Silizium-Fotodiodenzeile

mit sehr kleinem Dunkelstrom KOM 0622045

Vorlaufige Daten

KOM 0622045 ist eine 8fach-Fotodiodenabtastzeile in sperrstromarmer Planartechnik. Das
verwendete N-Si-Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Ruckseiten-Kontakt.
Diese Fotoempfanger sind sowohl fiir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fir den

Elementbetrieb geeignet.

Gehdusebauform: Platine mit Steckerstiften; Abdeckrahmen mit klarem EpoxyverguB,

Raster 2,54 mm (Y40 ")
Kathodenkennzeichnung: siehe MaBbild
Anwendung: Universalplatine fir Abtastzeilen

Typ \ Bestellnummer
KOM 0622045 | Q62702-K3

Technische Daten (Einzelsegment)
(Ty = 25 °C; Ey = 1000 Ix; Normlicht A; T = 2856 K)

Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit As 850
Spektraier Bereich der Fotoempfindiichkeit

(S =10% von Sya N 400...1050
Bestrahlungsempfindliche Flache (8 mal) A 1,25 x2
Halbwinkel ¢ + 60
Dunkelstrom (Ug = 5 V) Ig 5 (=50)
Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit

der Systeme vom Mittelwert As +5
Leerlaufspannung U, 425 (=300)
Fotostrom (Ug = 5V) I 17 (£12)
DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ur 0,7 (=0,8)
Sperrspannung (I = 5 pA) Ur >20
Kapazitat (Ug = 0 V) (Chip) Co 235
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KOM 0622045

MaBbild
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64fach-Silizium-Kreissegmentfotodiode
mit sehr kleinem Dunkelstrom KOM 0622059

Vorlaufige Daten

KOM 0622059 ist eine 64fach-Kreissegmentfotodiode in sperrstromarmer Planartechnik. Das
verwendete N-Si-Material ergibt einen positiven Vorderseiten- und negativen Riickseiten-Kontakt.
Diese Fotoempfanger sind sowoh! fir Diodenbetrieb (mit Sperrspannung) als auch fiir den
Elementbetrieb geeignet.

Gehdusebauform: PIN-GRID-Array-Platine mit Steckerstiften”, Raster 2,54 mm (%),
klarer EpoxyverguB.

Kathodenkennzeichnung:  Stift 65 (K), siehe MaBbild.
Anwendung: Kreis-Koordinaten-Erkennung bzw. Nachregelung. Winkelschritt-
detektor mit 5,625 Grad Auflésung. Oberflaichenkontrolle von

Kreisringen, z. B. Flaschenhalsen.

Typ \ Bestellnummer
KOM 0622059 | Q62702-K4

Technische Daten (Einzelsegment)
(Ty = 25°C; E, = 1000 Ix; Normlicht A; T = 2856 K)

Wellenldnge der max. Fotoempfindlichkeit As 850 nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(S =10% von S,.) A 400...1050 nm
Bestrahlungsempfindliche Flache (64mal) A 0,12 x 1 mm
Auflésung (Einzelsegment) 5,625 Grad
Halbwinkel ¢ + 60 Grad
Dunkelstrom (Ug = 5V) Ir 15 (=150) pA
Max. Abweichung der Fotoempfindlichkeit
der Systeme vom Mittelwert As ~5 %
Leerlaufspannung U, 425 (=300) mV
Fotostrom (Ug = 5V) I 2,5 (=1,8) HA
DurchlaBspannung (/r = 10 mA) Ur 0,9 (=1) \%
Sperrspannung (/g = 5 pA) Ur 18 (210) Vv
Kapazitat (Ug = 0 V) Co 23 pF
(Ur=5V) Cs 14 pF

') Fassung: PIN GRID ARRAY SOCKET UX-1111-084-GH-Y-33
Fa. DEMA, Tirkenstr. 11, 8000 Miinchen 2, Tel. 089/2724053
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KOM 0622059

MaBbild
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IR-Lumineszenzdioden (IRED)







GaAs-IR-Lumineszenzdiode LD 242

LD 242 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelzepi-
taxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch StromfluB
in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger Modulation
moglich ist. Die Kathode ist galvanisch mit dem Geh&useboden verbunden.

Gehédusebauform: Bodenplatte nach 18 A 3 DIN 41 876 (TO 18), klares Epoxy-
GieBharz, linsenférmig, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (40")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: IR-Fernsteuerung und Tonlbertragung, Lichtschranken fir Gleich-

und Wechsellichtbetrieb

Besondere Merkmale: o 2.8

® Hohe Zuverlassigkeit P045 5

@ Lange Lebensdauer 1 *Qﬂ

® GroBer Offnungskegel ™

® Hohe Impulsbelastbarkeit 11’20§ —

® Gruppiert lieferbar '

® Gehdausegleich mit BP 103 Gewicht etwa 0,5 g

Typ l Bestellnummer

LD 2421 Q62703-Q198

LD 242 11I*) Q62703-Q199

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Te; Ts -40...+80 °C

Lottemperatur

(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 s) T, 230 °C

Sperrschichttemperatur T; 100 °C

Sperrspannung Ur 5 \

DurchlaBstrom (T = 25 °C) Ir 250 mA

StoBstrom (t = 10 us, D = 0) ies 3 A

Verlustleistung (75 = 25 °C) Piot 470 mw

Warmewiderstande Riuu 450 K/W
Rinsa 160 K/W

*) Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.
Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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LD 242

Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenlange der Strahlung

(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(/s = 100 mA; t, = 20 ms) Al 55 nm
Halbwinkel + 40 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache \L x B 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehduse-Oberkante H 0,3...0,7 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Iz = 100 mA) t; & 1 us
Kapazitat (Uz = 0V) Co 40 pF
DurchlaBspannung (I = 100 mA) Ur 1,3 (=1,5) Y

(Ie = 1A; t; =100 ps) Ur 1,9 (£2,5) \Y
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \
Sperrstrom (Ug = 5 V) Iy 0,01 (=10) HA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von U TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Apeaq TK;. 0,3 nm/K
Gruppierung der Strahlstéarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

Il il

Strahlstarke
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) I, 4...8 =6,3 mW/sr
(Ie = 1A; t, =100 ps) I, 45 60 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(Zr = 100 mA; t, = 20 ms) @, 13 16 mw
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LD 242

Relative spektrale Emission 1, = f(}) Rel. Strahistdrke I Le =f (Ig)
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LD 242

DurchlaBstrom /: = f (Up) Kapazitat C = f (Ug)
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LD 242

mA
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
Ie=f(1);
Tastgrad D = Parameter; Tg = 25 °C
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode LD 261

LD 261 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelzepi-
taxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch StromfluB
in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger Modulation
moglich ist.

Gehausebauform: Leiterbandgehéuse, klares Epoxy-GieBharz, linsenformig, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster (1d")

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Miniaturlichtschranken fir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Loch-
streifenleser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

224
LUy A
o ) S M,
Besondere Merkmale: 7— I ]'
@ Hohe Zuverlassigkeit i m
® Lange Lebensdauer J PRl |1 S—
@ Hohe Strahlstarke RN P

S5l e
® Gruppiert lieferbar 5 0..5

® Gehausegleich mit BPX 81 Raster 2,54

Typ ‘ Bestellnummer r— Strahlende F:;:che

LD 261 IV Q62703-Q66 Nerkzeugtrennebene

LD 261V Q62703-Q67 o maf3haltig

LD 261 VI") Q62703-Q236 Gewicht etwa 0,03 g

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -40...+80 °C

Lottemperatur

(Lotstelle =2 mm vom Gehéduse; Lotzeit t =3 s) T 230 °C

Sperrschichttemperatur T; 80 °C

Sperrspannung Ug 5 \Y

DurchlaBstrom Ie 60 mA

StoBstrom (t = 10 ps, D = 0) Iks 1,6 A

Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 85 mw

Warmewiderstand Rinsu 750 K/W
RinaL 650 KW

') Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.
Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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LD 261

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(/e = 50 MA, t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite

(/e = 50 mA; t, = 20 ms) Ak 55 nm
Halbwinkel [0} + 30 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante

bis Linsenscheitel H 1,3...1,9 mm
Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei I = 50 mA) t; t 1 us
Kapazitat (U = 0 V) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/¢ = 50 mA; t, = 20 ms) Ur 1,25 (=1,4) \
Durchbruchspannung (7 = 10 pA) Usg 30 (=5) \
Sperrstrom (Ug = 5 V) Ir 0,01 (=10) HA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von A, TK, 0,3 nm/K

Gruppierung der Strahlistarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

1\ \" \
Strahlstarke
(/e = 50 mA, t, = 20 ms) I, 2...4 3,2...6,3 =5 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(Ir = 50 mA; t, = 20 ms) D, 5 6,5 8 mw
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LD 261

Relative spektrale Emission I, = f (A) Rel. Strahistarke I L =f (I§)
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LD 261

DurchlaBstrom 7/ = f (Ur) Kapazitdt C = f (Ug)
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LD 261
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Wellenléange der Strahlung
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Zuldssige Impulsbelastbarkeit
Ie = f(1);
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LD 260
LD 262...

GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen LD 269

Diese Zeilen bestehen aus GaAs-IR-Lumineszenzdioden mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im
Schmelzepitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird
durch StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei
gleichzeitiger Modulation maoglich ist.

Gehausebauform: Zeilenbauform, Leiterbandgehause, klares Epoxy-GieBharz, linsen-
formig, LotspieBe, 2,54-mm-Raster (Y10")

Kathodenkennzeichnung: Nase am LotspieB

Anwendung: Miniaturlichtschranken flir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, Loch-
streifenleser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: e A *] %’,gi‘ e Kathode
® Hohe Zuverlassigkeit A A A A —A— —‘—
@ Lange Lebensdauer ; | . —F i 2
@® Hohe Strahlstarke 1 == e m'
® Gruppiert lieferbar i ‘ i
@ Gehiusegleich mit BPX 80-Serie 02155 pek ey
0
07 ' 21 ‘
Rastermaf3 2,54 06 “j L °
') Werkzeugtrennebene,
Typ IRED MaB »Ac« Bestellnummer Flash nicht maBhaltig
pro Zeile min. | max. Zeile mit 4 Dioden (LD 264)
Gewicht etwa 0,12 g
LD 262 2 4,5 | 4,9 | Q62703-Q70
LD 263 3 7 7,4 | Q62703-Q71
LD 264 4 9,6 | 10 Q62703-Q72
LD 265 5 12,1 | 12,5 | Q62703-Q73
LD 266 6 14,6 | 15 Q62703-Q74
LD 267 7 17,2 | 17,6 | Q62703-Q75
LD 268 8 19,7 | 20,1 | Q62703-Q76
LD 269 9 22,3 | 22,7 | Q62703-Q77
LD 260 | 10 24,8 | 25,2 | Q62703-Q78
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ta; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit ¢t =3 s) T, 230 °C
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Sperrspannung Ur 5 \Y
DurchlaBstrom Ie 50 mA
StoBstrom (t = 10 us, D = 0) ies 1,6 A
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 85 mwW
Waérmewiderstand Riuu 750 K/W
R 650 K/W
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LD 260

LD 262...
...LD 269
Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenléange der Strahlung:
(/e = 50 mA, t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(/e = 50 mA; t, = 20 ms) Ak 55 nm
Halbwinkel 0] + 30 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Linsenscheitel H 1,3...1,9 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Ir = 50 mA) t; & 1 us
Kapazitat (Ug = 0V) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/¢ = 50 mA; t, = 20 ms) U 1,25 (=1,4) \
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \
Sperrstrom (Ug = 5V) I 0,01 (=10) HA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ug TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Apeaq TK;, 0,3 nm/K
Gruppierung der Strahistéarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
A B C
Strahlstarke
(Ir = 50 mA, t, = 20 ms) I 25...5 3,15...6,3 | 4,8...8 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(Ir = 50 mA; t, = 20 ms) @D, 5 6,5 8 mw

Durch unterschiedliche Gruppenausbeuten (A, B oder C) bitten wir im Bedarfsfall um Ruickfrage.
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LD 260

LD 262...
...LD 269
Relative spektrale Emission Rel. Strahistérke L _ f (Zg)
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LD 260

LD 262...
...LD 269
DurchlaB8strom 7 = f (U) Kapazitat C = f (Ug)
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LD 260

LD 262...
...LD 269
Wellenlange der Strahlung Zulassige Impulsbelastbarkeit
)'peak =f(Ty Ig=1(7);
om T, = 25 °C; Tastgrad D = Parameter
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LD 271
GaAs-IR-Lumineszenzdiode LD271 H

LD 271 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelzepi-
taxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch StromfluB
in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger Modulation
moglich ist.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehaduse (T 1%), grau getdntes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster (0")

Kathodenkennzeichnung:  Dickerer LotspieB3
Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videorecor-

dern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fiir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale: Fléiche nicht plan Chlplugfﬁ
® Hohe Zuverlassigkeit —= 0
OF | O~ 0
® Lange Lebensdauer g ‘ Sof = ‘
@® Hohe Strahlstarke Es : o
@ Hohe Impulsbelastbarkeit £~ = N
@ Gehiusegleich mit BP 103 B g ¥ [[5 /mdl T
o 78
Kathode 75—
9,0
8,2
14,0 1,5
13,0 = 11

Gewicht etwa 0,5 g

Typ ‘ Bestellnummer

LD 271 Q62703-Q148

LD 271 H Q62703-Q256

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts, Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur

(Lotstelle =10 mm vom Gehause; Lotzeit t <3 s) T. 260 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 \Y
DurchlaBstrom Ir 130 mA
StoBstrom (t < 10 us; D = 0) Ies 3,5 A
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 210 mw
Warmewiderstand Riwu 350 K/W
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LD 271

LD 271 H
Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenlange der Strahlung
(Z/r = 100 MA, t, = 20 ms) A 950 = 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite (/r = 100 mA) A\ 55 nm
Halbwinkel [0) + 25 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehduse-Oberkante H 4,0...4,6 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Ir = 100 mA) t; t 1 us
Kapazitat (Uz = 0 V) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/ = 100 mA) Ur 1,30 (=1,5) \

(Ie =1 A; t, = 100 ps) U 1,9 (=2,5) Vv
Durchbruchspannung (/z = 10 pA) Ugr 30 (=5) \
Sperrstrom (Uz = 5V) Iq 0,01 (=10) HA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ay TK, +0,3 nm/K
Strahlstérke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

LD 271 LD 271 H
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) I 15 (=10) =16 mW/sr
(le = 1 A; t, = 100 ps) I, typ. 100 typ. 120 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) @D, typ. 12 typ. 16 mwW
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Relative spektrale Emission
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LD 271

LD 271 H
DurchlaBstrom /¢ = f (Up) Kapazitat C = f (Up)
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LD 271
LD 271 H

Zulassige Impulsbelastbarkeit Wellenlange der Strahlung
I = f(2); Apeak = F(TU)
A Ty = 25 °C; Tastgrad D = Parameter o
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode

LD 271 L
LD 271 LH

LD 271 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelzepi-
taxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch StromfluB
in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger Modulation

mdglich ist.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:
@ Hohe Zuverldssigkeit
® Lange Lebensdauer
® Hohe Strahlstarke

® Hohe Impulsbelastbarkeit

® Lange Anschlisse
® Gruppiert lieferbar

i 1

® Gehausegieich mit BP

5-mm-LED-Gehéause (T 1%), grau getontes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster (V40"

Klrzerer Lotspie
IR-Fernsteuerungen von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videore-

cordern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Fldche nicht plan Chlplagz 59
8388 R I
!
e I I B
4;EZKUfh0dE - ;’g _ , 06
P 2 95 _| 04
Uo b 27 81’2—

Gewicht etwa 0,5 g

Typ ‘ Bestellnummer

LD 271 L Q62703-Q833

LD 271 LH Q62703-Q838

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur

(Lotstelle 210 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 s) T 260 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 \%)
DurchlaBstrom Ir 130 mA
StoBstrom (t = 10 us; D = 0) ik 3,5 A
Verlustleistung (T = 25 °C) Pt 210 mwW
Warmewiderstand Ry 350 K/W
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LD 271 L

LD 271 LH

Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenlange der Strahlung
(Zr = 100 mA; t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(Ir = 100 mA,; t, = 20 ms) AL 55 nm
Halbwinkel [0} +25 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante H 4,0...4,6 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei I = 100 mA) t; t 1 us
Kapazitat (Ug = 0 V; f = 1 MH2) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/r = 100 mA) Ur 1,30 (=1,5) \Y

(Ie = 1 A; t, =100 ps) Ur 1,9 (£2,5) Vv
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \%
Sperrstrom (Ug = 5V) I 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeifiizient von Ug TKy -1,5 mv/K
Temperaturkoeffizient von Apeq TK,. +0,3 nm/K
Gruppierung der Strahlstarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
Strahistarke LD 271 L LD 271 LH
(/g = 100 mA) I, 15 (=10) =16 mW/sr
(/e =1A; t, =100 ps) I, typ. 100 typ. 120 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(Ir = 100 mA) @, typ. 12 typ. 16 mwW
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LD 271 L

LD 271 LH
Relative spektrale Emission I, = f () Rel. Strahistarke L =f (I
e 100 mA
% 2
100 — 10
90 0197 Le
Lrel Te00ma
T 80
70 bt — L \ | | T /
A \ | 10’ /
60 I H
/'
50 = - /
40 -
30 l \ S — 100
20 L // ] L
10 1 — |1
1 l 1038)]]
0 L,i | 1 | 10'1
880 920 90 1000 1040 1080nm 10°2 107 100 10'a
——— —’IF
Abstrahicharakteristik Maximal zuldssiger DurchlaBstrom
Lot = () Ip = f(Ty)
100 0° 10° ;‘&
20° ¢ 20°
I, 180 - -
AN T 160
80 140
70
30° 30° 120
60 00 | \
500 % \l
40° 40° 80 \\
4|0 N\
60
500 30 50° ; \\
60° 20 60° b0 N
70° 10 70° 20
80° - 362)\ goo 0364 J 3
90° 90° 0 :
0 20 40 60 80 100 °C
rU

355



LD271L

356

LD 271 LH
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LD 271 L
LD 271 LH

m
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
Ir = f(1);

A T, = 25 °C; Tastgrad D = Parameter
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GaAs-IR-Lumineszenz-Doppeldiode LD 273

LD 273 ist eine GaAs-IR-Lumineszenz-Doppeldiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im
Schmelzepitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird
durch StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei
gleichzeitiger Modulation moglich ist.

Gehadusebauform: Ahnlich 5-mm-LED-Gehause, grau getdntes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54 mm Raster (V10")

Kathodenkennzeichnung:  Kirzerer Lotspie

Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh- und Rundfunkgeréaten, Videorecor-
dern, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fir
Gleich- und Wechsellichtbetrieb

Flache nicht plan Chiplage

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Lange Lebensdauer

® Hohe Strahlistarke

® Hohe Gesamtstrahlstarke

Rastermal

@ Hohe Impulsbelastbarkeit Kathode

@ Serienschaltung der beiden IR-Chips Gewicht etwa 0,4 g

Typ | Bestellnummer

LD 273 ’ Q62703-Q694

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur

(Lotstelle 210 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 s) T 260 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 10 Vv
DurchlaBstrom I: 100 mA
StoBstrom (t = 10 ps; D = 0) Irs 3,2 A
Verlustleistung (T, = 25 °C) Pt 260 mwW
Warmewiderstand Ry 280 K/W
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LD 273

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) I8 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(Zg = 100 MA; t, = 20 ms) AL 55 nm
Halbwinkel (AnschluBebene parallel) o + 25 Grad
Halbwinkel (AnschluBebene senkrecht) Py *+15 Grad
Aktive Chipflachen (2 Chips) A 0,09 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflachen je Chip LxB 0,3x0,3 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehduse-Oberkante H 4,8...54 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei /¢ = 100 mA) t; t; 1 us
Kapazitat (Ug = 0 V) Co 10 pF
DurchlaBspannung (/ = 100 mA) U 2,6 (=3,0) \Y

(e =1A; t, =100 ps) Ur 3,8 (=5,2) \Y
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Usr 50 (=10) \
Sperrstrom (Ug = 10 V) I 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK, -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von U TKy -3 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ageac TK.. +0,3 nm/K
Strahlstarke in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(/s = 100 mA, t, = 20 ms) I, =25 mW/sr
(Il = 1A; t; =100 ps) I 220 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(/r = 100 mA; t, = 20 ms) @, 26 mwW
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LD 273

Relative spektrale Emission I, = f ())
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LD 273

DurchlaBstrom /; = f (Uy)
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LD 273

Maximal zuléssiger DurchlaBstrom
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode

LD 274

LD 274 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelzepi-
taxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch StromfluB
in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger Modulation

moglich ist.

Gehausebauform:

spieBe, 2,54-mm-Raster (V10"

Kathodenkennzeichnung:  Kirzerer LotspieB

5-mm-LED-Gehause (T 1%), grau getontes Epoxy-GieBharz, Lot-

Anwendung: IR-Fernsteuerungen von Fernseh- und Rundfunk-Geréten, Videore-
cordern, Lichtdimmern; Geréatefernsteuerungen, Lichtschranken fur
Gleich- oder Wechsellichtbetrieb.

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

@ Lange Lebensdauer o

@ Sehr hohe Strahlstérke Ery
durch starke Biindelung CA

@ Hohe Impulsbelastbarkeit

Typ ‘ Bestellnummer
LD 274 | @62703-Q1031
Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur

Léttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéause; Lotzeit t =5 s)

Léttemperatur bei Kolbenl6tung
(Lotstelle =2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =3 s)

Sperrschichttemperatur
Sperrspannung
DurchlaBstrom

StoBstrom (t = 10 us, D = 0)
Verlustleistung (Ty = 25 °C)
Warmewiderstand

Flache nicht plan

O & XN

;:fzic’

29

Chiplage

o 27

Gewicht etwa 0,59

-565...+100

260

300
100

100

165
450

°C

°C

°C
°C

mA

mw
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LD 274

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(/e = 100 mA, t, = 20 ms)

Spektrale Halbwertsbreite

(/e = 100 mA,; t, = 20 ms)

Halbwinkel

Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chipflache Oberkante
bis Gehause Oberkante

Schaltzeiten

I. von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Ir = 100 mA)

Kapazitat (Ug = 0 V)

DurchlaBspannung (/r = 100 mA)

(le =1 A; t, =100 ps)
Durchbruchspannung (/g = 100 pA)
Sperrstrom (Ug = 5 V)
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,
Temperaturkoeffizient von U
Temperaturkoeffizient von A,e
Strahlstarke I, in Achsrichtung
bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(/e = 100 mA, t, = 20 ms)

(e =1A; t, =100 ps)
GesamtstrahlungsfluB
(Zr = 100 mA; t, = 20 ms)

364

}"peak

AL

LxB

tr; tf

950 + 20

55

10

0,09
0,3x0,3

4,9...55

1
25

1,30 (=1,5)
1,9 (£2,5)
30 (=5)
0,01 (=10)
-0,55

-1,5

+0,3

(=30) typ. 60
typ. 400

typ. 13

nm

nm
Grad

mW/sr
mW/sr

mwW



LD 274

Relative spektrale Emission I, = f(}) Rel. Strahistirke Le =f (/g
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LD 274

DurchlaBstrom I = f (Up)
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LD 274

Wellenldnge der Strahlung Zulassige Impulsbelastbarkeit
kpeak =f(Tu) Ig = f(1);
Tastgrad D = Parameter
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode

SFH 400

SFH 400 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch
StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger
Modulation moglich ist. Die Kathode ist galvanisch mit dem Gehauseboden verbunden.

Gehausebauform: 18 A3 DIN 41 876 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehause,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V40")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehaduseboden

Anwendung: Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, IR-Fernsteue-

rungen, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Lange Lebensdauer

@ Hohe Strahlstarke durch enge Biindelung
® Hohe Impulsbelastbarkeit

® Gruppiert lieferbar

® Gehdausegleich mit SFH 480, SFH 216

Typ l Bestellnummer
SFH 400 Il ‘ Q62702-P783
SFH 400 III*) Q62702-P784

Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur

Léttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s)

Léttemperatur bei Kolbenldétung
(Lotstelle 22 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 s)

Sperrschichttemperatur
Sperrspannung
DurchiaBstrom (75 = 25 °C)
StoBstrom (t = 10 ps; D = 0)
Verlustleistung (Tg = 25 °C)
Warmewidersténde

90,45

Gewicht etwa 0,5 g

RthJG

...+100

~
. Kathode
am Gehduse

°C

°C

*) Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.

Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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SFH 400

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) Apeak 950 + 20 nm

Spektrale Halbwertsbreite

(/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) Al 55 nm

Halbwinkel [0) +6 Grad

Aktive Chipflache A 0,25 mm?

Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm

Abstand Chipflache-Oberkante

bis Gehause-Oberkante H 4,0...4,8 mm

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei Ir = 100 mA) t; t; 1 us

Kapazitat (Us =0 V; f = 1 MHz) Co 40 pF

DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA) U 1,30 (=1,5) \
(lr=1A;t, =100 ps) U 1,9 (£2,5) \

Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugg 30 (=5) \

Sperrstrom (Ug = 5 V) Iq 0,01 (=10) HA

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K

Temperaturkoeffizient von U TKy -1,5 mV/K

Temperaturkoeffizient von A,ea« TK; 0,3 nm/K

Gruppierung der Strahlstédrke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

Strahlstarke

(I = 100 mA, t, = 20 ms) I, 20...40 =32 mW/sr
(lr=1A; t, =100 ps) I, 220 270 mW/sr
StrahlungsfluB gesamt

(/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) @, 55 7 mw
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SHF 400

Relative spektrale Emission I = f () Rel. Strahistarke i Lo = f(lp)
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SFH 400

DurchlaBstrom /: = f (Ug)
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SFH 400

Zulassige Impulsbelastbarkeit
Ie =1 ()
ATas'(grad D = Parameter; Tg = 25°C
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 401

SFH 401 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch
StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger
Modulation moglich ist. Die Kathode ist galvanisch mit dem Gehauseboden verbunden.

Gehdusebauform: 18 A 3 DIN 41 876 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehause,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V10"

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb, IR-Fernsteue-

rungen, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Lange Lebensdauer

® Hohe Strahlstarke durch Blndelung

® Hohe Impulsbelastbarkeit b6 ﬁéﬁuode
@ Gruppiert lieferbar LS.SJ am Gehduse
@ Gehausegleich mit SFH 481 %3
Gewicht etwa 0,5 g

Typ ‘ Bestellnummer
SFH 401 11 Q62702-P786
SFH 401 11I*) Q62702-P787
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Tg; Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) T 260 °C
Léttemperatur bei Kolbenlotung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung U 5 Y
DurchlaBstrom (Tg = 25 °C) Ie 300 mA
StoBstrom (t = 10 ps; D = 0) irs 3 A
Verlustleistung (Tg = 25 °C) Pt 470 mw
Waéarmewiderstand Rinu 450 K/W

Rins 160 K/W

*) Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.
Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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SFH 401

Kenndaten (7, = 25 °C)
Wellenlénge der Strahlung

(I = 100 mA, t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(Zr = 100 mA; t, = 20 ms) Al 55 nm
Halbwinkel [0) 15 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante H 2,8...3,7 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Iz = 100 mA) t; t 1 us
Kapazitat (Us =0 V; f = 1 MHz) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA) U 1,30 (=1,5) \Y

(lr=1A; t, =100 ps) Ue 1,9 (£2,5) \"
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \Y
Sperrstrom (Ug = 5V) Ig 0,01 (=10) LA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ape.. TK;, 0,3 nm/K
Gruppierung der Strahlstérke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

Il n

Strahlstarke
(/e = 100 mMA, t, = 20 ms) I, 10...20 =16 mW/sr
(Ir =1 A; t, = 100 ps) I, 100 120 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(Ir = 100 mA; t, = 20 ms) D, 5,5 7 mw
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SFH 401

Relative spektrale Emission [, = f (A) Rel. Strahlstérke L. f(lp)
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SFH 401
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SFH 401
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 402

SFH 402 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch
StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger
Modulation mdglich ist. Die Kathode ist galvanisch mit dem Geh&useboden verbunden.

Gehausebauform: 18 A 3 DIN 41 876 (TO 18), Glaslinse, hermetisch dichtes Gehéuse,
LotspieBe, 2,54-mm-Raster (V40")

Anodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: Lichtschranken flir Gleich- und Wechsellichtbetrieb, IR-Fernsteue-

rungen, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«

Besondere Merkmale: 60,45 -

® Hohe Zuverldssigkeit .# Q g ﬁ\ ﬁ‘ &

® Lange Lebensdauer P a

® GroBer Offnungskegel &

® Hohe Ilmpu_lsbelastbarkeit s ——224—— z'615 ~hode

. (G;Z:g%sgg::fci”ﬁt SFH 482, BPX 38, 15T 50 T 3.3 {=0m Gehduse

BPX 65, BPX 66 Gewicht etwa 0,5 g )

Typ I Bestellnummer

SFH 402 1I ' Q62702-P789

SFH 402 111*) Q62702-P790

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C

Lottemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =22 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) Tir 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C

Sperrschichttemperatur T; 100 °C

Sperrspannung Ur 5 \Y

DurchlaBstrom (75 = 25 °C) I: 300 mA

StoBstrom (t = 10 us, D = 0) I 3 A

Verlustleistung (Tg = 25 °C) Pt 470 mwW

Warmewiderstand Ryuu 450 K/W
Rinse 160 K/W

*) Eine Lieferung in dieser Gruppe kann nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.
Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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SFH 402

Kenndaten (7, = 25 °C)
Wellenldnge der Strahlung

(Zr = 100 mA, t, = 20 ms) IS 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(Ig = 100 MA; t, = 20 ms) Ak 55 nm
Halbwinkel [0) + 40 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante H 2,1...27 mm
Schaltzeiten
I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei Ir = 100 mA) t; t 1 us
Kapazitat (Ur =0V; f =1 MHz) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/r = 100 mA) U 1,30 (=1,5) \%

(le=1A; t,=100 pus) Ur 1,9 (£2,5) Vv
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Usr 30 (=5) \%
Sperrstrom (Ug = 5V) Iq 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von U TKy -15 mV/K
Temperaturkoeffizient von Ajeax TK, 0,3 nm/K
Gruppierung der Strahistéarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

I mn

Strahlstarke
(I = 100 mA, t, =20 ms) 1. 25...5 =4 mW/sr
(lg=1A; t,; =100 ps) I 28 35 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(/g = 100 mA; t, = 20 ms) D, 5,5 7 mw
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SFH 402
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SFH 402

Zulassige Impulsbelastbarkeit
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 405

SFH 405 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch

StromfluB in DurchlaBrichtung
Modulation moglich ist.

Gehausebauform:

Kathodenkennzeichnung:

Anwendung:

Besondere Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Lange Lebensdauer

® Hohe Strahlstarke

® Hohe Impulsbelastbarkeit
® Gruppiert lieferbar

® Gehausegleich mit SFH 305

angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger
Miniatur-Leiterbandgehause, klares Epoxy-GieBharz, linsenférmig,
LotspieBe, 2,54 mm Raster (V10")

Abgeschragter Lotspie

Miniatur-Lichtschranken fir Gleich- und Wechsellichtbetrieb,
Lochstreifenleser, Industrieelektronik, »Messen/Steuern/Regeln«
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Typ ‘ Bestellnummer 1) Werkzeugtrennebene
r=— — Flash nicht
SFH 405 II ‘ Q62702-P856 Rastermal 25 maBhaltig
SFH 405 1iI*) Q62702-P857 Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -40...+80 °C
Lottemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéduse; Lotzeit t =3 s) Tir 230 °C
Loéttemperatur bei Kolbenlétung .
(Lotstelle =2 mm vom Gehiuse; Létzeit t =3 s) Tix 300 C
Sperrschichttemperatur T; 80 °C
Sperrspannung Ur 5 \Y
DurchlaBstrom Ie 40 mA
StoBstrom (t = 10 pus, D = 0) s 1,6 A
Verlustleistung (T, = 25 °C) Prot 65 mwW
Warmewiderstand Riuu 950 K/W
RinaL 850 K/W

*) Eine Lieferung in dieser Gruppe kann

nicht immer sichergestellt werden, da Ausbeuteschwankungen nicht vorhersehbar sind.

Wir behalten uns in diesem Fall Lieferung einer Ersatzgruppe vor.
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SFH 405

Kenndaten (7, = 25 °C)
Wellenldnge der Strahlung

(Ie = 40 mA; t, = 20 ms) A 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite
(Ie = 40 mA; t, = 20 ms) AL 55 nm
Halbwinkel [0) +16 Grad
Aktive Chipflache A 0,25 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,5x%0,5 mm
Abstand Chipflache-Oberkante
bis Linsenscheitel H 1,3...1,9 mm
Schaltzeiten
I von 10% auf 90% und von 90% auf 10%
(bei ¢ = 40 mA) t; & 1 us
Kapazitdt (Us = 0 V); f = 1 MHz) Co 40 pF
DurchlaBspannung (/; = 40 mA) U 1,25 (=1,4) \Y
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \Y
Sperrstrom (Us = 5V) I 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von Ur TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Apeax TK, 0,3 nm/K
Gruppierung der Strahistarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

Il 1]
Strahlstarke
(Ir = 40 mA, t, = 20 ms) I =3,2 =25 mW/sr
Gesamtstrahlungsflu
(Ie = 40 mA; t, = 20 ms) D, 2,5 4 mwW
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SFH 405
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SFH 405
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SFH 405

Wellenlange der Strahlung Zulassige Impulsbelastbarkeit
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GaAs-IR-Lumineszenzdiode SFH 409

SFH 409 ist eine GaAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich und wird durch
StromfluB in DurchlaBrichtung angeregt, wobei Gleichstrom oder Impulsbetrieb bei gleichzeitiger
Modulation mdéglich ist.

Gehdusebauform: 3-mm-LED-Gehause (T1), grau getdntes Epoxy-GieBharz, Lo6t-
spieBe, 2,54-mm-Raster (V10").

Kathodenkennzeichnung:  Kiirzerer LotspieB

Anwendung: Lichtschranken fur Gleich- oder Wechsellichtbetrieb, IR-Fern-
steuerungen.
Besondere Merkmale: B ) -] 2% e
® Hohe Zuverlassigkeit g achenihbplam L ug |l w0
® Lange Lebensdauer d L osl ©n 39 ‘ 36
@ Hohe Strahlstérke g =k °1_;,~_,=_tr - on
@® Hohe Impulsbelastbarkeit jop— : LN, N
® Gehausegleich mit SFH 309 é’”T 5 PR
— |— Kathode

30 56 Chiplage
Typ | Bestellnummer 28 52"
SFH 409 | Q62702-P860 Gewicht etwa 0,3 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -55...+100 °C
Léttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéause; Lotzeit t =5 s) Tir 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 \'
DurchlaBstrom Ie 100 mA
StoBstrom (t = 10 us, D = 0) s 3 A
Verlustleistung (Ty = 25 °C) Pyt 165 mwW
Warmewiderstand Ry 450 K/W
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SFH 409

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlénge der Strahlung

(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) Apeak 950 + 20 nm
Spektrale Halbwertsbreite

(/r = 100 mA; t, = 20 ms) Al 55 nm
Halbwinkel [0) 20 Grad
Aktive Chipflache A 0,09 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,3x0,3 mm
Abstand Chipflache-Oberkante bis

Leiterbandanschlag H 2,6 mm
Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei /¢ = 100 mA) t; k& 1 us
Kapazitat (Us = 0 V) Co 25 pF
DurchlaBspannung (/g = 100 mA) Ur 1,30 (=1,5) \'

(e =1A; t, =100 ps) Ur 1,9 (£2,5) Vv
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5) \Y
Sperrstrom (Uz = 5V) I 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,55 %/K
Temperaturkoeffizient von U TKy -1,5 mV/K
Temperaturkoeffizient von Apeac TK, +0,3 nm/K
Strahlstéarke I, in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(Zr = 100 MA, t, = 20 ms) I (=6) typ. 15 mW/sr
(e =1A; t, =100 ps) I typ. 100 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(/g = 100 mA, t, = 20 ms) @D, typ. 14 mw
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SFH 409
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SFH 409
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SFH 409
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 480

SFH 480 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich. Die Anode ist
galvanisch mit dem Gehauseboden verbunden.

Gehadusebauform: 18 A 2, DIN 41 876 (ahnlich TO 18)

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: IR-Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fur Gleich- oder Wech-

sellichtbetrieb.

Merkmale: 0,45
® Hohe Zuverlassigkeit —

® Lange Lebensdauer
@® Hohe Strahistarke durch Blndelung 2 gld]
@® Hohe Impulsbelastbarkeit ' '
52 . '
@ Gute spektrale Anpassung L9 ™ <55 _,/am Gehduse
_ : 14,5 e 7535

an Si-Fotoempfanger D &3 1535

® Hermetisch dichtes Metallgehduse ) '
Gewicht etwa 0,5 g

Typ \ Bestellnummer
SFH 480 | Q62703-Q1087
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -55...+100 °C
Lottemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle Z2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =5 s) T 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlétung
(Loétstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =3 s) Tik 300 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 Y
DurchlaBstrom (Tg =25 °C) Ie 200 mA
StoBstrom {1 =10 ps) irs 2,5 A
Verlustleistung (Tg =25 °C) Prot 470 mwW
Warmewiderstand:
Sperrschicht/umgebende Luft Riuu 450 K/W
Sperrschicht/Gehause Riue 160 K/W
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SFH 480

Kenndaten (7 = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(/r =10 mA)

(lr=100mA; t,=20ms; D=1:12)

(lg=1A; t, =100 ps; D =1:100)

Spektrale Halbwertsbreite

(/s = 10 mA)

Halbwinkel des Strahlungskegels

Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chip-Oberflache

bis Gehause-Oberkante

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei I¢ = 100 mA)

Kapazitat (U =0V; f=1 MHz)

DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA; t, = 20 ms)
(le=1A; t, =100 ps)

Durchbruchspannung (/g = 10 pA)

Sperrstrom (Ug =5 V)

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von U

Temperaturkoeffizient von Ageac
Strahlstérke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(/e =100 mA, t, = 20 ms)

(Ir=1A; t, =100 ps)
GesamtstrahlungsfluB

(/r = 100 mA)
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SFH 480

Relative spektrale Emission [, = f (i) Rel. Strahistarke I L, =f(lg)
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SFH 480

DurchlaBstrom /¢ = f (Up)
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SFH 480

Wellenldange der Strahlung Zulassige Impulsbelastbarkeit
Apeax = (Tu) Ie=f()
Tastgrad D = Parameter
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)

SFH 481

SFH 481 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich. Die Anode ist

galvanisch mit dem Gehauseboden verbunden.
Gehdusebauform: 18 A 2 DIN 41 876 (ahnlich TO 18)

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehduseboden

Anwendung: IR-Geratefernsteuerungen, Lichtschranken fiir Gleich- oder Wech-

sellichtbetrieb.

398

Merkmale: ®0,45

® Hohe Zuverlassigkeit s NYA)

® Lange Lebensdauer

- @ Hohe Strahlstarke durch. Biindelung oo gl

® Hohe Impulsbelastbarkeit '52

[ J Gute. spektrale Anpassung %5 " [;’694 T
an Si-Fotoempfanger 125 e

@ Hermetisch dichtes Metallgehéuse '

Gewicht etwa 0,5 g

Tvp ! Bestellnummer

SFH 481 | 62703-Q1088

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100

Lottemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =5 s) Tir 260

Léttemperatur bei Kolbenldtung

(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =3 s) Tix 300

Sperrschichttemperatur T; 100

Sperrspannung Ug 5

DurchlaBstrom (T = 25 °C) I: 200

StoBstrom (t = 10 ps) Irs 2,5

Verlustleistung (Tg = 25 °C) Pt 470

Warmewiderstand

Sperrschicht/umgebende Luft Rinsu 450

Sperrschicht/Gehause Riug 160

°C

°C
°C

mA

mwW

Raster

. Anode

am Gehduse



SFH 481

Kenndaten (T, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(Il = 10 mA)

(Il =100 mA; t,=20ms; D = 1:12)
(Il =1A; t, =100 ps; D = 1:100)
Spektrale Halbwertsbreite

(Ilr = 10 mA)

Halbwinkel des Strahlungskegels
Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chipflache-Oberkante
bis Gehause-Oberkante

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei Iz = 100 mA)

Kapazitat (Ug = 0V; f =1 MH2)

DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA; t, = 20 ms)
(Ir =1 A; t, = 100 ps)

Durchbruchspannung (/g = 10 pA)

Sperrstrom (Ug = 5 V)

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von Ug

Temperaturkoeffizient von Ageac

Strahistarke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(Ig = 100 mA, t, = 20 ms)

(Ig =1 A; t, =100 ps)
GesamtstrahlungsfluB

(Ie = 100 mA)
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SFH 481

Relative spektrale Emission [, = f(}) Rel. Strahlstarke —Ile— =flp
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SFH 481

DurchlaBstrom /¢ = f (Us) Kapazitat C = f (Ug)

A pF
10 40
I L ¢
1 — < 30
I ,ll "
V4
/ ,/ A —
/ / \\\\
0,1 ! 20 ;
=)
J; \
+ N
001 ! 10
t
T -
] (088 0882
1 0
0o 1 2 3 4 5 6 7 8V 10mvV 100mV 1\ v
— U — U,
DurchlaBspannung UUF =f(Ty) Strahistérke IIe =f(Ty
F 25 e 25
14 14
’ 1
F 1
—+ 12 =& 12
Urzs Teas |
~N
T 1,0 — 10
~
—
08 08— N
\\‘
06 06 ™
04 0,4
02 0,2
683 &84
0 0
0 25 50 75 100 °C 0 25 50 75 100 °C
-N

401



SFH 481
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 482

SFH 482 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich. Die Anode ist
galvanisch mit dem Gehduseboden verbunden.

Gehausebauform: 18 A 2, DIN 41876 (ahnlich TO 18)

Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehauseboden

Anwendung: IR-Gerétefernsteuerungen, Lichtschranken fir Gleich- und
Wechsellichtbetrieb

Merkmale: ®0L5
® Hohe Zuverlassigkeit =

Pl

® Lange Lebensdauer

® Hoher Offnungskegel de_r Strahlung gl L 5.0

® Hohe Impulsbelastbarkeit 5 '51‘ |"4,6 7| Anode

@ Gute spektrale Anpassung 122 2 l..55_,| am Gehduse
an Si-Fotoempfanger 535

® Hermetisch dichtes Metallgehause Gewicht etwa 0,5 g

Typ ’ Bestellnummer

SFH 482 ‘ Q62703-Q1089 ‘

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -55...+100 °C

Loéttemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) T 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C

Sperrschichttemperatur T; 100 °C

Sperrspannung Ur 5 \

DurchlaBstrom (Tg = 25 °C) Ie 200 mA

StoBstrom (t = 10 ps) s 2,5 A

Veriustieistung (Tg = 25 °C) Piot 470 mw

Warmewiderstand:

Sperrschicht/umgebende Luft Ry 450 K/W

Sperrschicht/Gehduse R 160 K/W
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SFH 482

Kenndaten (T, = 25 °C)
Wellenlange der Strahlung

(/r = 10 mA)

(lr =100 mA; t, =20ms; D =1:12)
(e =1A; t, =100 ps; D = 1:100)
Spektrale Halbwertsbreite

(/r = 10 mA)

Halbwinkel des Strahlungskegels
Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chip-Oberflache
bis Gehause-Oberkante

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei Ir = 100 mA)

Kapazitat (Uz = 0V; f = 1 MHz)

DurchlaBspannung (/r = 100 mA; t, = 20 ms)
(Ie = 1 A; t, = 100 ps)

Durchbruchspannung (/r = 10 pA)

Sperrstrom (Ugs =5V)

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von Ur

Temperaturkoeffizient von Ajeac
Strahlstérke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(Ir = 100 mA,; t, = 20 ms)

(/s = 1A; 1, =100 ps)
Gesamtstrahlungsflu

(/= = 100 mA)
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SFH 482

Trel

Relative spektrale Emission
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SFH 482

DurchlaBstrom 7 = f (Up) Kapazitat C = f (Ug)
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SFH 482

Wellenlange der Strahlung
}"peak = f(TU)
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 484

SFH 484 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause (T 1%4), klares violettes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster ("10")

Anodenkennzeichnung: Kirzerer LotspieB
Anwendung: IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeréten,

Lichtschranken, Lichtdimmern, Geratefernsteuerungen fiir Gleich-
oder Wechsellichtbetrieb.

Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit ) Chiplage

® Lange Lebensdauer Flache nicht plan g

® Hohe Strahlstarke durch extreme Biindelung Kathode o wu 491 i
[St=3 !

® Hohe Impulsbelastbarkeit G e L L T
® Gute spektrale Anpassung *gﬁ ] s _1'_,_.} s
o

an Si-Fotoempfanger 0« TP i Sf
Tvp ! Bestellnummer 53 g% _—
SFH 484 | Q62703-Q1092 Gewicht etwa 0.5 '
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -55...+100 °C
Léttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =5 s) Tt 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 \
DurchlaBstrom I: 100 mA
StoBstrom (t = 10 ps) iks 2,5 A
Verlustleistung (T, =25 °C) Piot 200 mwW
Warmewiderstand
(freie Beinchenlange max. 10 mm) Rinau 375 K/W
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SFH 484

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(Ir = 10 mA) Apeak 880 nm
(lg=100mA, t,=20ms; D = 1:12) Apeak 883 nm
(Ie=1A; t, =100 pus; D = 1:100) Apeak 886 nm
Spektrale Halbwertsbreite

(Ir = 10 mA) A 80 nm
Halbwinkel des Strahlungskegels [0) +8 Grad
Aktive Chipflache A 0,16 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,4x0,4 mm
Abstand Chip-Oberflache

bis Gehause-Oberkante H 49...5,5 mm
Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei Iz = 100 mA) [ 0,6; 0,5 us
Kapazitat (Ug = 0V; f = 1 MHz) Co 25 pF
DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) U 1,5 (=1,8) \%

(Ir = 1A; t, =100 ps) U 3,0 (=3,8) \Y
Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5,0) \%
Sperrstrom (Us = 5V) Iq 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,5 %/K
Temperaturkoeffizient von Ug TKy -0,2 %/K
Temperaturkoeffizient von A e TK;, 0,25 nm/K
Strahlstarke in Achsrichtung
bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(Ir = 100 mA, t, = 20 ms) I 100 (=50) mW/sr
(le =1A; t, =100 ps) I, 900 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(/- = 100 mA) @, 20 mw
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SFH 484

Relative spektrale Emission I, = f (})
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SFH 484

DurchiaB3strom /¢ = f (Uy) Kapazitat C = f (Up)
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SFH 484

Apeuk /

!

I

412

900

Wellenlange der Strahlung
lpeak =f(T)

nm

890 /

880

870

&85

860

0 25 50 75 100 °C

Max. DurchlaB3strom in Abhéngigkeit von
der freien Beinchenlange

Ir = f(l)
mA
120
100

N
N
80 1IN
N
60
40
20
=
0 10 20 30 mm

Zuldssige Impulsbelastbarkeit

Ir=f(@
Tastgrad D = Parameter
mA
10*
0= 0005
RNl L
N 0,01
s 0,02
107 F005
:011 \
e~ \
10,2 ."\
05 N
] [ T T k‘
107 ot I8
T =T i
K T
07 I
T l——— T ——I T J -
0886
10
10 107 10 1072 107" 10° 10" 10%s
— ‘[’



GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 485

SFH 485 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehause (T 1%), klares violettes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster (V10")

Anodenkennzeichnung: Kirzerer LotspieB

Anwendung: IR-Fernsteuerungen von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeréten,
Lichtdimmern, Lichtschranken bis 500 kHz

Merkmale:
@ Hohe Zuverlassigkeit Fiéiche nicht plan
@ Lange Lebensdauer Kathode P

@ Hohe Strahlstarke 33 88

® Hohe Impulsbelastbarkeit c

® Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempféanger

Typ ‘ Bestellnummer
SFH 485 ‘ Q62703-Q1093

|
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) Tor 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenlotung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T; 100 °C
Sperrspannung Ur 5 Vv
DurchlaBstrom Ir 100 mA
StoBstrom (t = 10 ps) s 2,5 A
Verlustleistung (T, =25 °C) Pt 200 mw
Warmewiderstand
(freie Beinchenlange max. 10 mm) Ry 375 K/W
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SFH 485

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlénge der Strahlung

(Ilr = 10 mA)

(lr = 100 mA, t, =20ms; D = 1:12)
(I =1A; t, =100 us; D = 1:100)
Spektrale Halbwertsbreite

(lr = 10 MmA)

Halbwinkel des Strahlungskegels
Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chip-Oberflache
bis Gehause-Oberkante

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei Iz = 100 mA)

Kapazitat (U = 0 V; f = 1 MHz)

DurchlaBspannung (I = 100 mA; t, = 20 ms)
(le=1A; t, =100 ps)

Durchbruchspannung (7 = 10 pA)

Sperrstrom (Ug =8 V)

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von U

Temperaturkoeffizient von Apeqx

Strahistarke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

(/g = 100 mA, t, = 20 ms)

(Ig = 1 A; t, =100 ps)

GesamtstrahlungsfluB

(Ir = 100 mA)
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SFH 485
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SFH 485

DurchlaBstrom Kapazitat
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SFH 485

Wellenlénge der Strahiung
}~peaK = f(TU)
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 485 P

SFH 485 P ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im
Schmelzepitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich.

Gehausebauform: 5-mm-LED-Gehduse plan; klares violettes Epoxy-GieBharz, L6t-
spieBe, 2,54-mm-Raster (V10"

Anodenkennzeichnung: Kurzerer LotspieB

Anwendung: Lichtschranken flr Gleich- und Wechsellichtbetrieb bis 500 kHz,
LWL

Merkmale: Chiplage

@ Hohe Zuverldssigkeit Flache nichf plan g7 |

® Lange Lebensdauer O'r-] ‘_G

@ Hoher Wirkungsgrad 1

® Enge Toleranz: Chip-Oberflache/ =T Ss
Bauteil-Oberkante I

® Hohe Impulsbelastbarkeit ~—

® Gute spektrale Anpassung an 5,6 e
Si-Fotoempfanger b

@ Sehr plane Oberflache Gewicht etwa 0,5 g

Typ } Bestellnummer

SFH 485 P ‘ Q62703-Q516

Grenzdaten:

Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C

Loéttemperatur bei Tauchlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehduse; Lotzeit t =5 s) Tt 260 °C

Lottemperatur bei Kolbenlétung

(Lotstelle =2 mm vom Gehdause; Lotzeit £ =3 s) Tix 300 °C

Sperrschichttemperatur T; 100 °C

Sperrspannung Ur 5 \Y

DurchlaBstrom Ir 100 mA

StoBstrom (t =10 ps) iks 2,5 A

Verlustleistung (Ty =25 °C) Piot 200 mw

Waéarmewiderstand

(freie Beinchenlange max. 10 mm) Rinuu 375 K/W
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SFH 485 P

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(lr = 10 mA) Apeak 880 nm
(lr=100mA, t,=20ms; D = 1:12) Apeak 883 nm
(le=1A;t,=100ps; D = 1:100) Apeak 886 nm
Spektrale Halbwertsbreite

(/= = 10 mA) Al 80 nm
Halbwinkel des Strahlungskegels [0) 40 Grad
Aktive Chipflache A 0,16 mm?
Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,4x0,4 mm
Abstand Chip-Oberflache

bis Gehause-Oberkante H 0,4...0,7 mm
Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei 7z = 100 mA) t; 0,6; 0,5 us
Kapazitat (Uz = 0 V; f = 1 MHz) Co 25 pF
DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA; t, = 20 ms) Ur 1,5 (=1,8) \

(Ie =1 A; t, = 100 ps) U 3,0 (=3,8) \Y
Durchbruchspannung (/r = 10 pA) Usg 30 (=5,0) \
Sperrstrom (Ug = 5 V) Iq 0,01 (=10) pA
Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,5 %/K
Temperaturkoeffizient von Ug TKy -0,2 %/K
Temperaturkoeffizient von Ay TK, 0,25 nm/K
Strahlstarke in Achsrichtung
bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr
(Ie = 100 mA; t, = 20 ms) I, 6 (=3) mW/sr
(Ir = 1A; t, = 100 ps) L 54 mW/sr
GesamtstrahlungsfluB
(r = 100 mA) D, 20 mw
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SFH 485 P
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Relative spektrale Emission

La=1fM

%

1 [

06

|

R \

@77

/ \

0

750 800 850 900 950 1000 nm

._.’A

Abstrahlcharakteristik

L = F(9)

40° i

04

]

50° 0,3
60° 0,2
70° 0,1
80° 0
90°

40°

50°
60°
70°

80°
90°

Rel. Strahlstirke — L fuy

100
—e
Ie 100 mA
10 ya
1
01
0,01 LA
0878
1 10 100 1000 10000mA
E—— IF
Maximal zuldssiger DurchlaBstrom
I = £(Ty)
mA
125 171
I 100 \ i S ]
T \\
N
75 \
\

50 \\, -

25

0 20 40 60 80 100 °C

- T



SFH 485 P

DurchlaBstrom Kapazitat
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SFH 485 P

Wellenldnge der Strahlung
kpeak = f(TU)
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 487

SFH 487 ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestelit im Schmelz-
epitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich.

Gehausebauform: 3-mm-LED-Gehause (T 1), klares violettes Epoxy-GieBharz, Lot-
spieBe, 2,54-mm-Raster (V10")

Anodenkennzeichnung: Kirzerer LotspieB

Anwendung: IR-Fernsteuerungen von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeréaten,
Lichtdimmern, Lichtschranken bis 500 kHz

Merkmale:
® Hohe Zuverlassigkeit Fléche nicht plan

Kathode

® Lange Lebensdauer

@ Hohe Strahlistarke

® Hohe Impulsbelastbarkeit 5 .

® Gute spektrale Anpassung an g
Si-Fotoempféanger &

Chiplage— - -= 2,
Typ l Bestellnummer %g —
SFH 487 ‘ Q62703-Q1095 Gewicht etwa 0.3 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Loéttemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =5 s) T 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenl6tung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Sperrspannung Ur 5 Y
DurchlaBstrom Ie 100 mA
StoBstrom (t =10 pus) is 2,5 A
Verlustleistung (T, =25 °C) Piot 200 mwW
Warmewiderstand Riu 375 K/W
(freie Beinchenlange max. 10 mm)
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SFH 487

Kenndaten (7, = 25 °C)
Wellenldnge der Strahlung

(/e = 10 mA)

(/r = 100 mA; t, =20 ms; D = 1:12)
(le =1A; t, =100 ps; D = 1:100)
Spektrale Halbwertsbreite

(lr =10 mA)

Halbwinkel des Strahlungskegels
Aktive Chipflache

Abmessungen der aktiven Chipflache

Abstand Chip-Oberflache
bis Leiterbandanschlag

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei I¢ = 100 mA)

Kapazitat (Us = 0 V; f = 1 MHz)

DurchlaBspannung (I = 100 mA; t, = 20 ms)
(le=1A; t, =100 ps)

Durchbruchspannung (/g = 10 pA)

Sperrstrom (U = 5V)

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @,

Temperaturkoeffizient von U

Temperaturkoeffizient von Ay

Strahlstarke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

(/¢ = 100 mA,; t, = 20 ms)

(Ir =1A; t, =100 ps)

GesamtstrahlungsfluB

(/s = 100 mA)
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SFH 487

Relative spektrale Emission Rel. Strahistéarke L =f (I¢)
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SFH 487

DurchlaBstrom Kapazitat
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SFH 487

Wellenldnge der Strahlung
)‘-peak =f(Ty
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GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) SFH 487 P

SFH 487 P ist eine GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode mit hohem Wirkungsgrad, hergestellt im
Schmelzepitaxieverfahren. Die abgegebene Strahlung liegt im nahen Infrarotbereich.

Gehausebauform: 3-mm-LED-Gehause plan; klares violettes Epoxy-GieBharz, L6t-
spieBe, 2,54-mm-Raster (10")

Anodenkennzeichnung: Kurzerer LotspieB

Anwendung: Lichtschranken flr Gleich- und Wechsellichtbetrieb bis 500 kHz,
LwL

Merkmale:

® Hohe Zuverlassigkeit

® Lange Lebensdauer

® Hoher Wirkungsgrad

® Enge Toleranz: Fléche nicht plan

Chip-Oberflache/Bauteil-Oberkante Kathode \ ;‘ 3’% p=—
® Hohe Impulsbelastbarkeit o« wown \fyp
@ Gute spektrale Anpassung an N A;E: i el AR

Si-Fotoempfanger G A I R
® Sehr plane Oberflache 2 T T

——i5 Chiplage - =37

Typ ‘ Bestellnummer "WEZ’% ':!2 —
SFH 487 P ‘ Q62703-Q517 Gewicht etwa 0.3 g
Grenzdaten:
Betriebs- und Lagertemperatur Ts; Ts -55...+100 °C
Lottemperatur bei Tauchlétung
(Lotstelle =2 mm vom Gehéuse; Lotzeit t =5 s) Tt 260 °C
Lottemperatur bei Kolbenldtung
(Lotstelle =2 mm vom Gehause; Lotzeit t =3 s) Tk 300 °C
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Sperrspannung Ur 5 \Y
DurchlaBstrom I 100 mA
StoBstrom (t =10 ps) Iks 2,5 A
Verlustleistung (T, = 25 °C) Piot 200 mw
Warmewiderstand
(freie Beinchenlange max. 10 mm) Riuu 375 K/W
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SFH 487 P

Kenndaten (7, = 25 °C)

Wellenlange der Strahlung

(Ir = 10 mA) Apeak 880 nm

(lr=100mA, t,=20ms; D=1:12) Apeak 883 nm

(Ie=1A; t,=100 ps; D = 1:100) Apeak 886 nm

Spektrale Halbwertsbreite

(I = 10 mA) Al 80 nm

Halbwinkel des Strahlungskegels [0} 65 Grad

Aktive Chipflache A 0,16 mm?

Abmessungen der aktiven Chipflache LxB 0,4 x0,4 mm

Abstand Chip-Oberflache

bis Geh&duse-Oberkante H 0,4...0,7 mm

Schaltzeiten

I, von 10% auf 90% und von 90% auf 10%

(bei 7 = 100 mA) t t 0,6; 0,5 us

Kapazitat (Us =0 V; f =1 MH2) Co 25 pF

DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA,; t, = 20 ms) Ue 1,5 (=1,8) \%
(le=1A; t, =100 ps) Uk 3,0 (=3,8) Y

Durchbruchspannung (/g = 10 pA) Ugr 30 (=5,0) \

Sperrstrom (Ug =5V) I 0,01 (=10) pA

Temperaturkoeffizient von I, bzw. @, TK; -0,5 %/K

Temperaturkoeffizient von Ug TKy -0,2 %/K

Temperaturkoeffizient von Ageac TK; 0,25 nm/K

Strahlstarke in Achsrichtung

bei einem Raumwinkel Q = 0,01 sr

(/e = 100 mA; t, = 20 ms) I, 4 (=2) mW/sr

(Ie=1A; t, =100 ps) I, 27 mW/sr

GesamtstrahlungsfluB

(Ir = 100 mA) D, 20 mw
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SFH 487 P

Relative spektrale Emission
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SFH 487 P

DurchlaBstrom
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SFH 487 P

Wellenldnge der Strahlung
}‘-peak = f(TU)
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Zulassige Impulsbelastbarkeit

Ir=f(x)
Tastgrad D = Parameter
mA
10
I 1D=0,005
RN
N 0,01
T s M 0,02
10° 1005
10,1 L
SN
05 N
1 S
DC ™
10° =5 S
o §
0= JA
T 7 O
0886-‘
10"

432

Max. DurchlaBstrom in Abhéngigkeit
von der freien Beinchenldange
Ie=f£(l)
mA
120

I 100

80 ™~

60

40

20




Typenverzeichnis
Bestellnummernverzeichnis
Anschriftenverzeichnis







Typenverzeichnis (alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite Typ Bestelinummer  Seite
BP 103 Il Q62702-P79-S1 265 BPY 48 P Q60215-Y65 78
BP 103 1lI Q62702-P79-S2 265 BPY 62 1I Q60215-Y1111 290
BP 103 IV Q62702-P79-S3 265 BPY 62 IlI Q60215-Y1112 290
BP 103 B I Q62702-P85-S2 269 BPY 62 IV Q60215-Y1113 290
BP 103 B Il Q62702-P85-S3 269 BPY 63 P Q60215-Y63-S1 81
BP 103 B IV Q62702-P85-S4 269 BPY 64 P Q60215-Y67 85
"BP 104 Q62702-P84 99 KOM 0622033 A Q62702-K2 324
BP 104 BS Q62702-P917 104 KOM 0622045 Q62702-K3 326
BPW 21 Q62702-P885 109 KOM 0622059 Q62702-K4 328
BPW 32 Q62702-P74 114 LD 2421 Q62703-Q198 333
BPW 33 Q62702-P76 119 LD 242 1l Q62703-Q199 333
BPW 34 Q62702-P73 124 LD 260 Q62703-Q78 343
BPW 34 B Q62702-P945 129 LD 261 IV Q62703-Q66 338
BPW 34 F Q62702-P929 134 LD 261V Q62703-Q67 338
BPX 38 II Q62702-P15-S2 272 LD 261 VI Q62703-Q236 338
BPX 38 il Q62702-P15-S3 272 LD 262 Q62703-Q70 343
BPX 38 IV Q62702-P15-S4 272 LD 263 Q62703-Q71 343
BPX 43 I Q62702-P16-S2 277 LD 264 Q62703-Q72 343
BPX 43 il Q62702-P16-S3 277 LD 265 Q62703-Q73 343
BPX 43 IV Q62702-P16-S4 277 LD 266 Q62703-Q74 343
BPX 48 Q62702-P17-S1 139 LD 267 Q62703-Q75 343
BPX 60 Q62702-P54 144 LD 268 Q62703-Q76 343
BPX 61 Q62705-P25 149 LD 269 Q62703-Q77 343
BPX 63 Q62702-P55 154 LD 271 Q62703-Q148 348
BPX 65 Q62702-P27 159 LD 271 H Q62703-Q256 348
BPX 66 Q62702-P80 164 LD 271 L Q62703-Q833 353
BPX 79 Q62702-P51 67 LD 271 LH Q62703-Q838 353
BPX 80 Q62702-P28 286 LD 273 Q62703-Q694 358
BPX 81 Il Q62702-P43-S2 282 LD 274 Q62703-Q1031 363
BPX 81 1ll Q62702-P43-S3 282 SFH 100 Q62702-F595 193
BPX 81 IV Q62702-P43-S4 282 SFH 200 Q62702-P86 198
BPX 82 Q62702-P21 286 SFH 204 Q62702-P89 202
BPX 83 Q62702-P25 286 SFH 205 Q62702-P102 207
BPX 84 Q62702-P30 286 SFH205Q2 Q62702-P896 211
BPX 85 Q62702-P31 286 SFH 206 Q62702-P128 215
BPX 86 Q62702-P22 286 SFH 206 K Q62702-P129 219
BPX 87 Q62702-P32 286 SFH 212 Q62702-P145 224
BPX 88 Q62702-P33 286 SFH 216 Q62702-P936 229
BPX 89 Q62702-P26 286 SFH 217 Q62702-P946 234
BPX 90 Q62702-P47 169 SFH 217 F Q62702-P947 234
BPX 90 K Q62702-P928 174 SFH 219 Q62702-P948 239
BPX 91 B Q62702-P48-S 179 SFH 221 Q62702-P950 243
BPX 92 Q62702-P49 183 SFH 230 Q62702-P951 248
BPY 11 P IV Q60215-Y111-S4 71 SFH 230 F Q62702-P952 248
BPY 11 PV Q60215-Y111-S5 71 SFH 248 Q62702-P953 253
BPY 12 Q62702-P9 188 SFH 248 F Q62702-P954 253
BPY 47 P Q60215-Y66 75 SFH 303 Q62702-P957 295
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Typenverzeichnis (alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite Typ Bestellnummer Seite
SFH 303 F Q62702-P958 295 SFH 409 Q62702-P860 388
SFH 305 1 Q62702-P848 300 SFH 480 Q62703-Q1087 393
SFH 305 il Q62702-P849 300 SFH 481 Q62703-Q1088 398
SFH 309 Q62702-P859 304 SFH 482 Q62703-Q1089 403
SFH 309 F Q62702-P941 304 SFH 484 Q62703-Q1092 408
SFH 317 Q62702-P959 309 SFH 485 Q62703-Q1093 413
SFH 317 F Q62702-P960 309 SFH 485 P Q62703-Q516 418
SFH 400 1I Q62702-P783 368 SFH 487 Q62703-Q1095 423
SFH 400 il Q62702-P784 368 SFH 487 P Q62703-Q517 428
SFH 401 1I Q62702-P786 373 SFH 2030 Q62702-P955 258
SFH 401 il Q62702-P787 373 SFH 2030 F Q62702-P956 258
SFH 402 1l Q62702-P789 378 TFA 1001 W Q67000-A1357 315
SFH 402 Il Q62702-P790 378 TP 60 P Q62607-S60 88
SFH 405 1l Q62702-P856 383 TP61P Q62607-S61 92
SFH 405 llI Q62702-P857 383

436



Bestellnummernverzeichnis (Q-Nummern)

Bestellnummer Typ Seite | Bestellnummer  Typ Seite
Q60215-Y63-S1 BPY 63 P 81 Q62702-P79-S3  BP 103 IV 265
Q60215-Y65 BPY 48 P 78 Q62702-P80 BPX 66 164
Q60215-Y66 BPY 47 P 75 Q62702-P84 BP 104 99
Q60215-Y67 BPY 64 P 85 Q62702-P85-S2 BP 103 B I 269
Q60215-Y111-S4 BPY 11 P IV 71 Q62702-P85-S3  BP 103 B il 269
Q60215-Y111-85 BPY11PV 71 Q62702-P85-S4 BP 103 B IV 269
Q60215-Y1111 BPY 62 II 290 Q62702-P86 SFH 200 198
Q60215-Y1112 BPY 62 llI 290 Q62702-P89 SFH 204 202
Q60215-Y1113 BPY 62 IV 290 Q62702-P102 SFH 205 207
Q62607-S60 TP 60 P 88 Q62702-P128 SFH 206 215
Q62607-S61 TP61P 92 Q62702-P129 SFH 206 K 219
Q62702-F595 SFH 100 193 Q62702-P145 SFH 212 224
Q62702-K2 KOM 0622033 A 324 Q62702-P783 SFH 400 i 368
Q62702-K3 KOM 0622045 326 Q62702-P784 SFH 400 il 368
Q62702-K4 KOM 0622059 328 Q62702-P786 SFH 401 1I 373
Q62702-P9 BPY 12 188 Q62702-P787 SFH 401 1l 373
Q62702-P15-S2 BPX 38 Il 272 Q62702-P789 SFH 402 1 378
Q62702-P15-S3 BPX 38 i 272 Q62702-P790 SFH 402 1l 378
Q62702-P15-S4 BPX 38 IV 272 Q62702-P848 SFH 305 11 300
Q62702-P16-S2 BPX 43 Il 277 Q62702-P849 SFH 305 lil 300
Q62702-P16-S3 BPX 43 Il 277 Q62702-P856 SFH 405 1I 383
Q62702-P16-S4 BPX 43 IV 277 Q62702-P857 SFH 405 Ill 383
Q62702-P17-S1 BPX 48 139 Q62702-P859 SFH 309 304
Q62702-P21 BPX 82 286 Q62702-P860 SFH 409 388
Q62702-P22 BPX 86 286 Q62702-P885 BPW 21 109
Q62702-P25 BPX 83 286 Q62702-P896 SFH 205 Q2 211
Q62702-P26 BPX 89 286 Q62702-P917 BP 104 BS 104
Q62702-P27 BPX 65 159 Q62702-P928 BPX 90 K 174
Q62702-P28 BPX 80 286 Q62702-P929 BPW 34 F 134
Q62702-P30 BPX 84 286 Q62702-P936 SFH 216 229
Q62702-P31 BPX 85 286 Q62702-P941 SFH 309 F 304
Q62702-P32 BPX 87 286 Q62702-P945 BPW 34 B 129
Q62702-P33 BPX 88 286 Q62702-P946 SFH 217 234
Q62702-P43-S2 BPX 811l 282 Q62702-P947 SFH 217 F 234
Q62702-P43-S3 BPX 81 llI 282 Q62702-P948 SFH 219 239
Q62702-P43-S4 BPX 81 IV 282 Q62702-P950 SFH 221 243
Q62702-P47 BPX 90 169 Q62702-P951 SFH 230 248
Q62702-P48-S BPX 91 B 179 Q62702-P952 SFH 230 F 248
Q62702-P49 BPX 92 183 Q62702-P953 SFH 248 253
Q62702-P51 BPX 79 67 Q62702-P954 SFH 248 F 253
Q62702-P54 BPX 60 144 Q62702-P955 SFH 2030 258
Q62702-P55 BPX 63 154 Q62702-P956 SFH 2030 F 258
Q62702-P73 BPW 34 124 Q62702-P957 SFH 303 295
Q62702-P74 BPW 32 114 Q62702-P958 SFH 303 F 295
Q62702-P76 BPW 33 119 Q62702-P959 SFH 317 309
Q62702-P79-S1 BP 103 I 265 Q62702-P960 SFH 317 F 309
Q62702-P79-S2 BP 103 Il 265 Q62703-Q66 LD 261 IV 338
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Bestellnummernverzeichnis (Q-Nummern)

Bestellnummer Typ Seite | Bestellnummer Typ Seite
Q62703-Q67 LD 261V 338 Q62703-Q516 SFH 485 P 418
Q62703-Q70 LD 262 343 Q62703-Q517 SFH 487 P 428
Q62703-Q71 LD 263 343 Q62703-Q694 LD 273 358
Q62703-Q72 LD 264 343 Q62703-Q833 LD 271 L 353
Q62703-Q73 LD 265 343 Q62703-Q838 LD 271 LH 353
Q62703-Q74 LD 266 343 Q62703-Q1031 LD 274 363
Q62703-Q75 LD 267 343 Q62703-Q1087 SFH 480 393
Q62703-Q76 LD 268 343 Q62703-Q1088 SFH 481 398
Q62703-Q77 LD 269 343 Q62703-Q1089 SFH 482 403
Q62703-Q78 LD 260 343 Q62703-Q1092 SFH 484 408
Q62703-Q148 LD 271 348 Q62703-Q1093 SFH 485 413
Q62703-Q198 LD 24211 333 Q62703-Q1095 SFH 487 423
Q62703-Q199 LD 242 il 333 Q62705-P25 BPX 61 149
Q62703-Q236 LD 261 VI 338 Q67000-A1357 TFA 1001W 315
Q62703-Q256 LD 271 H 348
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Siemens AG, Bereich Bauelemente
BalanstraBe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
2 (089) 4144-0 52108-0 FAX (089) 4144-2689

Siemens in lhrer Nahe

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

= (030) 3939-1, 1x 1810-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StraBe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

@ (0521) 291-1, 1x) 932805
FAX (0521) 291-375

Siemens AG

Contrescarpe 72

Postfach 107827

2800 Bremen

2 (0421) 364-0, Tx 245451
FAX (0421) 364-2687

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, ™x) 8581301
FAX (0211) 399-2506

Siemens AG

Rodelheimer LandstraBe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

= (069) 797-0, Tx1 414131
FAX (069) 797-2253

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

2 (0761) 2712-1

[Tx 772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 105609

2000 Hamburg 1

2 (040) 282-1, 1x1 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 5329

3000 Hannover 1

2 (0511) 129-0, T 922333
FAX (0511) 129-2799

Siemens AG

Wittland 2-4
Postfach 4049

2300 Kiel 1

2 (0431) 5860-1
292814

FAX (0431) 5860-420

Siemens AG
Richard-Strauss-StraBe 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

2 (089) 9221-0

Tx 0529421-19

FAX (089) 9221-4390

Siemens AG
Von-der-Tann-StraBe 30
Postfach 4844

8500 Niirnberg 1

2 (0911) 654-0, Tx 622251
FAX (0911) 654-3436, 3464

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraBe 24
Postfach 120
7000 Stuttgart 1

2 (0711) 2076-1, ™x 723941-0
FAX (0711) 2076-706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraBe 4
Postfach 3606

7900 Uim 1

2 (0731) 499 1

Tx 71282

FAX ( 0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wiirzburg 21

2 (0931) 801-0

Tx 68844

FAX (0931) 801-348
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Siemens in Europa

Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

@ (02) 536-2111, [Tx] 21347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

= (02) 656565, [Tx 35313

Finnland

Siemens Osakeyhtio

Fach 8

SF-00101 Helsinki 10

@ (0) 1626-1, [Tx] 124465

Frankreich

Siemens S.A.

B.P. 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1
2 (1) 8206120, [Tx 620853

Griechenland

Siemens AE

Voulis 7

PO.B. 3601

GR-10247 Athen

= (01) 3293-1, X1 216291
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GroBbritannien

Siemens Ltd.

Siemens House

Windmill Road
Sunbury-on-Thames

Middlesex TW 16 7HS

= (09327) 85691, Tx) 8951091

Irland

Siemens Ltd.

Unit 8-11 Slaney Road
Dublin Industrial Estate
Finglas Road

Dublin 11

= (01) 302855, x1 24129

Italien

Siemens Eiettra S.p.A.

Via Fabio Filzi, 29

Casella Postale 10388
1-20100 Milano

2 (02) 67661, Tx] 330261

Niederlande

Siemens Nederland NV.
Postb. 16068

NL-2500 BB Den Haag

@ (070) 782782, Tx1 31373

Norwegen

Siemens A/S

Qstre Aker vei 90
Postboks 10, Veitvet
N-0518 Oslo 5

@ (02) 153090, 18477

Osterreich

Siemens Aktiengeselischaft
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

= (0222) 7293-0, 1x11372-0

Portugal

Siemens S.A.R.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

P-1100 Lisboa-1

2 (01) 538805, [Tx] 12563

Schweden

Siemens AB

Halsingegatan 40

Box 23141

S$-10435 Stockholm

@ (08) 161-100, [Tx 19880

Schweiz

Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28

Postfach

CH-8047 Ziirich

2 (01) 495-3111, 7x1558911

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

E-28080 Madrid

2 (01) 4552500, Tx] 27247

Tiurkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Mihendislik A.S.

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35
Findikli

PK. 1001 Karakoey

Istanbul

2 (011) 452090, Tx 24233

d 8/85
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